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Di e vorli egend e übersicht enthä lt in gedrängter Form die wichtigsten Grenz- und Kenn­

daten d er in der DDR gefertigten H albleite rbauelemente. 

D em Anwend er soll durch diese übersicht di e Au swa hl der j eweil s in Frage komm end en 

Typen erleichtert werden. Bau e lemen te, die nur nach für Ersatzzwecke vorgesehen sind , 

wurden in diese übersicht n icht aufgenommen. Wir weisen darauf hin, daß wir un, 

Änderungen, die durch den tech ni sche n Fo rtschritt bed ingt sind, vorbehalten . 

Spezie ll e Anfragen und Beste llungen sind an das jewei l ige H erstellerwerk zu ri chten. 

In 0 concise form the present survey gives th e most important ratings and cha racteristics 

af the semiconductor d ev ices made in th e GOR. 

It purports t o facilitate the selection of the specific types involved and does not extend 

to compon en ts only meant far purposes 01 replacement. 

W e should li ke to point out tha t all the data mentianed are subject to alterations arising 

from technological progress 

Special inquiri es and orders kind ly address to the manulacturer concerned . 

Briefmarken und andere postalische Be]ege 

werden gesucht für die Kollelitiv,Sammlung 
"Weimar" von der AG Philatelie Weimar. 

Angebote werden entgegengenommen von 
Horst G. Steinhaus, 5300 Weimar, Graben 45 . 

Halbleiterbauelemente-Industrie der Deutschen Demokratischen Republik 

Semiconductor component indt:stry of the German Democratic Republic 
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Typenverzeichnis 

Typ Her- Seite 
steiler 

producer page 

Al09D HFO 
AllOD HFO 
A 202 D HFO 

XA21 0 D HFO 

44 
44 
30 
30 
30 
30 
30 
36 
38 
34 
38 
40 

A 210 E HFO 
A210K HFO 
A211D HFO 
A 220 D HFO 
A 223 D HFO 
A 225 D HFO 
A 23 1D HFO 
A 240 D HFO 
A 244 D HFO 34 
A250 D HFO 40 
A 270 D HFO 42 
A273 D HFO 32 
A 274 D HFO 32 
A 281 D HFO 36 
A 290D H FO 36 
A 295 D HFO 42 
A 301 D HFO 46 
A 302 D RWN 46 
Bl09D HFO 44 
Bll0D HFO 44 
B 222 D HFO 44 
B 340 D 
B 341 D 
D 100 D 
D 103 D 
D 11 0 D 
D 120 D 
D 122 e i D 
D 123 C/ D 
D 126 D 
D 130 D 
D 140 D 
D 146 e i D 
D 147 e i D 
D 150 D 

HFO 46 
HFO 46 
HFOj RWN 8 
HFO 8 
HFO 8 
HFO 8 
HFO 12 
HFO 12 
HFO 8 
H FO 8 
HFO 8 
HFO 10 
HFO 10 
HFO 8 

X D 151 D 
D 153 D 

X D 154 D 
D 160 D 
D 172 D 

HFO 
HFO 
HFO 
HFO 
HFO 

8 
8 

8 
8 
8 

D1 74 D HFO 8 
D 181 e i D H FO 10 
D 191 C/ D H FO 10 
D 192 e i D HFO 10 
D 193 e i D HFO 10 
D 195 e i D HFO 10 
D200D HFO 12 
D201 D HFO 12 
D 204 D HFO 12 
D 210 D HFO ,12 
D 220 D HFO 12 
D230D HFO 12 
D 240 D HFO 12 
D 251 D HFO 12 
D254 D HFO 12 
D 274 D HFO 12 
D410D HFO 14 
D461 D HFO 14 
D492D HFO 14 
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E 100 D HFO 
E l 03D HFO 
E 110D HFO 
E 120 D H FO 
E 126D HFO 
E 130D HFO 
E 140D HFO 
E 147 C/ D HFO 
E 150D HFO 

XE 151 D HFO 
E153D HFO 

XE 154 D HFO 
E 160 D HFO 
E 172 D HFO 
E 174 D HFO 
E 191 e i D HFO 
E 192 e i D HFO 
E "193 e i D HFO 
E 195 e i D HFO 
E 204 C / D HFO 

X GD 160 RWN 
X GD 170 RWN 
X GD 175 RWN 
X GD 180 RWN 
X GD 240 RWN 
X GD 241 RWN 
X GD 242 RWN 
X GD 243 RWN 
X GD 244 RWN 
X GF 145 RW N 

GF 147 RWN 
MB 101 WF 

O MB 104 WF 
O_MB 110 WF 

SA 403 FWE 
SA 412 FWE 
SA 418 FWE 
SAL 41 FWE 
SAL 43 FWE 
SAL 45 FWE 
SAM 42 FWE 
SAM 43 FWE 
SAM 44 FWE 
SAM 45 FWE 
SAM 62 FWE 
SAM 63 FWE 
SAM 64 FWE 
SAM 65 FWE 
SAV 12 VJF 
SAV 16 WF 
SAV 17 WF 
SAV 18 WF 
SAV 20 WF 
SAV 30 RWM 
SAV 32 RWM 
SAV 40 RW M 
SAV 42 RWM 
SAV 73 WF 
SAZ 12 WF 
S.AZ 13 WF 
SAZ 54 WF 
SAZ 61 WF 
SAZ 71 WF 
se 236 RWN 
se 237 RWN 
se 238 RWN 
se 239 RWN 
se 239s RWN 
SD 168 GWS 
SF 126 HFO 

8 

8 
8 

8 
8 
8 
8 

10 
8 

8 

8 
8 

8 
8 
8 

10 
10 
10 
10 
12 

58 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
48 
48 
48 
60 
61 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
59 
59 
59 
59 
59 
54 
54 
54 
54 
54 
56 
54 

SF 127 HFO 
SF 128 HFO 
SF 129 HFO 
SF 136 HFO 
SF 137 HFO 
SF 225 RWN 
SF 235 RWN 
SF 240 RWN 
SF 245 RWN 
SF 357 RWN 
SF 358 RWN 
SF 359 RWN 
SM 103 FWE 
SM 104 FWE 
SMV 50 FWE 
SMV 51 FWE 
SMV 52 FWE 
SMV 60 FWE 
SP 101 WF 
SP 102 WF 
SP 103 W F 
SP 201 W F 
SP 211 WF 
SS 106 HFO 
SS 108 H FO 
SS 109 HFO 
SS 200 RWN 
SS 201 RW N 
S5 202 RWN 
SS 216 RW N 
SS .218 RWN 
5S 219 RWN 
SSV 20 HFO 
ST _ .103 WF 
SU 161 GWS 
SU 165 GWS 
SV 170 RWN 
SV 171 RWN 
SV 180 GWS 
sv 180/ AGWS 
SV 185 GWS 
SV 200 GWS 
SV 201 GWS 
sv 202 GWS 
sv 203 GWS 
sv 204 GWS 
sv 205 GWS 
SV 206 GWS 
sv 207 GWS 
SV 208 GWS 
SV 210 GWS 
SV 320 GWS 
SV 330 GWS 
SV 335 GWS 

O SV 360 GWS 

SZ 600 GWS 
x SZX 
X SZX 

SZX 
SZV 
SZV 
SZV 
SZV 

18 WF 
19 W F 
21 WF 
20 WF 
21 WF 
22 WF 
23 WF 

U 101 D 
U 102 D 
U 103 D 
U 104 D 
U 105 D 
U 106 D 
U 107 D 

FWE 
FWE 
FWE 
FWE 
FWE 
FWE 
FWE 

54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
48 
48 
48 
48 
48 
55 
55 
55 
56 
56 
56 
55 
55 
55 
55 
66 
56 
56 
64 
64 
64 
66 
65 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
65 
65 
64 

63 
62 
62 
62 
63 
63 
63 
63 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

Type list 

U 108 D 
U 109 D 
U 111 D 
U 112 D 

X U 113 F 
o U 11 4 D 
O U 118 F 

U 121 D 
U 122 D 
U 202 D 
U 253 D 
U 311 D 
U 352 D 
U 401 D 
U 402 D 
U 501 D 

o U 551 D 
X U 700 D 

U 705 D 

FWE 
FWE 
FWE 
FWE 
FWE 
FWE 
FWE 
FWE 
FWE 
FWE 
FWE 
FWE 
FWE 
FWE 
FWE 
FWE 
FWE 
FWE 
FWE 

o U 706 D FWE 
U 710 D FWE 
U 711 D FWE 

o U 805 D FWE 
U 808 D FWE 
U 82 1 D FWE 

O U 855D FWE 
o U 880 D FWE 

va 11 0 WF 
0 \'0 120 WF 
X VOA 12 WF 

VOA 13 WF 
VOA 13- 1 WF 

O VOA 15 WF 
O VOA 23 WF 
O VOA 33 WF 

VOB 37 WF 
X VOB 71 WF 
X VOB 73 WF 

VOD 30 WF 
o VOD 32 WF 

VO D 32-2 WF 

Si li zium- GWG 
freif lächen-
glei chri chte r 67 

Selen - GWG 
g leich­
richter 

Silicon 
free-area 
retifiers 

Selenium­
retifiers 

67 " , 72 

GWG 

67 

GWG 
67 .. ,72 

16 
16 
18 
16 
28 
28 
29 
18 
18 
21 
22 
16 
16 
20 
20 
22 
23 
25 
26 
27 
26 
26 
28 
18 
24 
24 
20 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
51 
51 
51 
52 
52 
52 



Hersteller-Ve"zeichnis 

HFO VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder) 
Leitbetrieb im VEB Komb inat MIkroelektronik 

GWG VEB Gleichrichterwerk Großraschen 
im VEB Kombinat MIkroelektronIk 

GWS VEB Gleichrichterwerk Stahnsdorf 
im VEB Kombinat Mikroelektronik 

RWN VEB Röhrenwerk .. Anno Seghers H Neuhaus 
im VEB Kombinat Mikroelektronik 

FWE VEB Funkwerk Erfurt 
1m VEB Kombinat Mikroelektronik 

RWM VEB Rohrenwerk Mühlhousen 
im VEB Kombinat MIkroelektronik 

WF VEB Werk für Fernsehelektronik 
im VEB Kombinot MIkroelektronik 

IMD VE Institut für Mikroelektronik DresdeQ 
im VEB Kombinat Mikroelektronik 

X Nicht für Neuentwicklungen 

o In Entwicklung 

X Not fo r new developments 

o Under development 

Producer list 

3 



A 

AUAV 

Auvv 

00, Oe 

aAM 

aN 

aSM 

aT 

aü 

b 

BT/ Tl 

Bvideo 

Ce 

C9" 
C 

Co 

CMR 

Cx 

d 

dB 

E 

F 

I 

Lli 

I, 

I; 

Im 
fmax 

losz 

IB 

IB. IB B 

IBM 

Ic 

IcAv 

le Bo 

Ice 

ICES 

LI 

wirksame Flächen 

Spa n n u ng slJerstä rku ng 

des AulnClhrneverstärkers 

SpClnnungsverstä rkung 

des Vorverstärkers 

Schaltpegel 

AM -Unterdrcickung 

Frem d spa nn u ng sa bsta nd 

Monobalance 

Trägerunterdrückung 

Obertragsdämpfung 

Breite 

Bi Idiräger IT onträgerverhältnis 

Vid eoband breite 

G ehäusekapazität 

Eingangskapazität 

EingangskCl pazität 

Isolatianskapaz ität 

Sperrsch i ch tka pa zi tät 

La stkapazität 

A usgangskapazität 

Gleichtaktunterdrückung 

Gesamtkapaz ität 

variable Ka pazität 

A bsta nd. lichte W e ite 

Bol zencl urchmesser 

Beleuch tu ng ss tä rke 

Rauschfaktor 

Frequenz. max. Taktfrequenz 

Frequenzabwe ichung. 

Modulationshub 

QUClrzfrequenz 

Eingang sfrequenz 

Modu latiansfrequenz 

:,ilaximale Einsatzfrequenz 

freilaufende Oszillator­

frequenz 

obere Grenzfrequenz 

Güteg renzfrequenz 

Tran sitfrequenz 

Zwischen frequenz 

Lei stung sverstä rku ng 

H F- Lei stu ngsverstä rku ng 

in Basisschaltung 

maximale Anhebung 

maximale Absenkung 

Höhe 

Gleichstromverstärkung 

Ku rzsch I u ßstrom verstä rku ng 

in Emitterschaltung 

Basiss trom 

Stromaufnahme 

Basisstramspitzenwert 

Kollektorstrom 

Kollektorstrom mittelwert 

Kollektorstrom bei 

offenem Emitter 

Kollektorstrom 

Kollektor-Emitter-Reststrom 

ICEV 

ICH 

ICL 

ICH 

10 

10 

hJRM 

I. 

IF 

IF(A V) 

IdRMS) 

IFM 

IF RM 

IF5M 

IG 

IGN 

IGT 

IH 

Ir 

I1 

110 

IL 

IL 

IR 

,R 
15 

150 

IRRM 

i. V. 

K 

k 

kAV 

kvv 

L 

L5 
m 

mB 

n 

nB 

No 

NaH 

NOL 

Kollektorreststrom bei in 

Sperrichtung vorgespannte r 

Emitterdiode 

H ig h-Kollektorstrom 

Low-Ko ll ekto rstrom 

Kollektorstrom sp i tzen we rt 

Drainstrom 

Blocki erstrom 

Drainspitzenstrom 

Strahlstärke 

Flußstrom. Flußgleichstrom 

Dauergrenzstrom 

Effekti ve r Durchlaßstrom 

Scheite id urchla ßstrom 

Per iodisch er Spitze ndurchlaß­

strom 

N ichtper ioelischer Spitzenstrom 

Du rchla ßg leichstrom 

N enngle ichstrom 

Zünelstrom 

Haltestrom 

Eingan gsstrom 

Eingang sbasisstrom 

Ei nga ng soffsetstrom 

Laststrom 

Lichtstä rke 

S;:>errstrom 

Sperrstrom (Momentanwert) 

Betriebsstrom 

StromaufnClhme des 

unbe lCIStete n SchClltkreises 

Durch lClßstrom 

Dauergrenzs trom 

Effekti ve r Durchlaßstrom 

Periodischer Spitzenstrom 

Li chtstärke 

Z-Strom 

StClbilität des Z-Strom es 

Ausgangsstrom 

Richtstrom 

Hig h-Ausgangsstrom 

Low-Ausgangss tro m 

Scheitelwert des 

Ausgang sstrames 

per iodi scher Spizensperrstrom 

innere Verbindung 

Kühlfläche 

Klirrfaktor 

Klirrfaktor Aufnahmeverstärker 

Klirrfaktor Vorverstärker 

Länge 

Leuchtdichte 

Serieninduktivität 

Modulationsindex 

nichtlineare Verzerru ngen im 

BlaukanCl I 

Plattenzah l 

Bolzenza hl 

Ausga ng slastfa ktor 

Hig h-Ausga ng slastfa ktor 

low-Ausgangslostloktor 

Rth ja 

Rthjc 

Ra 
rF 
rp 

rz 

S 
SPH 

S/ N 

SVR 

tA 

tA ce 

~CP 

teo 

tOH 

tOHL 

tOLl'1 
tow 

tOWR 

tr 

tgt 

thold 

tlHL 

tK 

t oft 

ton 

tosz 

t p 

t q 

t, 

tRC 

tR EF 

t" 
tnvc 

ts 
t setup 

twc 

Izu 
b uc he 

hue 
bur 

tao 

TK 

TKIF 

TK IL 

HF-EingongsleislUng 

Ni chtperiodische Sperrverlusl ­

leistung ' 

Tota le Verl ust leis tung 

Eigen le istungsuufno hme 

Ausgangslei stun g 

Rastermaß 

Basis- Em itter-Wid erstand 

D ra in-Sou ree- Widerstand 

Ger.eratorwiderstond 

Eingangswiderstand 

Isolationswiderstan d 

HF-Eingangswiderstanu 

ZF- Eingang swiderstanci 

Lastwiderstand 

Serienwiderstand in der 

Versorgungsl ei tung 

Gesamtwärmewiderstand 

Innerer Wärmewiderstand 

A 'Jsgangswieierstand 

Durchlaßwiderstand 

Sperrwiderstan d 

Z-Widerstand 

Empfindlichke it 

lömpfindlichkei t (Photostrol. 

Signal- Rauschverhäl tn is 

Betriebsspa n n u ng s­

unterdrückung 

Zugriffszeit 

Zugr iffszeit eier Eingänge 

Period endauer 

Zug riffszeit 

(Z uschaltung der Ausgänge) 

Datenhaltezeit 

E: n scha Itverzögeru ngsze it 

Ausscha Itverzög eru n 9 szei t 

Datenbereitstellzeit 

Schreiberholzei t 

Abfallzeit 

Zündzeit 

Haltezeit 

Anstiegszeit des 

Fernsteueri m pu I ses 

Dauer des Ausgangs­

kurzsch lußstromes 

Ausschaltzeit 

Einschaltze.it 

Anschwingzeit 

Taktimpulsbre i te 

Fre iwerdezeit 

Anstiegszeit 

Zykluselauer Lesen 

Auffrisch periode 

Sperrerhol u ng szei t 

Zyklusdauer Lesen/Sch reib8n 

C;peicherzeit 

Vore in stellzeit 

Schreibzyklus 

ZugriHszeit 

Zugriffszeit eies chip-enCl b . 

Eingangs 

Ze icheng riffszeit 

Reihenzugriffszei t 

Zugriffszeit 

(Abschaltun g der Ausgän g ­

Tem peraturkoeff izient 

Tempera turkoeffizient 

des Durchl aßstromes 

Temperatu rkoeffizient 

der Lichtstärke 
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Kurzzeithen 

TKuz Tem peraturkoeffizient UDRM Periodische Spitze n- UR Sperrspannung, 

d e r Z-Spannung blockierspannung Sperrg leichspannung 

TKuO H Tem peraturkoeffizi en t UDS Dra in-Sou rce-Spa n n u ng U RM Scheitelsperrspa n n ung 

der H-Ausgangsspannung UO SM Nichtperiodische Spitze n- URp Impulssperrspannung 

U Ol blockierspannung U RRM Periodische Spitzen-
Gleich 10 ufo bweich u ng 

U DWM Sch ei tel blocki erspa n n u ng sperrspannung U 02 

U 09 A usgangsspannung des U E Emitterspannung U RSM Nichtperiod ische 

A ufnClhmeverstärk ers UEBO Em i tter- Basi s-Sperrspa n n u ng Spi tzensperrspa n nung 

U" Uz Be! riebsspa n n u ng en UF D urchla ßg leichspClnnung U RWM Scheitelsperrspa n n u ng 

UAN N enna nsch I u ß"spa n n ung UF SW Schwarzwertpegel U s Betri ebssperrspan n u ng 

{.LBAS BAS - Eingangsspan nung ,1 UF SW relative Schwarzwertpege l- U SB Source-Bu Ik-Spannung 

UBB Subt ratspannung abweichung U ss Sou rcespan nung 

U SE Basis-Emitter-Spannung U GS Gate- Bulk-Spann ung UT Schwellspannung 

U(SR) Du rch bruchspa n n u ng U GG GCl tespClnnung Uz Z-Spannung 

U cs Kollektor-Basis-Spannung U GS Gate-Source-Spannung ,1 Uz Stabilität der Z-Spannung 

Ucso KollektorsperrspClnnung U GT Zündspannung U o Ausgangsspannung 
be i offenem Emitter U HF HF-Spannung U OH H ig h-Ausga ng SSPCl nn u ng 

Ucc Kollekto rspannu ng U I Eingangsspannung, Gleich- UOL Low-Ausgangsspannung 

U ccs Schlafs pannung takteingangsspan nung ü Obersteue rung 

U CE Kollektor- Emitter-Span nung UI Ein gangsspannung VM Mischverstärkung 

UCEO Koll ektor- Emitte r-Sperr- UIO Di fferen zei nga ng sspa n n u ng Vu Spa n n ung sverstä rku ng 
spa nnung bei offener Bas:s U1ell Ein gangsspannu ng Vug geschlossene Spannungs-

U CER Kollektor- Em itter-Sperr- (Effekt ivwert) verstärkung 
spannung bei endlichem U IHF HF-Eingangsspannung ,1 Vu Ve rstärkungsregelbe reich 
Basis- Em itter- Widerstand 

U im ax Maximale Eingangsspannung ,1 VZF Rege lumfang der 
U CERM Kollektor- Ern itter-Spitzen -

Uimin Minimale Eingangsspannung ZF-Versiärkung 
sperrspannung bei end li chem 

Basis- Em itter-Widerstand U IO obere Schwellspannu ng W p Impulsenergie 

U CEsat Kollektor- Em itter-Sättig u ngs- U IO Ei n gang soffsetspa n n u ng Y21 Steilh eit 

spannung U IP Pilotsig nal- Ein gangs- ZOHF HF-Ausgangsimpedanz 

U CEV Ka Ilektor- Em itter -Sperrspan - Spannu ng ZOZF ZF-Ausgangsimpedanz 

nung bei in Sperrichtung vor- U IReg Regelei nsatzspa n n u ng {Ja Umgebungstemperatur 
gespannter Emitterdiode UI ReHF HF-Rege leinsatzspannung {Je G ehäusetemperatur 

UCIO Kollekto r-Substrat- U IReZF ZF-Reg ele i nsatzspan nu ng {Jj Sperrsch ichttem peratu r 
Sperrspannung U IT Eingangsspannung für {J"g Lag erungstemperatur 

U ep Ta ktspannung Beg re nzu ngsei nsatz ,1& Tem peraturdifferenz 
U DS Drain- Bu Ik-Spannung U IU untere Schwe ll spannung 

Ä Em issionswellen länge 

UDO Drainspannung UNF NF-Ausgangsspannung 
J.~ We llen länge maximaler 

UOF Ton-Z F-A usgangsspannung ,1 UNF NF-Abregelung Emission 

UOG Drain -Gate-Spannung U p Pil otspan nung ,1J. Spektrale H a lbwertsbreite 
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Symbol~ used 
A 

AUAV 

Auvv 

Oa, Oe 

aAM 

ON 

aS M 

aT 

b 

BT/TT 

B vi deo 

CI 

CMR 

Ctot 

Cx 

d 

da 

E 
F 

Lli 

fma~ 

fosz 

9 

-g 

h 

h21E 

h21e 

la 

la , laa 

laM 

Ic 

IeAV 

Ieao 
Iec 

6 

effective area 

voltage goin 01 the record ing 

amplifier 

vo ltage gain 01 

the preamplifier 

sw itching threshold 

rejection 01 AM 

extroneou s-vo ltage interval 

monobalance 

carrier suppression 

tran sm ission 1055 

width 

picture carrier to 

sound carrie r rat io 

video bandwidth 

ca si ng capacitance 

input capacitance 

input capacitance 

insulation capaci tance 

junction capacitance 

load capacitance 

output capacitance 

common mode rejection 

·total capacitance 

variable capacitance 

internal dia 

stud diameter 

light intensi ty 

noise figure 

frequency, max 

clock frequenz 

clock frequency 

frequency distortion, 

sweep . width 

crystal frequency 

input Irequency 

modulation frequency 

ma ximum operating 

Irequency 

open-circuit oszillator 

frequency 

upper cut-off frequency 

cu t-off frequency 01 meri! 

transition frequency 

interm ediate frequency 

power gain 

common-base power gai n 

maximum rise 

ma xim um drop 

hight 

DC current ga in 

small-signal current ga in 

ba se current 

current capacity 

base peak current 

collector current 

average value 01 

collector current 

ccllector cut-off current 

collector current 

leES 

IeEV 

icH 
Icl 
IcM 
10 

10 

10RM 

I. 
IF 
IF 
IF(.~v) 

IFSM 

IG 
IGN 
IGT 
IH 
1I 
1I 
110 

Il 
IL 
IR 

iR 

I s 
Iso 

IT 
IT(AV) 

Iv 
Iz 

Lli z 

10 

10 

lO H 

IOl 
10M 

I RRM 

i. V. 
K 
kav 

k 
I 
L 
Ls 
m 

ma 

n 

na 

No 

NaH 

NOL 

collector -emitter 

cut -off curren t w i th 

base shorted to emitter 

collector cut -off current 

at the emi tter diode biased 

in the reserve direction 

high collector current 

low collector current 

collector peak current 

drain current 

blocking curren! 

drain peak current 

rad iant intensity 

forward current 

lorward direct current 

maxi mum continuous 

l o rward current 

e ffective forward current 

pea k fo rwa rd current 

pea k rep etit ive forward 

current 

non-repetitive peak 

surge current 

direct current 

nominal direct current 

gate trigger curren t 

holding current 

input current 

input bias current 

input offset current 

load current 

luminous density 

reverse current 

instaneous reverse current 

supply current 

proper supply current 

lorward current 

maximum continuous 

lorward current 

effective forward current 

p eak repetiti ve forward 

current 

candle - power 

Z-current 

sta bility of Z-current 

output current 

rectified current 

hi g h output current 

low output current 

peak output current 

peak rep etitive reverse current 

internol connexion 

cooling surlace 

harmonic distortion lactor 01 

th e record ing ampli f ier 

ha rmonic distortion foctor 01 

the preamplifier 

d istortion factor 

length 

luminous density 

series inductance 

modulation ratio 

non linear distortion of the 

blue channel 

number 01 plates 

number of studs 

fan-out 

high lan-out 

low Ion-out 

P tot 

Pv 

Po 
R 

RaE 

Ros 

Rg 

R, 

R t h ja 

R t h jc 

Ra 

rz 

S 

SPH 

S/ N 

SVR 

tA 

tACC 

tcP 

tco 

tOH 

tOHL 

tOLH 

tow 

tDwR 

tr 

tgt 

th o ld 

t l HL 

ton 

tos z 

t p 

t q 

tRC 

tRH 

t" 
tRWC 

t. 
tsetup 

twc 

tu> 
tz uche 

tzue 

hUf" 
tao 

TK 

HF input power 

non-repetitive reve rse peak 

surge power dissipation 

tota l power dissipation 

proper power dissipation 

output power 

ra ster measure 

base-em itter- resi stance 

drai n -source- resi sta nce 

generator resistance 

input resistance 

insu lation resistance 

r. f. input resistance 

i. f . input resistance 

load resistance 

supp ly res ista nce 

tota l the rmal res istance 

internal thermal resistance 

output resistance 

forward resistance 

reverse resi stance 

Z-resistance 

sensitivity 

sensitivity (photocurrent) 

sig nal-noise ratio 

operating voltage rejection 

access time 

character access t ime 

clock period 

output turn-off access tim e 

data in hold time 

turn -on delay time 

turn-off delay time 

data in set-up time 

write recovery time 

lall time 

gate trigger time 

holding time 

rise ti me of remote 

control pulse 

outpu t sh o rt-circui t 

current time 

turn -off time 

turn-on time 

starting time 

pulse width 

recovery time 

rise time 

reod per iod 

refre sh time 

reverse recovery t ime 

read/write peri od 

storoge time 

set-up time 

write cycle time 

access t ime 

chip-enable access time 

character access time 

row access time 

output turn-off access time 

temperature coefficient 



d 
'i 

) 

I . 

TKrt: 

TKuz 

TKuOH 

IlBAS 

UBB 

UBe 

U(BR) 

UCB 

UCBO 

UCC 

UCCS 

Uce 

UCEO 

UCER 

UCERM 

U CEV 

Ucro 

Uc~ 

UOB 

UO O 

temperature coefficient of 

forward current 

temp~ra ture coefficient of 

luminous density 

temperature coefficient 

of Z-voltage 

temperature coefficient 

of High output voltage 

synchronization drift 

output voltage of the 

recording amplifier 

operating voltages 

nominal connecting 

voltage (effective value) 

video input voltage 

bulk voltage 

base-emitter-voltage 

breakdown voltage 

collector-base-voltage 

maximum collector-base­
voltage 

collector supply voltage 

standby mode voltage 

collector-emitter-voltage 

maximum collector-emitter 

voltage with open base 

maximum collector-emitter­

voltage at delined base­

em itter-resi stance 

maximum collector-emitter­

peak vo ltage at delined 

base-emitter-resistance 

colleetor-emitter 

saturation voltage 

maximum colleetor-emitter­

voltage with re verse biased 

emitter diode 

maximum collector-substrate 
voltage 

elock pulse voltage 

drain-bulk-voltage 

drain voltage 

UOF, 

UOG 

UORM 

Uos 

UOS M 

UOWM 

UGB 

UGG 

UGS 

UGr 

UHF 

Ur 

U; 

Uro 
Uret, 

U;HF 

Uro 

Uro 

U; p 

U ;Reg 

U;ReHF 

U;ReZF 

sound-IF output voltage 

drain-gate-voltage 

repetitive peak reverse 

voltage 

drain-source-voltage 

non -repetitive peak 

surge blocking voltage 

maximum opera ting peak 

blocking voltage 

emitter voltoge 

maximum emitter-base 

voltage 

forward voltage 

block-level 

relative 

block-level drift 

gate-bulk-voltage 

Gate voltage 

gate-source-voltage 

gate trigger voltage 

HF voltage 

common mode input voltage, 

input voltage 

input voltage 

differential input voltoge 

input voltage (eHeetive volue) 

r. f . input voltoge 

maximum input voltage 

minimum input voltage 

upper threshold voltage 

input offset voltage 

pilot input voltage 

input voltage lor onset 

01 regulating 

r. f . voltage lor onset of 

regulating 

i. f. voltage for onset of 

regulating 

input voltage for onset 

01 limitation 

lower threshold voltage 

a. f. output voltage 

Us 

USB 

Uss 

Ur 

Uz 

LlUz 

Uo 

UOH 
UOL 

ü 

VM 
Vu 

Vug 

LlVu 

LlVZF 

Wp 

Y21 

ZOHF 

ZOZF 

{ja 

{je 

Symblos used 
controlled a. f. output 

voltage decrease 

pilot voltage 

reverse voltage, 

reverse direct voltage 

peak reverse voltage 

pulse reverse voltage 

repetitive peak 

reverse voltoge 

non-repetitive peak 

surge reverse voltage 

maximum operating peak 

reverse voltage 

supply voltage 

source-bu Ik-voltage 

source voltage 

threshold voltage 

Z voltage 

Z voltage stability 

output voltage 

high output voltoge 

low output voltage 

overriding voltage 

mixing gain 

voltage amplilication 

closed voltage gain 

voltage gain control range 

IF voltage gain control range 

pulse energy 

mutual conductance 

r. f. output impedance 

i. f. output impedance 

ambient temperature 

casing temperature 

junction temperature 

storage temperature 

temperature differential 

emission wave length 

peak emission wave length 

spectral hall-band width 

7 



Integrierte Schaltkreise 

TH-Schaltkreise (Normalreihe) 

TTl circuits (standard series) 

Grenzdaten 

max. ratings 

Us 
U, 
NOl 

NOH 

NOH 

o ... +7V 
-0.8 ... +5.5 V 
103 ) 

103 ) (D 100 ... D 174) 

20 3) (E 100 ... E 174) 

Typ Art 

D 100 D 4 NAND·Gatter 

E 100 D mit je 2 Eingängen 

D 103 D · 4 NAND-Gatter 

E 103 D mit je 2 Eingängen 

Kollektor offen 

D 110 D 3 NAND-Gatter 

E 110 D mit je 3 Eingängen 

D 120 D 2 NAND-Gatter 

E 120 D mit je 4 Eingängen 

D 126 D 

E 126 D 
4 NAND-Gatter 

mit je 2 Eingängen 

Kollektor offen ') 

D 130 D 1 NAND-Gatter 

E 130 D mit 8 Eingängen 

D 140 D 2 NAND-Gatter 

E 140 D mit je 4 Eingängen 

No = 30 

D 150 D 

E 150 D 

D 151 D 
E 151 D 

D 153 D 

E 153 D 

D 154 D 

E 154 D 

D 160 D 

E 160 D 

D 172 D 
E 172 D 

2 AND-NOR-Gatter 

mit je 2 X 2 Eingängen 

1 Gatter erweiterbar 

2 AND/NOR-Gatter 

mit je 2 X 2 Eingängen 

1 AND/NOR-Gatter 

mit 4 X 2 Eingängen 
Gatter erweiterbor 

1 AND-NOR-Gatter 

mit 4 X 2 Eingängen 

2 Expander 

mit je 4 Eingängen 2) 

J-K-Master-Slave 

Flipflop mit jE: 

3 J- und 3 K-Eingängen 

D 174 D 2 positiv flanken-

E 174 D getriggerte D-Flipflop 

') UOH ::; 15 V 

2) zur Erweiterung des D 150 bzw. D 153 

3) No = 1 entspricht IOl = 1.6 mA 
bzw. -lOH = 40 fJ,A 

8 

Betriebsbedingungen 

operating conditions 

Us 
{Ja 

4,75 ... 5.25 V 
o ... +70 °C (Reihe D 10) 

(D 10 series) 

=-25 ... +85 °C (Reihe E 10) 

(E 10 se ries) 

description 

quadruple 2-input 

positive NAND gates 

quadruple 2-input 

positive NAND gates 

with open collector output 

tripie 3-input 

positive NAND gates 

dual 4-input 

positive NAND gates 

quadruple 2-input 

positive NAND gates 

with open collector output ') 

8-input 

positive NAND gates 

dual 4-input 

positive NAND buffers 

No = 30 

dual 2-wide 2-input 
AND / NOR gates 

1 gate expandable 

dual Z-wide 2-input 

AND/NOR gates 

expandGble 4-wide 2-input 

AND/NOR gates 

4-wide 2-input 

AND/NOR gates 

dual 4-input expanders 2) 

J-K-master-slave 

flip-flop with 

3-J-and 3-K-inputs 

dual D-type positive 

edge-triggered 
flip-flops 

Integraled circuits 

Informationsdaten 

electrical choracteristics 

UOl < 0.4 V 

UOH > 2,4 V 
tOHl 10ns bei Us 

tOlH 15 ns at {Ja 

logische Funktion 

logical function 

Y = AB 

Y = AB 

v = ABC 

v = AB 

y ABCDEFGH 

v 

V,= (ABH(CDHX 

V2 = (ABH(CD) 

V = (ABH(CD) 

5V 
25°C 

V (AB) + (CDH(EFH (GHHX 

V (AB) + (CDH(EFH(GH) 

X ABCD 

D(tn) 

1) UOH ::; 15 V 

2) for expa nsion of D 150 or D 153 

3) No = 1 corresponds with IOl = 1.6 mA 

and -lOH = 40 fJ,A 

. ~ 
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Integrierte Schaltkreise 

A7 

8 7 

Y7 

A2 

Us 
81;­

A I;­

rl;-

83 

A3 
Y3 

A2 
82 

A3 
8 3 

A' 
8~ 

D 100 D. D 103 D. D 126 D 
E 100 D. E 103 D. E 126 D 

Us AN} H 
8 & 

~ , 
6 

D 130 D 
E 130 D 

Us 

Y7 

Y2 

Y3 

"l 0 7 
87 & X : 

Y1 C7 n 
07 

A2 X7 
A2 

82 X2 82 & X~ 
C2 9 Y.::! C2 X2 

02 '_. 
8 

D 160 D 
E 160 D 

3.51.0. 3 

1tr 13121170 98 

~~::::] 
7 Z :3 If 5 6 7 

D 100 D 
E 100 D 

D 174 D 
E 174 D 

D 110 D 
E 110 D 

A7 

A2 

77 

8 

D 150 D, 
E 150 D, 

D 172 D 
E 172 D 

AOOA1A~ 

Us 
A7 
87 Y7 

C7 Cl 

Y1 A2 

C3 82 Y2 
C2 

83 

Y3 

Us 
A2 

& 1 
82 

87 Yz. 
X C2 & 02 
X A7 1 
C7 87 & 

C7 & y1 
07 Y1 

X 
X 

D 151 D 
E 151 D 

s 

a 
T 

1<.7 II 
1f7 1f2 

0 /(3 

P, 

-

:.0" __ ~ 

Integrated circuits 

~i & Y1 AI, 
07 

A2 

~~ & Y2' 
DZ 

D120D. D1 40 D 
E 120 D. E 140 D 

Us A 
8 

8 
X C 

D D 
X E: 

r 
6 

f1 7 H 

x-
X 

D153D. D154D 
E 153 D, E 154 D 

Us 
R2 

02 

57 TZ 

07 52 
T2 

lIi 02 

8 öl 

D 174 D 
E 174 D 

1 

y 

T 
07 

{fl 

T 
G2 

öl 

OOOF7Q7 

9 
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Integrierte Schaltkreise 

TTL - Schaltkreise (MSI- Typen) 

TTL circuits (MSI types) 

G renzdaten 
max. ratings 

Us o .. . +7V 
U, -0.8 ... + 5,5V 

No 10 6 ) 

Typ Art 

D 146 C BCD-zu 7-Segment-

D 146 D Dekoder 1- Treiber ')5) 

D 147 C/ D BCD-zu 7-Segment-

E 147 C/ D Dekoderl -Treiber ')') 

D 181 C 16-bit-Speicher (RAM) 3) 

D 181 D 

D 191 C/ D 8-bit-Schieberegister 2) 

E 191 C/ D 

D 192 C/ D Synchroner 4-bit-BCD-

E 192C/D Vor-/Rückwörts-
D ezimalzöhler 

D 193 C/ D Synchroner 4-bit-

E 193 C/ D Var-/Rückwörts-
Binörzöhler 

D 195 e i D 4-bit-rechts-links 2) 
E 195 C/ D Schieberegister 

1) NOl (a .. . g) = 12, NOH (BI , RBO) = 5 
2) NOl = 10, NOH = 20 
3) UOH > 5.5 V, towR < 60 ns 

10 

Betri ebsbed ingungen 
operoting conditions 

Us 4,75 ... 5,25 V 
{Ja o ... +70 oe (Reihe D 10) 

(D 10 series) 

{J a -25 '" +85 oe (R eihe E 10) 
(E 10 seri es) 

description 

BCD-decade to 7-seg ment 
decoder/d river I)S) 

BCD-decade to 7-segment 
decoder/driver 1)4) 

16-bit memory (RAM) 3) 

8-bit shift register 2) 

synchronous 4-bit BCD-decade 

up / down counter 

synchronous 4-bit binary 

up/down counter 

4-b it right-shift left-shift 2) 

reg ister 

4) UaH = 15 V 
5) UOH = 30 V 

Integrated circuits 

Info rmat ionsdoten 

elec trical characteristics 

Ual < 0,4 V 
UaH > 2,4 V 

frn o x 

MHz 
tp 

ns 

> 10 > 25 

> 25 > 20 

> 25 > 20 

> 20 > 15 

tOHl 

ns 
IOlH 

ns 

< 100 .< 100 

< 100 :< 100 

6) Na = 1 entspricht IOt = 1,6 mA bzw. -laH = 40 fJ.A 
No = 1 corresponds with IOt = 1,6 mA and - lOH = 40 (J,A 



Integrierte Schaltkreise 

lfs 
75 f 

7~ g 

a 

d 

B//RBO 

D 146 C/D, D 147 C/ D 
E 147 C/ D 

X~ 

W7 

57 
XI 
Xl 

Us 77 SO XJ 
X~ 

Y7 n 
Yl WO 

Yl 
Y2 

YJ y". Y3 
Yt 

D 181 C/D 

795 maJi 

, 
§ 

HRHHHRJ- ~ 

iJ- ~~X 
75 

llf. 13 72 71 70 9 8 

[~~~: ::l 
2 3 ~ . 5 6 I 

D 181 C, D 191 C, D 195 C 
E 191 C, E 195 C 

7lt131Z1710 98 

E:::::~ 
7 Z ~ " 5 6 7 

D 181 D, D 191 D, D 195 D 
E 191 D, E 195 D 

SO 

S7 

Us 
A 

R 

ÜR 

ü v 
L 

C 

D 192 C/ D 
E 192 C/ D 

ä 
13 (1 

72 A 

11 B 
n 
r 

D 191 C/ D 
E 191 C/ D 

97mo~ 

O OO,-<2Y5 

AOOA1A !J 

Integrated circuits 

A 
B 
C 
o 
S 

ZV 
ZR 

R 

GA 

ZR 

ZV 

oe 

D 193 C/ D 
E 193 C/ D 

IlS 
A 

R 

ÜR 

ÜV 

L 

Ur 
GA 

A~G B OB 
B (Jbi l 

C oe 
T C ii GO 

Tl 

TZ 

D 195 C/ D 
E 195 C/D 

7Q5 max 

7ti 75 '" 73 12 71 70 9 

E:::::::J 
7 23 '1 5678 

D 146 C, D 147 C, D 192 C, D 193 C 
C 147 C. E 192 C, E 193 C 

76 15 11f 13 7Z 11 10 9 E::::J 
7 2.3 11-5678 

D 146 D, D 147 D, D 192 D, D 193 D 
E 147 D, E 192 D, E 193 D 

A 
B 
C 
D 

:; 

A 
8 
C 
0 

T2 

Tl 
es 

J 

~ 

6,2 

, 
, 

~(). -
Q7mo" . 1 

aA 
GB' 
Ge 
GD 

G~ 

OB 
oe 
00 

P2 

O{jO~lr5 

a ,l 
_l~~yo .. ,IS' 

'Q2S~q·bs 
AOO A2 A 3 

11 



Integrierte Schaltkreise 

leseverstärker 

Read-out amplifier 

Grenzdaten 

max. ratings 

Us+ 
UID, Uref 

UI 

Typ 

D122C/D 
D 123 C/D 

-Us- = 0 .. . +7 V 
-5 ... +5 V 

-0,8 ... +5,5 V 

Art 

2· Kana I· Leseverstärker 

TTl-Schaltkreise (schnelle Reihe) 

TTl circuits (high speed series) 

Grenzdaten 

max. ratings 

Us 
UI 
No 

0 ... +7V 
-0,8 .. . + 5,5 V 

10 1) 

Typ Art 

D 200 D 4 NAND-Gatter 

mit je 2 Eingängen 

D 201 D 4 NAND-Gatter 

mit je 2 Eingängen 

Kollektor offen 

D 204 D 6 Inverter 

E 204 D 

D 210 D 3 NAND-Gatter 

mit je 3 Eingängen 

D 220 D 2 NAND-Gatter 

mit je 4 Eingängen 

D 230 D 1 NAND-Gatter 

mit 8 Eingängen 

D 240 D 2 NAND-Gatter 

mit je 4 Eingängen 

No = 30 

D 251 D 2 AND/NOR-Gatter 

mit je 2 X 2 Eingängen 

D 254 D 1 AND/NOR-Gatter 

mit 3 X 2 und 1 X 3 

Eingängen 

D 274 D 2 positiv f lankengetriggerte 
D-Flipfl op 

1) No = 1 entspricht IOl = 2 mA 

bzw. -lOH = 50 (J.A 

12 

Betriebsbedingungen 

operat ing canditians 

-Us- = 4,75 ... 5,25 V 

15 ... 40mV 

0 .. . +70 °C 

description 

2-channel read·out amplifier 

Betriebsbedingungen 

operating conditions 

Us 
{Ja 

4.75 ... 5,25 V 

o '" +70 °C (R eih e D 20) 
(D 20 ser ies) 

-25 ... + 85 °C(Re ih e E 20) 
(E 20 ser ies) 

description 

quadruple 2-input 

positi ve NAND gates 

quadruple 2-input 

positive NAND gates 

with open collector output 

six inverters 

tri pie 3- input 

positive NAND gates 

dual 4-input 

positi ve NAND gates 

8-input 

positive NAND gates 

dual 4-input 
positi ve NAND buffers 

No = 30 

dual 2-wide 2-input 
positive AND/NOR gates 

3-wide 2-input and 

1-wide 3-input 

positive AND / NOR gates 

dual D-type positive 

edg e-triggered flip -flops 

Integrated circuits 

Inform,atiansdaten 

e lectrica l characteri stics 

UOH > 2,4 V 
Um < 0,4 V 
UT Uref ± 4 mV 

D122C ; UT = Uref±4mV 

D 123 C; UT = Uref ± 7 mV 

logische Funktion 

logical function 

y 

Informa t ionsdaten 

e lec! rical choracterist ics 

UOL < 0,4 V 

UOH > 2,4 V 

tOHl 7 ns bei U s = SV 
tOlH 7 ns at 

log ische Funktion 

logical function 

Y = AB 

Y = AB 

Y = A 

Y 

Y ABCD 

Y ABCDEFGH 

Y ABCD 

Y (AB1 + (CDl 

{J a = 25 °C 

Y (AB) + (CD) + (EFG) + (HJ) 

1) No = 1 corresponds w ith 

ICl = 2 mA and -lOH = 50 (J.A 
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Integrierte Schaltkreise 

Vst ~ 
5A A 7 

(j A2 

f7Z 

58 
81 

77 82 
R

L 
Vs- (11 

D 122 C/ D, D 123 C/ D 

Al 7 Vs 
8 1 2 CI 

Al 3 Y7 

B2 l' C3 
[2 5 83 

Y2 6 A3 
t1 7 8 13 

D 210 D 

AI Vs & 
A2 

CI & 82 D7 

C2 Al & Dl 0 1 82 

Cl C2 & D2 

D 251 D 

19.5max 

Xi 15 Ilf 73 12 77 10 9 

E:::::::J 
72 3~5678 

D 122 C, D 123 C 

E::::~~~ 
123 4 5678 

D 122 D, D 123 D 

Y1 

Y.2 

M 

~ 
'" M 

Yl 

Y2 

, 
L-J.! 09..x _ ~ 

OOOAI r5 

fi""'" , 
\\ 

0 ___ 15 

025~gb5 

Integrated circuHs 

A7 Vs Al n A7 Ils AI PI 

Al 
A5 Y2 

8z Y2. AZ ylJ YJ 
y~ 

AJ Yz 
83 YJ 

Y5 
A" y{I. Al' 
8~ y(l 8 Yjo 

D 200 D, D 201 D D 204 D, E 204 D 

Al Us A Vs 

"I 81 Dl !i & Y1 
8 2 

f~ [2 C 3 H 
DI 

~ Y D ~ (j 

82 A2 E 5 r 
~i & 12 G 

Al 02 
r 6 H 

12 t1 7 

D 220 D, D 240 D D 230 D 

Vs 
A & RI Vs 51 5 T 
8 Q,1 

8 01 R2 Tl C 
C & Dl D7 0 
D R7 R 
C Y 

T r & 52 S 
G TZ C (/Z 

02 0 H & J t1 7 RZ R 
HOarTO? 

D 254 D D 274 D 

7.5! Q125 

~ H., .. 
M 025~8bs 

2_5 ! 0125 l3~g1 

~~:: ~:! !~ 
1234567 

D 200 D . .. D 274 D 

13 
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Integrierte Schaltkreise 

Treiberschaltkreise 

Driver circuits 

Grenzdaten 

max. ratings 

D 410 D 

Us < 35 V 

U, -5 ... 44 V 

dauernd, contincusly 

Uo = -300 .•• +300 V 

D 461 D 

U SI -0,5 ... 7 V 

~s n -0,5 ••• 25 V 

UI < 5,5 V 

P V7 0 < 800mW 

D 492 D 2) 

U s o .. . 10V 

UI - 5 V . .. U s 

!cl ::;; 250 mA 

Pto~ ::;; 400mW 

Typ A rt 

D 410 D 3 AND-Gatter mit 

D 461 D 

D 492 D 

2,3 und 4 Eingängen, 

wobei je eine r 
invertierend wirkt 

2 NAND-Gatter 

j e Gatter 1 separater 

Ein-I Ausgang; 

1 gemeinsamer Eingang 

6 Digittreiber 

1) bei IcL = IcLmox 

2) Emitter mit Masse verbunden 

3) Spannung bezogen auf Masse 

14 

Betriebsbedingungen 

operating conditions 

Us 14 ... 32 V 

No S 10 

(J a - 25 .. . +85 °C 

USI - 4,75 ... 5,25 V = 

U S2 4,75 .• . 24 V 

(Ja o ... +70 °C 

U s 4,5 . .• 10V 

(J a o .. , +70 °C 

cescrip t ion 

Tripie AND-gates with 2, 3 and 

4 inputs, one inverting input 

2 NAND-gates 

1 separate input and output 

per gote; 1 common input 

six digit drivers 

I n~eanded tircuils 

Intormat ionsdaten 

electrical . chorocteristics 

UOH > 12 V 

U OL < 1.4 V 

Iz < -2mA 

tDlH < 12 ms 

tDH L < 4 ms 

UOH 3) > US2 - 2,3 V 

U OL 3) < 0,3 V 

U OL 3) < 0,5 V 

tOHl < 18 ns 

tOLH < 20 ns 

U CEL < 1,2 V 1) 

icH < 200 u A 

Is < 1 mA 

Ir < 3,3mA 

logische Funktion 

logieal funetion 

Vl 

V2 

V3 

V, 

y 

Al Bl Cl D 1 

A2 B2 D2 

A3 D3 

A 

bei lOH = -3mA 
at U'L 5V 

IOL 1,6 mA 

U'H 7,5 V 
U ,H 7,5 V 

UIL=UZ= S V 

Us 24 V 

e7 33 nF 

U ,H 7,5 V 

bei lOH - 10mA 

at U' l 0.8 V 
IOL 10mA 

U S2 15 ... 24 V 

IOL 40mA 
U,H 2 V 

USI 5 V 

U S2 20 V 

{Ja 25 ce 

bei U s 10 V 

at Da 25 oe 
UE 5 V 

IcL 20mA 

1) ct \cL = \cLmox 

2) emitter conneet ed to 0 V 

S) voltcge re te rred to ea rth 



Intenrierte Schaltkreise 

::;: 
" , 
0' • 
, , 
M • 

D 410 D 

61 (>_ "E &: 0 & ~ ~Yl 

z ~ _ 

.:~ e2~ - & --OY2 
D'~ 

. , ~ 

03 &. -on 

76 1S 1~ 13 12 " 10 9 [ DDD:J C;TI~-D 0 
1l.31f56 7 B 

0410 D 

• US2 

D 461 D 

""'372171098 

~~::::::~ 
7 Z .3 '156 7 

D 461 D 
D 492 D 

Inte~rated circuits 

AI A i YI 

A Z yz 
A6 A3 13 

AY y~ 

A 5 
r5 

8 AI' 
A6o-- t> -oY5 

ttüO'i'07 

D 492 D 

_Fl,o. 
oz5 -~8~s . . 

AOOA1A3 

15 
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Integrierte Schaltkreise 

MOS-Schaltkreise 
MOS circuits 
-------------".-
Grenzdaten bei 

{Ja = 0 
max. ratings at 

-31 . .. +0.3 V 

-31 +0.3 V 

-25 ... +0.3 V 

Typ Art 

U 101 D 2 Volladdierer 

mit je 3 Eingängen 

IJ 102 D 2 NOR-Gatter 

mit je 3 EingängelA 

U 103 D -RST-Flipflop 

U 104 D 2 Äquivalenz­

Antivalenzgatter 

70 °C 

U 105 D 6 MOS-Feldeffekttransistoren 

mit gemeinsamen Source­

und Bulk-Anschlüssen 1) 

U 106 D 4 NOR-Gatter 

mit je 2 Eingängen 

U 107 D 3 AND-Gatter und 
1 AND/ NAND·Gatter 

mit je 2 Eingängen 

U 108 D 2 J-K·Master-Slave­

Flipflop mit je 2 J- und 

2 K-Eingängen 

U 109 D 9-bit-Paritätsdetektor 

U 112 D Siebenstufiger 

binärer Frequenzteiler 

U 311 D 5-bit-Schieberegister mit 

direkter Paralle lein- und 

-ausgabe 

U 352 D Dynamischer 64-bit­

Serienspeicher 

1) siehe auch MOS-FeldeffekttransistorE n 

16 

Integrated circuits 
--------------------------------------------_.----

Betriebsbedingungen 

operating conditions 

description 

25 •.. 28 V 

11.5 ... 13.5V 

o ... +70°C 

dual 3-input sing le-bit 

negative full adders 

dual 3-input negative NOR gates 

R-S- T -flip-flop 

dual equivalent-anti-valent gates 

six common·source common-bulk 

field-effect transistors 1) 

quadruple 2-input negative 

NOR gates 

tripie 2-input negative AND and 

single 2-input negative 

AND/NAND gates 

dual 2·J·input 2-K-input 

J-K master-slave flip-flop 

9-bit even/odd parity detecxor 

seven-stage binary frequency divider 

5-bit parallel - input parallel-output 

shift reg ister 

64-bit serial dynamic memory 

Informationsdaten 

electrical characteristics 

-UOL ;:::: 10V 

-UOH ::;;; 1 V 
-UIL ;:::: 9V 

-UIH ::;;; 2V 

logische Funktion 

logical function 

s = e1 (e2e3+e2e3) + e1 (e2e3+ e2e3) 
ü = e1e2+e2e3+e3e1 

a 

a e1+ e2 

1) see MOS fj e ld -eHec! tran sistors aga in 



Integrierte SchalU<reise 

r-] 
12 ,1 IOr e 13 

11 2 9
1
J .,1 

S I [3 8
i
i B 

Ol2 4 7l ~ 1" ]1 

e23 ! '5 6 :' en 

U 102 D 

u2, 7 

U 101 D 

l~ ell 
13 ;e12 

12: f'13 

.12' 2 15:-- t' ~l 
en]. 
e21 3 14 ~,)3 

USI 4 13 ~t'n 

B r 5 12 • B 

e" rl "[r e': l 

.d [ 7 10 ~ 1,,4 
011 8 ~l e42 

LJ 106 D 

U 112 D 

a 1 

e 2 

cp4 3 

a 4 

cp2 5 

U 352 D 

1 
14 .... e4 

,3: .1 41 

,2 : .142 

I': B 

10: a1 

9: e l 

8 ~ c12 
..J 

20 

10 

100 

70 

60 

' ) 0 B 09 

04 

'40 

'30 

120 

2 0 

3 0 

4 " 

Bo 
bo 

30 
10 

',">0 

130 

110 

90 

9 ,~-J T 
I 

lf).. f> T 

,::: i' 
I" t TJ 

70 

50 

~C I ! RG .,l 
I ' 
,C2 648IT; 

~C3 

I 

olt) 

09 

06 

07 

n7 

02 

014 

-010 

I 1 

04 

90 

30 

2 0 

60 

0 - 01 

_ J 

, , 

I 1 

U 103 D 

r' 
S .-> ~ 

cu: .' 
Gr) ": 3 

G4 .; 

C J :<J 
G} ~ b 

Cl :' 

U 105 D 

,[I 
.11.....;1 

,,)1 '"2 
'1 

f' 31 q3 

USI ' o.l 

e ~ 2: I.., 
I 

1"4
1

, 16 

" " : 1' 
•• 4 ~ 

U 107 D 

-0 10 

-0 8 

0 5 

{) 12 

<l 3 

0 13 

14 :' Ob 

13 ::0,) 

12 ..... 0 .; 

lI "' B 

10 :OJ 

9 '02 

8 ,: 0 , 

14 ~J ('\I 

U: ; l't ? 

'/:8 
11 :~ t,n 

1O : ! \' 2\ 
I, 91' ,,2 

ep:? 

4 0-

60-

90 

100 

20 

/0 

b O 

'0 
40 

30 

10. 

lOG 

110 

20 

10 

60 
"0 

,,1 

•• 1 

ki 2 

12 1'" 

U 108 D 

Pin - Anzahl 

num be r 

of pins 

n 8
_-" . 

_OA 

-'-"" 
10 
14 
16 
22 

10 
15,0 
17,5 
25,0 

14,5 
19,5 
19,5 
29,5 

01'1 

09 

01 

oB 
-0 1 

7 0 

100 
11 0 

90 

12 0 

13 0 

b 

7,5 
7,5 
7,5 

12,5 

08 

00 

0 10 

012 

0 13 

0'4 

011 

Integrated circuits 

U 104 D 

U 109 D 

US2n6.p 
a5 2 15 eS 

a 4 3 14 e4 

U 311 D 

13 1'3 

12 ß 

111 .2 

10 lei 

9 J es 

100 

90-

10 

20 

10 

20 
30 

4a-

50 

60 
10 

80 
100-

B 0 7 

1 P 

A -013 

A 012 

.~·n 

, J 
IJ 

<:c 
~ K ; 
.K ' 

- 015 

--014 

- o1A 

- 0 til 

Typ 

U102D, Ul03D, U104D, U352D 
U101D, U105D" U109D, Ul12D 
U 106 D, U 107 D, U 311 D 
U 108 D 

17 
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In earierte Schaltkreise 
""" 

MOS-Schaltkreise 

MOS ci rcuits 

-Integrated circuUs 

G re nzdaten bei 

max. rating s at {ja = ° ... 70 °C 
Betr iebsbedi ngungen 

op era ting condi t ions 

Informoti onsdaten 

electr ical choracteristi cs 

- 31 

- 31 

-25 

Typ Art 

+ 0,3 V 

+0,3 V 

+ 0,3 V 

d escription 

25 

11 ,5 

° 

28 V 

13,5 V 

+ 70cC 

- Um;::::: 10V 

-UaH ::::;; V 
-U'L ;::::: 9 V 
-U'H s:; 2 V 

U 111 D Sieben stu fige r masken p ro ­

gram m ie rter Frequen zte iler. 

Teilverhä ltnis jede r Tei ler­

stute nach Kund enan ga ben 

von 2 . . . 16 p rogrammiert 

seven-stage ma sk-prog rammed 

f requency di vider. The d ivision ra tio o f 

every d iv id er stage w il l be p rog rd mm ed 

from 2 to 16 by user specifications 

U 121 D Synchroner 4-bit-BCD -Vor-/ 

Rückwä rt szähl er 

m it Zw ischenspe icher und 

7-Segment -Decoder 

synch ronous 4-bit BCD-d ecade 

up /down counte r w ith buHer store 

and 7-segment d ecoder 

U 122 D Synchroner 4-bi t -Vor- / Rück­

wärts- Binärzähler mit 

Zwischenspeicher und bi närer 

sowie negierter b inärer 

A usgabe 

synch ro nous 4-bit-binary up / down 

counte r wit h b uHer store and b inary 

a nd in vert -binary outp ut 

Mikroprozessor 
Microprocessor 

U 808 D Vol lständig e Verarbei tu ngseinheit (ZVE) in p-Kanal­

MOS-SG-Technologi e für d en Einsatz in M ikro rech­

ne rn. 

18 

8 bi t -Paral lel-ZVE au f einem C hi p 

48 Bas isbefeh le 

ma xima le Taktfrequenz 500 kHz 

Befehlsausführung szeit typ 20I'S 

Ei ngä nge und Takt TTL-kompatibe l 

A usgä ng e low-powe r-TTL-kompatibe l 

direkt adressie rbare Spe iche rkapaz ität 

von 16 K-Wo rte 

be liebige Erwe iterung d er Spe icherkapaz itä t 

du rch program mu nte rstützten Speicher-Bank­

Betrieb 

8-s tu fig er 14 bit Adressen-Stape l-Speicher mit 

7 nut zbaren Speich erebenen 

7 f re i ve rfügbare D a tenreg iste r 

Inte rrupt - M ög lichke it 

1
2 

_ _ 

S I I 
_ CA 

0_ " 

Comp lete centra l pracessar unit (C PU) fabr icated in p -cho n­

nel-MOS-si l icon-ga te-tech nology fo r application in microcom­

puters. 
8-bi t -pora ll e l -CPU on 0 sing le ch ip 

48 ba sic instructions 

ma xim um clock frequency 500 kH z 

typica l in structi ons cycle ti me 20 I'S 

in puts and -c locks TTL-compa t ible 

outputs low- power TTL-compatible 

direc t adressable memory 01 16 ,( wo rds 

indel initite ex pa nsion 0 1 memory capac ity th roug h pro­

g ramm suppo rted memory- ba nk-operating 

8 grading 14-bi t adress stack with seven memory leve ls 

7 free available da ta reg iste rs 

in terrup t capability 

Pin - A nzah l 

num ber 

01 p ins 

n 11 1 2 ~ ax b Typ 

18 20 24,5 7,5 U 808 D 

24 27,5 32,0 15,0 U 111 D 

28 32,5 37,1 15,0 U 121 D, U 122 D 



Integrierte Schaltkreise- Integrated circuits 

UJ 
i V. 

i V. 

i.V. 

0 7 
06 

i V. 

a5 
, v. 
I v 
tY. 

a~ 

U 111 D 

cp 

p s 

U 121 D. U 122 D 

H U 
remporares tempor6res 
Regl5t~r (8) Register (8 ) 

temp7rary temporary 
I reo l:;rer IBI register (8 ) 

1 lf 

U 808 D 
Blockscha ltung 

b lock d iag ram 

11 

eT 

9 
10 
12 

b 
4 6 7 13 17 19 20 

26 CT2 

25 

" C 

2J 0 

2. V, 

" CT2 A 
IT 9:=ffZvE-Oo 

CPU 
,, ~ 

RD 8 10'1 0, ,. c 
C7 

7 0-- 1 0 1 ~1 .. 2J 0 .. 6 Q-------J[)l 0 J 

C2 
20 v, ~ 

21 C, " 21 C, ., 4 

22 All G ,>- 22 o. G ., 
27 V, 21 

02 

'" ,. oT 
18 13 

15 '" 15 
17 12 .,. ,. 
16 11 

15 14 

A , 3 

U 808 D 

07.00 
bd /: I< 0 k v 

D 
I Irec lana er a n us 

bld'recl/Onal data bus 

Oatenbus -
Puffer ( 8 ) f-
da!a bus buffer 

inferner Datenbus (8bl!) J internal data bl.1.s 18bil) 

Ü 
;. 

Bedingungs - Befehls -
flip flop 
flor; flljr flop 

r egls!er 
t- Instruction 

r er; lster 

Arithmetische 8efehlsdecoder 
Logik - [lnheit ,-- u t1aschlnen -
onthme!lc ond Zyklus - [odlerunr; 
log/col unit - . I-

Insfruc!lOn decoder ( ALU) - 18J 
ond mochlne 
{feie contra I 

- Zei lsleuerung und 
l V[ - ~teuerung 

t ime contraland CPU-contr ol 

50 57 52 Ir S)' RD [7 CZ 

t • • f + t 1 f 
Codierung : ZV[' Zyklus inter- 5Jnc. Readj Takt 
codlng : CPU cJ ele r upf eloe" 

I tt ~~ 
Stack -Nulti- Akkumulator 
plexer accumu lofor 

stack multipleyer A 

Programm-
Re9i5te,~ B zqhler 

programme 
I, C cOunter 

Stack Niveau c: c: 
stack level 7 00 JI D 

~] 
" 2 ~~ JI L 

1~ '- '-'l><lJ c: ..... IJ 3 ..... ..... 
JI H _C: 

~~ &:8. .b, 

I I IJ Lf ft~ 
IJ L 

~~ 
<..oe, Daten -

UCOF107 
(J e, JI 5 .... ..... 

r egister Ir) V) 

l/ 6 (iota register 

11 7 

t 
Adressenstack 
addre5S sfack 

19 
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Integrierte Schaltkreise 

Mikroprozessor 

Microprocessor 

U 880 D 8-Bit-Mikroprozessor in n-Kana l-S ilieon -Gate­

Tech nologie . D er Beleh lssatz umlaßt 158 Beleh le. Es 

gibt 3 schnelle Interrupt-Behandlungsarten und 

einen zusätz l ichen nicht masken-prog ramm ierbaren 

Interrupt. Ohne zusätzlichen Bauelementeaufwand 

ist de r direkte Anschluß von statischen und dynami­
schen Standardspeicherchi ps mög lich. 

D ie typische Belehlsauslührungszei t be trägt 1,6 (.ts. 

Die Eingänge sind voll TTL-kompat ibe l, die Ausgänge 

können eine Standard-TTL-Last treiben. 

G renzdaten 

max. ratings 

Inlormationdaten 

charaete risties 

Integrated circuits 

8-bit- Mieroproeesso r in n-channe l-si lieon-gate- technology, 

eommand set: 158 eommands. ;:,JOble 3 fast interrupt- easel 

and one no-mask-programmabl e in ter rupt. The direet 

eonneetion 01 stat ie or dynClmie memory-chips is ava liab le. 
The typieal eyelus time is 1,6 {lS. 

All inputs are TTL eompatib le, the outputs drive a standard· 
TTL-Ioad. 

U ee - 0,3 .,. 7 V U ll -0,3 ... 0,8 V 

U I - 0,3 7 V 

{Ja ° 70 °C 

{J"g -55 125 °C 

Zeichengenerator 3200 bit 

character generator 3200 bit 

U IH 2 V ... 

UOL ~ 0,4 V 

U OH ~ 2,4 V 

Ice ~ 200 mA 

U 401 D Zeichengenerator mit eine r Kapaz ität von 3200 bit 

(64 Zeiche n zu 50 bit). D ie Wortbreite beträg t 

10 bit. Spaltenweise Ausgabe in einer 10 X 5 bi t­

MCltrix. Das Bitmuste r, d ie Beleg ung der chip­

ena bl e- Eingänge und Spaltenauswah le ingänge 

werden nach Angabe der Anwender beim Herste ll er 

programmiert. Der Schaltkreis ist TTL-kompatibe l. 

U ee 

IOl 1,8 mA 

lOH -100 (.tA 

te 400 ns 

Charaeter generator with 0 eapaeity 01 3200 bit (64 charaeter 

by 50 bit), 10 bit words - output 01 charaeters in 0 10 X 5 bit 

matrix by eoulmns. The bit pattern and the availabilities 01 th e 

chip -cnab le -inputs and 01 the eolu mn selection inputs are 

programmed by the produer on the basis of the datas 01 the 

user. The eireuit is TTL-eompa tible. 

G renzdaten Betri ebsbedingungen Inlormationsdaten 
max. ratings operating conditions charaeteristies 

U1 -20 +0,3 V U1 11 

U2 -15 +0,3V U2 ° UI -20 +0,3 V U3 4,75 

Il 1,6 mA 
{fa ° 70 oC 

Zeichengenerator 2560 bit 

character generator 2560 bit 

U 402 D Zeichengenerato r mit einer Kapaz ität von 2560 b it 

(64 Zeichen zu 40 bi t . D ie W ortbreite beträgt 5 bit. 

Zei lenweise Ausgabe der Zeichen in einer 8 X 5 bit­

Matri x. 

Das Bitmuster und die Belegung des chi p -e nab le­

Einga nges des Scha ltkreises werde n nach Angaben 

der Anwender beim Hersteller p rogrammiert. Der 

Scha ltkreis ist TTl -kompatibel. 

13 V t.: ue < 8 (.ts 
V !zur < 4 (.ts 

5,25 V buche < 3 (.ts 

Charaeter generator with Cl capoeity 01 2560 bit (64 charaete r 

by 40 bit), 5 bit words, output 01 charaeters in 0 8 X 5 bit 

matrix by rows. 

The bit pattern and the avaiobilities 01 the chip-enable-inputs 

are programmed by the producer on the basis 01 the datas 

01 the user. The cireuit are TTL-eompatib le. 

Grenzdaten 

max. ratings 

Betri ebsbedingungen 

operati ng eonditions 

Inlormationsdaten 

charaeteristies 

U 1 -20 

U 2 - 15 

U I -20 
{fa ° 
20 

. . . +0,3 V 

... '+ 0,3 V 

+ 0,3 V 

. .. +70 °C 

11 

o 
4,75 

13 V 
V 

5,25 V 

tzuch e 

tzu 
51 0 ns 
580 ns 



integrierte Schaltkreise 

Statischer Schreib-Lese-Speicher 

Static random access memory 

U 202 D Statischer 1- K Bit -Schre ib -Lese-Speicher (RAM) 
in n-Kanal-Si-gate-Technolog ie 

Speichermatrix mit 32 Zeil en und 32 Spalten 

Adresseneingang sschalt ung für 10 Adressen 

Spaltendecoder mit Ein· und Ausg o bescha ltung 

Ze ilendecoder 

Ein - und Ausga besteuerung (CS, WE) 

Steuerung für Ruh ezusto nd 

Integraled circuits 

l·K bit (1 024 ·X l-bit) statie random access memory in dlOnnel 

si I ico n ·g ote-tpchnology 

memory motri:< consi sting of 32 rows and 32 eolumns 

oddress input circuitry for 10 adresses 

colum r, decoder with da ta inpout circuitry 

row decoder 

inpout ond outpoul control 

standley power made 

Grenzdaten (bezogen auf Uss) 

max. ratings (reloted to Uss) 

Betri ebsbedingungen 

operating conditions 

Informationsdaten 

characteristics ' 

Uce 

{J"g 

A2 

Al 

AO 

A STB 

BSTB 

A ROY 

00 

01 

U 880 D 

U 402 D 

-0,5 

-65 

UJ 

e l 

e2 

e 3 

e. 
e 5 

e5 

e7 

e 8 

ehe 3 

cheZ 

che 7 

11 ---,~" ... 
. .. 0.55 I _ I --. 

l-

+7 V 
125 °C 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

16 0-

15 

14 

13 

03 

04 

05 

Mi 
IoRQ 

RB 
B7 

B6 

B5 

B4 

B3 

B2 

BI 

BO 

ucc 
co 
IEI 
INT 

IEO 

BR OY 

19 
20 

40 
39 
38 

3 

16 

17 

6 

4 

37 

36 
35 

25 

24 

ZEICHE N­
GENERAIOR 

CH AR/. C1EA 

GENERATOR 

, 6 , 

00 
01 

02 
03 
04 
05 
06 
07 

ASTB 

BSTB 

C 

IEI 

() 5 

7 ---{) B 

U ee 

U'l 

U'H 
{Ja 

Um 
UOH 

4,75 

-0,5 

2V 
o 

< 0,4 V 
> 2,4 V 

PIO --­AO 

Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 

A7 

AROY --­BO 
BI 
82 

B3 
84 
B5 
B6 

87 

BROY 
I NT 
I EG 

5,25 V 
+0,8 V 
Uee 
+70 oe 

15 
14 
13 
12 
10 
3 

8 

18 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33. 
34 

21 

23 
22 

a 

U 401 D 

U 202 D 

Pin ·Anzo'll 

number 
01 p ins 

n 

16 
24 

28 
QO 

1, 

17,5 

27,5 

32,5 

47,5 

< 400 ns 

> 400 ns 

> 400 ns 

:> 2 V 

tAee 
tRe 

twe 

Uees 

lee 
lee s· 

< 45 mA bei Uec = 5,25 V 
<:: 30 mA al Uec = 2 V 

e6 

,: V 

,:v 
e~ 

e.~ 

e3 

e2 

er 
V, 
ehe I 

ehel 

e~3 

i.V. 

AI 

A B 

Ag 

es 

DO 

DI 

21 0-

n 
23 

24 

25 

28 

19 

18 

17 

3 

Ucc 

16 

15 

14 

13 

3 

11 
Uss 

19,5 

32,0 

37,0 

52,0 

4 

ZEICHEN· 
GE NER ATOR 

C HARACTER 

G ENERATOR 

6 <1 Z EIC HEN 

A 50BlT 

R2 64 

R 3 CHARACTER S 10 

b 

7,5 

15,0 

15,0 
15,(: 

AO RAM 

Al 

A 2 

A3 

A4 

A5 

A6 ~;:;I~~~ 
A7 STATle 

AB 

rvp 

U 202 D 
U 402 D 
U 401 D 
U 880 D 

4 

:; 

6 

10 

11 

lZ 

13 

12 

21 



-Integrierte Schaltkreise 

Dynamischer Schreib-Lese-Speicher 

Dynamic random access memory 

U 253 D D yna mi scher 1024 bit-Schre ib-Lese-Speicher (RAM) 

in p-Kanal -Si -gate-Technologie. 
Speichermatrix mit 32 Zeilen und 32 Spalten 

Adressenregister und Inverter für 10 Adressen 

Zeilendecoder mit Lese- / Schre ib- Verstärkern 

Spaltendecoder mit Ein- und Aus9abeeinheit 

Refreshverstärker 

Zyklussteuerung 

Grenzdolen (bezogen auf U ss) 

ma x. ratings (reloted 10 USB) 

Betriebsbedingungen 

operating conditions 

Integmted ci'rcuits 

Dynamit 1024-bit random access memory in p-channel-silicon 

gate- technology 

memory matrix with 32 rows and 32 columns 

address register and inverter for 10 addresses 

row decoder with read/write-amplifiers 

column decoder with input-and output-unit 

refresh amplifiers 

cycle control 

In lormationsdaten 

choracteristics 

Uoo 

Uss 
UI 
Uo 

-25 •.. +0,3 V U ss = 15,2 .. • 16,8 V') tRwc > 580 ns 

tRC > 480 ns 

tREF < 2 ms 
-25 +0,3 V U SB - U ss = 3 ... 4 V') 

-25 +0,3V (J a = ° ... 70 oe 
-25 +0,3 V RL 0,1 ... 1 kQ 

1) bezogen out UD 0 OV ") relati ve to Uoo OV 

Festwertspeicher 

Read only memory 

U 501 D Statischer Festwertspeicher (ROM) in MNOS­

Technik mit einer Speicherkapazität von 2048 bit. 

Die Ausgabe erfolgt in 255 Worten zu je 8 bit. Die 

Betriebsspannung ist toktbar. Der Schaltkreis ist 

TTl-kompatibel. Dos Bitmuster wird nach Angaben 

der Anwender beim Hersteller festgelegt. 

Gremdoten Betriebsbedingungen 

max. ratings opera,ting conditions 

U, -20 +0,3 V') U, -9.45 

U 2 -20 +0.3 V 1) U2 -9.45 

UI -20 +0.3V') U3 4,75 

{Ja ° +70 oe (Ja ° 
") bezogen out U3 

22 

Stotic reod only memory in MNOS-technology with a memory 

capacity of 2048 bit. 

The output is 256 word by 8 bit. Operating voltage con be 

clocked. 

The circuit is TTL-compatible. Bit pattern is fixed by the pro­

ducer on the basis of dotos 01 the user. 

lnlormotionsdoten 

charocteristics 

-8.55 V tOD ~ 300 ns 
-8.55 V tco ~ 500 ns 
5,25 V tACC S 1 I'S 

+70 oe 

') rela live to U 3 



Integrierte Scholtkreis-e 

Static Read-only memory 

Statischer Festwertspeicher 

U 551 D Statischer. elektrisch programmierbarer Festwertspei ­

cher (PR O M ) in p - K':Jnal-SG- Technolog ie mi t einer 

Spei cherkapazität von 2048 b i t. 

8 Eingä ng e zur A uswahl d er W or te 

Au sgobe in 256 Worten zu 8 bit 

Chi p- enoble- Ein g o ng che 

Zusammen scha ltu ng d er D a teneingänge der 

Schaltkre isE ka nn o -= Ii eb ig unter Beachtun g d er 

an g egebenen Verzögeru ngsze ilen . Ein gangs­

strome wir kender Lostkapazi täten und Stä rkapo­

zitälen erfo lg en. 

Betri eb sspannung UGG zur Verringerung der Ver­

lustleistung taktbor. 

Gren zdaten (bezogen aul UccJ 

max. ratings (re lated to U c c) 

Inlormationsdaten 

charocteristics 

U G G -40 V U BB +0.3 V ' ) -UGG 35 
-20 V 0.3 V 2) 8.55 

Ur U oo = -48 V . . Ua.ß +0.3 V'} -Uoo 46 
-20 V . . . 0.3 V 2) 8.55 

UBB o .. . 12 VI) Ucc 4.75 

it. 25°C ± 10 "/0 1) USB 10.8 

Integroted circuits 

Stal ic. electr ico!ly p rogrammo b le read -a nly memory (PROM) in 

P-channel si licon gote technalogy w i th astarage cap azi ty of 

2048 b i ts_ 

8 inputs for select ion of words 

- output 256 words by 8 b i ts 

- ch ip-enoble-input 

Interconnect ion 01 data inp uts of the ci rcu its moy b e erbitra­

ri ly occompli shed . taking into a ccount delay t ime!>. input cur ­

renl s. eHect iv e load cap.aci ta nces and interfer ing capacitan ces 

stoled . 

Operating voltag e UGG may be timed for reduction of 

power dissipation. 

40V 1) -UIL 40 48 VI) 

9.45 V 2) Uoo 0.65 V 2) 

48 V 1) Ir 3 ~A 2} 

9.45 V 2) IBB 10 ..• 100 mA 1) 

5. 25 V 2) tACC 1 /.t5 

13.2 VI) tow > 251'5 
o .. . 70 °C 2) -U'H -0.3 . .. 2V 1) fOH > 101'5 

°"9 -55 ... + 125 ce 2) Ucc -2 V ... Ucc +0.3 V 2) 

1) im Prog rammier betrieb 1] in programming operation 
2) im Le5ebetrieb 2) in reading operation 

3 AO RAM 3 ROM 4 
AI 

2 2 
2 5 

A3 3 
/13 WC 

6 15 A4 
A2 USS 21 4 

es 
14 20 5 7 

AI-
i Y. !5ö 19 6 8 

13 
,'1 9 AB 

6 18 9 
AB 0 / 

16 256x 8 S TAnS C H 17 8 10 
A5 Uoo IB ST ATIC BIT 

A 7 USB 
14 1t 12 

U 253 D U 501 D 

h_. 

~ UGG 3 PROM I 

Ucc 2 I j ., Ucc 
-D,oI ., 

6 _._; r--

21 4 
es 

20 4 7 ..-' ". 
", 19 8 Pin-Anzahl 
", IB number 
UcG 9 

17 of pin5 
'7 Usa 

14 
1O 

" 
'2 m• x b Typ ehe n 

ePR 13 11 

18 20.0 24.5 7.5 U 253 D 

U 551 D 24 27.5 32.0 15.0 U 501 D, U 551 D 

23 
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Integrierte Schaltkreise 

Programmierbarer Ein-Ausgabe-Schaltkreis 

Programmable inter·face circuit 

U 855 D Prog rammierbarer Parallel-Ein-/Ausgabeschaltkreis 

in n-Kanal-Silicon-Gate-Technologie. Er dient der 

Durchführung des Datenverkehrs zwischen dem 

Mikroprozessor und der Perepherie. 

Es gibt zwe i 8-Bit-bidirektionale Ports mit Einrich­

tungen für Quittungsbetr ieb ("handshaking") sowie 

e ine Interruptmöglichkeit im Q uittungsbetrieb zur 

schnellen Anforderungsbearbeitung. 

Alle Ein- und Ausgänge sind TTL-kompatibel. 

Grenzdaten 

max. ratings 

In formationsdaten 

characteristics 

Integroted circuits 

The U 855 D is 0 programmable input / output c ircuit using the 

n- channel- si l icon-gate-technology. The circuit is especially 

used for data communications between the epu and peripheral 

units. 

The U 855 D has two 8-bit-bidirectional ports with special 

units for "handshaking" and an interrupt at "handshaking" ~ 

mode channels for speed commands. 

U cc = - 0,3 7V U cc 4,75 . . . 5,25 V 

U I = - 0,3 7V 

{Ja ° 70 oe 

{J"g -55 ... 125 oe 

Rechnerschaltkreis 

Calculator circuit 

UIL -0,3 ... 0,8 V 

U IH 2V ... Ucc 

UILC 0,3 '" 0,6 

UIHC Ucc - 0,2 V Ucc 

tc 0,4 ..• 2 fLs 

U 821 D Vier-Spezies-Rechnerschaltkreis für den Einsatz im Four-rules circuit for use in pocket ca lculators 

Taschenrechner. 

4 Rechenarten 
(Addition, Subtraktion, Mu lti plikation, Division) 

Konstanten- oder Kettenoperation 

Gleitkomma oder Festkomma 

a~htste ll ige Ziffernanzeige 

Dunkeltostung der ni~ht benutzten Anzeige­

elemente 

Anzeige von Negativergebnissen, Eingabe- und 

Ergebnisüberfüllung 

Vorzeichenwechsel 

4 operations (addition, subtraktion. multiplication. divis ion) 

constant or chain operations 

floating point or fixed point results 

eight-di git display output 

leading zero suppression 

indication of nega tive sign. input and result overflow 

sig n changing 

Grenzdaten bei 

max. ratings at {Jo = ° ... 70 oe 
Betriebsbedingungen 

operating conditions 
bei 
at {Ja = 0 ... +70 ce 

liDO -20 +0,3V 

liGG -20 +0,3 V 
UIT - 20 +0,3V 
lilD -20 +0,3V 
Ptot ~ 400 mW 

Ions 5 mA 1) 

lanD 1,4 mA 
{Ja ° . .. 70 oe 

1) IonS :0;; 7 mA bei/at {J a :0;; 45 oe 
2) Un ~ - 8,1 V 

ep 
KN, KO, KP, KQ 
D 1 D 11 

SA SG 

SP 

i. V. 

liDO 
liGG 

li ss 

24 

Bezeichnung der Anschlüs se 

Tokt 

Eingabe 
D igilausgänge zur Steuerung 

der Zahlenein- und -ausgabe 

7-Segmenl- Au sgänge (Zahlen­

ausgabe) 

Dezima lslellenkomma 

inlerne Verbindung 
Drainspe isespannung 

Gatespeisespannung 

Sourcespeisespannung 

min typ max 

U DD ° V 

U ss 6.6 7.2 8.1 V 

liGG 6,6 7.2 8.1 V 

UTH (U ss -1) li ss V 

Un (li GG -l) (liGG +1lV ' ) 
I, 3,7 l r (lS 

trrd n 4720 I, as3) 

3) 1<0ntoktschließzeit für Dotene ingabe 

cl osed contact time for dala in put 

labe lling of conn ex ions 

clock 
data inpul, keyboa rd input 

digit terminals to scan th e keyboard 

for input an the display for output 

7-seg menl outputs (data ou tput) 

floating point 

inte rnat connexion 

D rain supp ly voltage 

G ate supply voltage 

Source supply voltage 



Integrierte Schaltkreise 

Programmwahlschaltkreise 

Programme switching circuits 

U 700 D 6-Kana l-MOS-Schaltkreis zu r vol lelektranischen 

Programmumscha ltung von 6 Programmen durch 

Berührungstasten . Bei der Fernbedienung wird der 

interne Ringzäh ler mit jedem Fernsteuerimpuls 

um e ine Programmste Il e weitergeschaltet. 

Grenzdaten bei Informat ionsdaten 

max. ratings 01 {Ja = ° ... +70 ce 

U I -31 +0,3 V 
U , -25 + 0,3 V 

-11 0,5 (-' A 

-10 2 mA 
{Ja ° + 70 ce 
{J"g -55 +125ce 

I) darf über einen Widerstand Rs 

gelegt werden. 

2) Fernsteuerimpuls 

3) TKuOH = 
LI (Us - U OH ) 

AIO. 

Ag 
14 

AB 

A7 
15 

A6 
12 

A5 8 <>--

A4 7 0-

A3 9 

A2 10 
06 AI 13 

AO 

.1. 24 0--

07 RFSH 16 

00 MI 17 0-

01 RESET 26 ~ 

INT BUSRQ 

N MI WAlT 25 

charact~ristics 

-U 'H ~ 2 V 
- U 'L .2': 9 V 
- Iso ~ mA 

IiHL ~ 10 IlS 2) 

22 M.Q a n Us 

ZVE 
AO 

00 AI 
A2 

01 .3 

02 A4 
A5 

03 A6 
A7 

04 AB 

0 5 A9 
AIO 

06 Al1 
A12 

07 A 13 
A14 

WAH A15 

INT 
MI 

NMI MAEQ 
lOAQ 

RESET AO 
WA 

BUSRQ RFSH 

HALT BUSAK 6 0-- C 
MAEQ 

IORQ 

U 855 D 

VI 
all 

alZ 

a2Z 

ß 

aol 
aJ2 

0*7 

a'2 
aSl 

U 700 D 

WR 

RD 

l' CD 
2 

• 
5 

CT8 

C 

oe :!1 
22 
!il 
111 
1ß 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
8 

bei 

0 1 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
31 
38 
39 
40 
1 
2 
3 

27 
19 
20 
21 
22 
29 

18 
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Integrated circuits 

6-channe l-MOS circuit for all-electronic programme 

switching of 6 programmes with sen sor contocts. In 

remote operation an interna I ring counter switches 

to the next programme digit of the circuit at every 

remote control p u lse. 

{Ja = 25 ce, - U, = 25 .. , 28 V 

-UOH ~ 1 V bei RL 100 k.Q 

- U OH ~ 2 V 01 IL 1 mA 

TKuOH < 1 mV/K {Ja 10 . . . 50 ce 
tp 60 ... 200 (-'S 2) 

1) may be connected to U s about 0 resistance Rs = 22 M.Q. 

2) remote control pulse 

LI (U s - U OH) 
3) TKuOH = 

LI {ja 

V3S' 
KU 

TASCH EN- Dl 

Hf{ ~ .... KP RECHNER · D:? 
SCHAU· 

KO KREIS DJ 
00 

5P ~~~~C~A 0 5 

i. V. 25 KQ TOR OG ~ 8 

CIF!CUIT 0 1 

S6 DA ," 
o. " sr 

2GOl"N 000 " SE: DU '1 

50 5' I. 

"=f' :~ 
" SC 

U 821 D 

Pin -Anzah l 

number 

of p ins 

n 11 

22 25,0 
28 32,5 
40 47,5 

58 
SA 

VßC; 

.. 
so --- -<l lg-

SE - ---02 '" 

t p. c SF ~ " sc -<> 2Z 

12ma; b Typ 

29,5 12,5 U 700 D 

37,0 15,0 U 821 D 

52,0 15,0 U 855 D 
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Programmwah!schaltkreise 

Programme switching circu;ts 

U 710 0 8-Kanal-Programmwahlschaltkreis zur voIle lektroni­

schen Programmumscha ltung durch Be rüh rungstasten 

in Rundfunk- und Fernsehempfängern. Das Aus­

gangssigna l ist b inä r codiert. Zwei Scha ltkreise 

U 7100 können zu einer 16stell igen Ein hei t zu­

sammengeschaltet werden. Bei Fernbed ien ung wird 

der inte rne Ringzähler m it jedem Fernsteuerimpuls 

um eine Prog rammste i le weitergescha ltet. Die Ab­

stimmspannung w ird vom Schaltkreis U 711 0 ge­

schaltet. 

G renzdaten 

max. ratings 

U , -31 + 0,3 V 

U, -25 +0,3 V 

{Ja ° + 70 °C 
{j"g -55 " . + 125 °C 

Informationsdaten bei 

choro cteristics at 

-U'H ::;:: 2 V 

-U,L ?: 9 V 

IiHL 10 (.ts 

t p 60 . . . 200 (.ts 

U 71 1 0 Binär-zu-1 a us 8-0ekode r zur Oekodie rung der 

BCO-Ka nalinformat ion des U 710 O. Mit den Ein­

transistorausgangsstulen kann die Abstimmspan­

nung e ines vollelektronischen Tuners gescha ltet 

werden. Um 16-stel l ige Einheiten aufzubau en, müs­

sen zwei U 711 0 mit ihren Eingängen para ll e l 

geschaltet werden. 

Grenzdaten 

max. rat ings 

Informationsdaten bei 

character isti cs a t 

U , - 31 +0,3 V - U 'H ::;:: 2 V 

U, -25 +0,3 V - U'L ?: 9 V 

ID - 3 mA 
{ja ° +70 °C 

1) TKuOH 
LI (U , -UOH ) 

LI (ja 

Universeller Programmwahlscha ltkreis 

U niversal programme switching circuit 

U 705 0 Uni ve rseller 4-Kanal-Berührungstastenscfooltkreis für 

den Einsa tz in der Meß-, Steuer- und Regelungs­

techn ik scwie Elektroakustik zur Abl ösu ng mechan i­

scher Ta stensätze. 

Es sind bis zu 20 Scha ltk re ise m ite inander verkett­

bar. Di e Schaltkreise ingänge und -ausgänge sind 

TTL -kom patibel, d ie Eingänge pleillrei. 

Abhän g ig und/oder unabhängige Bet ri ebsarten 

sind mögl ich durch die ents pr echende Bescha ltung 

der Eingänge. Die integrie rte Vorzugslagenschol tung 

sorgt für eine definierte Anfan gs lage der Ausgänge 

beim Einscha lten der Betriebsspannung. 

Grenzdoten Betriebsbedingungen 

ope roting conditions max. ratings 

U1 - 20 +0,3 V 1) fü r MOS-Bet rieb: 

U 2 - 15 +0,3 V 1) MOS conditions 
U , -20 +0,3 V -U, 17,60 

{j"g - 55 + 125°C - U2 11 ,5 
{ja 0 +70 oe U3 0 

1) bezogen auf U3 1) relative to U 3 
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Integrated circuits 

Eight-channel programme selection ci rcu it for ful l -electronic 

programme changeover by touch plates in radio- and televis ion 
rece ivers. 

The output signa l is binary coded. 

Two switching circui ts U 710 0 can be interconnected to form 

cl 16-position unit. For remote control. the interna l ring counter 

is switched further by one programme position with every 

rem o e con t ro l pu lse. 

The tuning vo ltage is switched by the circu it U 71 1. 

- U, = 25 .. . 28 V, {ja 25 °C 

-UOH ?: 3V bei -10 1 mA 

-UOL ::;:: 9V at - 10 1 mA 

Binary 1-to-8 decoder for decoding the BCO channe l infor ­

mation of the U 710 O. With the single-transistor output sta ge s 

the tuning voltage of an all-electronic tun er ca n be connec­

ted. In order to estab lish 16-posit ion units, two U 711 O's must 

be connected with their inputs in para l le l. 

- U, = 25 . • . 28 V, {ja 

-UOH ::;:: 1 V bei - IL 

-UOH ::;:: 2 V at -IL 

TKuo H ::;:: 1 mV /K 1) 

25 ac 

0,25 mA 

1 mA 

Unive rsa l 4-channel to uch plate circuit for emp loy ment in pro­

cess in st ru mentati on and control engineering and electro ­

acoustics lor re ploc ing mechanical p ushbutton sets. 

Up to 20 switch ing circuits con be interconnected . The inputs 

and outputs 01 the switch in g circuits are compatible with TTL ; 
the inputs a re bounce Iree. 

Oependen! and/or independent operating modes are possible 

by appropriot e ly connect ing the in puts. The integrated prefe­

rence posit ion circuit oHers 0 defined ini t ia l posit io n of the 

outputs whe n switch in g on the opera tin g voltoge 

18.25 V 

13,5 V 

V 

be i 

at 

für TTL-Betrieb 

TTL conditions 

-U1 11 13 V 

U2 ° 
+ U J 4,75 . •. 5.25 V 



Integrierte Schaltkreise 

Thyristoransteuerschaltkreis 

Thyristor Selection Circuit 

U 706 D Thyristoransteuerschaltkreis in p -Kana l-MOS-Techno­

logie. Di e Eingäng e sind mit integrierten Gate­

schutzdioden versehen . Autgrund seiner technologisch 

bedingten hohen Stärlestigkeit ist der U 706 D als 

Ansteuerschaltkreis lür netzgeläschte Stromrichter 

(Thyristoren, T ria s's) in der Lei stungselektron ik ge­

eignet. Aufgrund der im 'Schalt kreis enthaltenen 

Funktionseinheit en Synchron isationslog ik, Phasen­

spannungsüberwachung, Kanalumschaltung, Zuord­

nung, Zündpulsbi ldung, Impulsm ischung, Impuls­

sperre, U msteuerung und Ausgangstreibe r wird die 

Steuerung leistungselektronischer Schaltung en durch 

Phasenanschnitt, Pulsbetrieb, Schaltbetrieb oder 

SchwingungSblocksteuerung na ch dem Nullspan­

nun gs- bzw. Nullstromverfahren ermöglicht. 

Integrated circuits 

Thyristor selection circuit labricated with P-channel MOS tech­

no logy. The inputs are provided with integrated gate-protec­

tive diodes. Because 01 its high insensitivity to disturbances, 

due to technology, the U 706 D is suitable lor use as selection 

c ircuit lor mains turned-oH rectifiers (thyristors, triacs) in p owe r 

e lectroni cs. 

Due to the functional units synchronization logic, phase -voltage 

monitoring, channel switching, allocation , firing-pu lse gene­

rat ion, pulse mixing , pulse blocking , reversaland output driver, 

incorporoted in the circuit, the control af power- electronic 

circuits by phase lag, pu lse operation, switching operat ion or 

vibration-block control by zero-voltage and zero-cu rrent metnods 

is made possib le. 

Grenzdaten bei I nlormationsdaten bei 

max. ratings at 
!1a = 0 . __ +70 oe 

characteristics al 
{Ja 25 oe 

U , -31 0,3 V -U, 25 ... 28 V -1 5 6 15 mA 

U, 25 0.3 V -U'H 0 2 V -Ull 9 V 
{Ja 0 70 oe -UOH 0.5 V - UOl 12 V 
{J"g -55 125 oe RL 100 kD ICl 1 (.tA 

14 

I~ '5 CO 
" B 

'6 

<,3 el 2 g 09 a'i 
e't 03 06 L __ ·· r 0'0 07 4 

e.L ---- 08 
B Verknupfungslogik B 

A 
eß --011 e.L 
e5 03 combinationallogic 

Ur 
13 ° e l neo 

U 710 D U 711 D 

U, e, 21 SENSOR- --'0 la , 19 , 
ap eJ 22 SCHALT- ON' IV THYRISTOR· , 4-

3 0-- 3 KREIS -{) 17 15 2 ANSTEUER· e , OSV 
2 10 '6 SCHALT-

SENSOR- 3 16 UOO KREIS 2' C, 
6 5 CIRCUIT IS' 3 3 

az 15 18 C2 6 THYRISTOR 
eR 6 ae OS 4 4 9 

8 5 4 24 SElECTION· 
eu~ 7 

[PA CIRCUIT l ' 9 8 13 A 5 
.v 8 6 5 rS2 

3 9 14 B 6 11 "t_ a, 20 OUP 
10 10 2 5 

ez 1O a, [P3 20 

" " 8 '9 8 6 
eOJ 11 101 U, 02 IP2 

12 ,2 6 8 23 
c04 12 13 U •• 9 4 ' ITP 

7 8 
ITl 9 17 :; 9 

U70FSY 7 

U 705 D U 706 D 

1,_. 

B 
Pin-Anzohl 

number 

01 pins 

n 11 12ma; b Typ 
-GA ._" 

16 17,5 19,5 7,5 U 710 D, U 711 D 

24 27,S 32,0 15,0 U 7050, U 7060 

27 



Antriebssteuerschaltkreis 

D rive Control Circu it 

U 805 D Antr iebssteuerscha ltkre is in p- Kanal-MNOS- Techno­

logie. 
Der U 805 D beinhalte t e ine d ig ita l w irkende lo­

gische Schaltung , d ie hauptsächl ich aus ein em Be­

l eh lstei l und e inem Meldetei l besteht. Er ist spezie ll 

lür verdra htungsprogram mierte Steuerungen von 

Ei n ri chtun gs - und Zweirichtungsan trieben vorgesehen 

und e rset zt gegenüber bi sher igen Steuerun gen di s­

krete e lek t ro ni sche Baue lemente wie Rela is, Tra n­

sis to ren, Frei la uldioden und Kondensato ren. 

Drive control c ircui t l a bricated wi th P- chann el M NOS tech no­

logy. Th e U 805 D type inco rp o rates a d igitally acti ng logica l 

circuit, pr im a ril y consi sting 01 an instruct ion pa rt ond a sig na li­
zing part. 

Esp ecial ly desig ned for w iring-programmed con trols o f one-and 

two -d irectio na l d ri ves. Campared wi th canve ntian a l contro ls the 

U 805 D replaces d iscrete e lec t ronic devices, such as re lays, 

transistors, free- runn in g diodes and capac itors. 

Grenzwert 

max. ra t ings 
In forma ti onsdaten 

characterist ics 

U s = U I = U OL -20 . .• + 0,3V -UI H 

{ja ° 70 °C 
{jstg = - 55 • . • 125 °C -Is ~ 

-U s 

20 mA 

-I IL ~ 50 {l A U s 

-UOH ~ 2,OV UI 

-IOL ~ 10 {l A -10 
It ~ 20 kH z U o 

Uhren schaltkreise 

Watch Circuits 

U 113 F 16stuliger Tei lerschaltkreis lür d en Einsa tz in Q uarz­

uhren mit ana loger An ze ige für ei ne Quarzfrequenz 

von 32,768 kH z in CMOS-Technolog ie. 

A n zwei Au sgängen we rd en jewei ls 0,5 Hz imp ulse 

entg egengesetzter Polarität, di e g egeneinander um 

1 Seku nd e ve rschoben sind, fLir di e An steuerung ein es 

Schrittmotors abgegeben . 

Ein dritter Au sg an g ste llt ein e Impulsfo lge m it einer 

Freq uenz von 4096 Hz zur Erzeug un g e ines Si g na l­

tones be reit. 

Grenzdaten Informat ion sdaten 
max. ra tings characte ri st ics . 

U DD -0,2 . . . +3,OV U DD 1,35 
U I U s +0,2 V IDD 3 
{jo ° ... 70 °C 
{jstg - 55 . .. +125 °C t osz ~ 10 s 

U 114 D 4 MHz - U hrensch e ltkre is. D er Scha ltkreis U 114 

w ird in bo tteri ebetriebenen Wohnraumuhren und 

W eckern eingesetzt. Di e Freq uenz d es erforde r­

lich en Q uarzes beträgt 4.194.304 . Hz. An d en Aus ­

g ä ngen Al und A 2 stehen gegenphasig 0,5-Hz- lm­

pu lse zur A nsteuerultg ein es M otors zu r Verfügung . 

D er Scha ltkre is U 11 4 D verfügt über e ine W eck logik. 

- 2,5 V, -UIL = 10 . . . 17,25 

15 -1,7 V 

+2,25 V 

U S mox 

U Smox 

2 mA 

U S max 

bei 

at 

16- stage -di vide r-c ircuit fo r use in c rysta l-contra lled watch es 

w ith ono log ue inci ica t ion. Th e crysto l frequ ency is 32,768 kH z. 

Th e iC uses the CM O S- techno log y. 

Pu lses of 0.5 Hz each, w ith opposite polar ity, shif ted by 1 s to 

on e another, are p rovided on two outputs for d rivi ng a step 

motor. 

A th ird output prov ides a pulse sequence w ith a fr equency of 

4096 Hz fo r generat ion of a si g na l to ne. 

{J o 25 °C, 
, 

32,768 kHz '1 

1,65 V 

6 (.l A RL1 RL2 = 00 

Cx 10 pF, U DD = 1,58 V 

4-MHz - circu it for c locks. The IC U 114 is on soecio l ci rcuit 

fo r bat tery-operated co lcks and o la rm-c locks. The used cr ys ta l 

freq uency is 4.1 94 .304 H z. At th e outpu ts A 1 a nd A 2 are ant i­

p hase pul ses (pul se frequen cy 0.5 H z) fo r d rivi ng a moto r. 

Th e U 114 ho s a b uilt- in wake -I og ic. 

Grenzdaten 

max. ratings 
Betr iebsbed ingungen 

operat in g co nditions 

Inlorma ti onsdaten bei 
character isti cs 0 1 U D D = 1,5 V, {jo = 25 °C 

U DD - 0,3 +2,5V 
U 1 - 0,3 U DD I) 
{ja -10 + 70 °C 
{jstg - 55 +1 25 °C 

1) bezogen auf U ss (Masse) 

28 

U DD 
{ja 

RL1 

1,2 .. . 1,7 V 

-10 . .. + 70 °C 
200 Q (Motor) 

(motor) 

Leerlaufst rom ID D ::;; 50 !L A 
no - load - curren t 

Weckerausgangsstrom Iw :2 250 uA 
output current 01 the alarm -cl ock 

1) re lat ive to U ss (earth) 
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Integrierte Schaltkreise 

Uhrenschaltkreis 

Watch Circuit 

U 118 F 16-stufiger-Teilerschaltkreis für den Einsatz in Quarz­

armbanduhren mit analoger Anzeige für eine Quarz­
frequen z von 32.768 kHz in CMOS- Technologie. 
Durch einen Reseteingang ist ein definiertes Stell en 

d er Uhr möglich. An Jen beiden Ausgöngen werden 
0.5 Hz-Impulse. jeweils um 1 s g egeneinander ver­
schoben. abgegeben.Die Impulse sind 7.8 ms lang 
und steuern einen Sch rittmotor mit einem La stwider­
stan d von 1 kQ. 
Ein dritter Ausg ang stellt eine Impulsfolg e mit e iner 
Frequenz von 4096 Hz zur Erzeugung eines Signal­

tones bereit. 

Grenzdaten Informationsdaten 

max. ratings characteristics 

Uoo -0.2 .. . 2 V Uco 1.35 

UI Uoo + 0.2V 100 ::; 1.5 {LA 
{J. 0 70 °C 

{J"g -55 ... 125 °C tosz ~ 5 s 

22 1 ANSTEUER-
26 2 
27 3 SCHALT- 15 
28 4 KREIS 

[ERZ IQ 20 5 
lASS 1 <>-- 6 2 21 

SELECTION 
[np 2 7 

IA2 
3 8 CIRCUIT 

3 16 
4 9 

lAI 6 10 
IC 11 4 19 
ISSS 9 12 

10 13 
11 14 5 7 
12 15 
13 16 
14 17 6 24 
8 18 

25 A 7 23 
24 B 
23 <>-- C 

U 805 D 

UDD 12 

Uss 11 UH RE N-
11 SCHALT. 0 1 

13 
KREIS 

03 
12 WATC H 0 2 CIRCUlr 

01 14 
IR 03 

16 02 

U 114 D 

t3 I j 
..... 0.4 
~-

· lnom-b 

bei 
at 

Integrated circuits 

16-stage divider-circuit for use in crystal-controlled watches 

with analogue indication. The crystal-frequency is 32,768 kHz. 
The IC uses the CMOS-technology. 

A reset- input is for a defined set of the watch. 
At the outputs are 0.5 Hz-pulses with an adjustment of 1 s. 
The pulse - v. idth ist 7.8 ms. 
The pulses are controlling a step motor with a load resistance 
of 1 kQ. 

At a third output are impulses with a frequency of 4096 Hz for 
generation of a signal tone. 

{J. = 25 oe f1 = 32.768 kHz 

1.65 V 

RL1 = Rl? = 00 

Cx = 10 pF. Um:: = 1.55 V 

~'o" 
11 ~~~!~T. 0 1 2 

KREIS 
01 2 7 11 

8 12 WATCH 
CIRCUlr 

02 3 603 

iV. 4 5 Uss 

U 113 F 

Pin-Anzahl 

num ber 

of pins 

n 11 I2mox b Typ 

10 10 14.5 7.5 U 114 D 

28 32.5 37.0 15.0 U 805 D 



Integrierte Schaltkreise 

Aufnahme-Wiedergabeverstärker 

Recording-replay amplifier 

A 202 D Aufnohme-Wiedergobeverstärker für Tonbond- und 
Kassettengeräte 

Grenzdaten Informationsdaten 
max. ratings charocteristics 

Us = -5 ••. 12 V IS16 < 8 mA 
{j a -25 ... 70 ·C Is 15 < 16 mA 
{j a = -25 ..• 100 °C bei Us = 9V Auvv > 63 dB 

AUAV > 66 dS 
kvv < 1.2 0/0 

< 1,2% 

bei 
ot 

Integrated circuits 

Recording-reploy omplifier for tape and cassette recorders 

Us = 9V; {Ja = 25°C 

bei Ull 
UI8 
f 

=0 
= 0 

1000 Hz. 
1000 Hz 
1.25 V 
1000 Hz 
100 mV 
1000 Hz 

Ull = 0.5 mV 

U09 800 ••• 1600 mV 

Ull 
f 
UI8 
f 
UI8 
f 

1 V 

Uo.(l V} 
< 3dB 

U09(0.1 V} 

5 W-NF-Verstärker 

5-W-a. f. amplifier 

A 210 D 1) 

A 210 E ') 
A210K') 

5 W-NF-Verstärker für Rundfunk-. Fernseh- und 
Phonogeräte mit Schutzschaltung gegen 
thermische Oberlostung 

1000 Hz 

1 V bzw. 100 mV 
1000 Hz 

5-W-o. f. amplifier for radio. television and phono sets with 
thermoloverload protection circuit 

Grenzdaten Informationsdaten bei 
mox. ratings charoclerislics 

Us 4 20 V UleH ' < 70 3) mV 
UI -3 ... +5 V UleH > 30 mV 
10M 2.5 A Iso < 20 mA 

A 210 DIE Pt., 1.3 W 2) Po > 53) W 
A 210 K Pt.t 5 W 2) K <2 0/0 

A 210 DIE Rthja 95 K/W K < 2 3) 0/0 

A 210 K Rthja 25 K/W fo > 15 kHz 
A 210 DI E Rthi< 15 K/W RI > 500 kQ 

{Ja -25 ... +70·C 

'} Nachfolgetypen des A 205 D. A 205 K 
2) (ja = 25 °C 
3) Für den A 210 D isl eine geeignete Kühlung vorzusehen. 

1 W-NF-Verstärker 

1-W-a. f. amplifier 

A 211 D 1 W-NF-Verstärker für Rundfunk- und Fernseh­
empfänger sowie andere akustische Ge räte 

Informationsdate n 
charocteristics 

Iso < 10 mA 
Vug > 44 dS 
SRA 54.3 dS 
R. 390 k.Q 

k < 10 0/0 

k 1.4 °/0 
k 6.3 0/0 

ot {Ja = 25 cc. Us = 15 V. f = 1 kHz. Rl = 4 Q 

bei Po 2.5W 
01 

UI 0 
K 10 0/0 
Po 50mW 
Po 2.5W 

') Sequential types of the A 205 D. A 205 K 
2) (ja = 25 °C 
3) For the A 210 D typ e a suitable eooling is to be provided. 

l-W-a . f. amplitier for radio. televis ion . and phono dev ice 
applica tions 

bei 
01 

{Ja = 25 · C. Us = 9 V. f = 1 kHz. Rl = 8 Q 

bei UI 0 
at Po 50 mW 

Po 1 W 

Po 850mW 

Po = 50 mW 

Po =1 W 
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A 210 D 

A 211 D 

9 5 

Blockscho ltung 

block d iog rom 

9 
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ffG 
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Innenschaltung 
internal circuit 

1 

10 

Integrated circuits 

76 75 7~ 13 12 11 10 !) 

~DDDD~ 

uiJ=LJDUcrJ 
12;J//-5678 

A 202 D 

A 210 D A 210 E 

ZZ,J 

A 210 K 
Die Numerierung der An schlüsse des A 210 D/ E/ K 
von 1 ... 16 erfolgt jetzt auch von 1 ••• 12 . 

. Cl, .. 
Ql .5 :~J$ . 

"WAlM 

1~ 13 12 11 70 9 8 

~~::::] 
A2110 
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Intearierte Schaltkreise 

NF -Vorverstä rkerschaltkreise 

AF- preamplifier circuits 

Inteqrated -circuits 

A 273 D Lautstärke- und Balanceeinsteller für NF-Sterea­
systeme mit physiologischer Lautstärkebeein f lussung 

Volum e and balance control for 

AF-ste reo systems with physiological elfect on the volume 

Gremdaten 

max. ratings 

Us 18 V 

U12 12 V 

U13 12 V 

U4 3 V 

RL 4,7 k.Q 
{J. -25 ... 70 oe 

Informationsdoten 

eharacteristics 

Is < 40 mA 

k < 0,5 0/0 

aü > 58 dB 

ON > 50 dB 

g ? 17 dB 

~I< 4 dB I U~2-

A 274 D Hähen- und Tiefen~inste llscholtkreis für 

NF-Stereosysteme 

Grenzdaten Informationsdaten 

max. ratings ehoracteri stics 

U Sm ax 18 V Is < 40 mA 

U4 12 V k < 0,4 0/0 

U12 12 V a ü > 38 dB 
{J a =-25 •. • +70 oe ON > 54 dB 

g > 15 dB 

-g > 15 dB 

1~ < 2 dB 
U02 

bei 

ot 

bei 

ot 

bei 

ot 

{J a = 25 oe, Us = 15 V 

bei U12 = U13 = 6 V 
ot UI = UO = 1 V; f 1 kHz 

Balonce hergestellt 
Balance established 
Uö = Uo = 1 V; f 1 kHz 
Balance hergestellt 
Balance established 

UI = 100 mV; Uo 
f = llcHz 

Balance hergestellt 
Balance established 

500 mV; 

Ul = 100mV; f = 1 kHz; 
U13 9 V 

= 1 V; f = 1 kHz; 

-60 dB 

Tone height and depth odjusting circu it for AF-stereo systems 

{J a = 25 °e ; U s = 15V 

U4 = U12 = 5.5 V 

U9 Uo = 1 V; f 1 kHz 

UI = Uo = 1 V; f 1 kHz 

UI = 100 mV 

Uo = 50mV; f = 1 kHz 

UI = 100 mV ; U 4 = U12 = 10 V 

UI = 100 mV; U4 = U 12 = 1 V 

Ui = 100 mV; f = 1 kHz 

Vu =0 (fü r einen .Konol) 

(for one chan nel) 
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ei nstellbarer Verstärker links 

adjustable amplifier left side 

L Ansteuerscha ltung 
Lautstärke Balance 
se lection circuit 

r valu rne balance 

ei nstel lba rer Verstärker rechts 

adjustable amplifief right side 

~ 
- - --- - - -

16 

9 11 

elektronisches Potentiometer mit 
, OP-Verstärker zur Höhenstellung links 

electron ic potentiometer 
with operational amplifier for treble 
adjustment left side 

Ansteuerschaltung 
.------1----1--1 Höhanstellung 

selection circuit 
treble adjustment 

elektronisches Potentiometer mit 
OP-Verstärker zur Höhenstellung rechts 

electronic potent iometer 
with operat ion al amplifier fortreble 
adjustment right side 

14 15 13 

76 75 71t 73 12 11 10 9 

~DDJ 
E:~~. 

72 .3 ".:;6 7 8 

r-

- f--

1213 1 

f 
12 16 

Q-----r>-
elektronisches Potentiometer mit 
op- Verstärker . links 
electronic potentiometer wit h 
operational amplifier, left side 

Ansteuerschaltung 
Physiologieteil 
selection circuit -

~ physiology part 

elektronisches Potentiometer mit 
OP-Verstärker. rechts 
electronic potentiometer with 
operational amplifier, right side 

(H>-
- - - f-- - -- ---

2 3 4 

5 

I 
I 

..J 

--I 
I 
I 

elektronisches Potentiometer mit 
OP-Verstärker zur Tiefenstellung links 

electronic potentiometer 
with operat ional amplifier forbes5 
adjustment left side 

Ansteuerschaltung 
.-----1---1 Tiefen.tellung 

selection circuit 
bass adjustment 

elektronisches Potentiometer mit 
O P·Verstärker zur Tiefonstellung rechts 

electronic potentiometer 
with operatlonal amplifier for bass 
adjustment right side 

2 3 

I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 
t 
I 
I 

J 

R
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Integrated circuits 

A 273 D 

A 274 D 

Blockschaltung 
block diagram 

Blocl<schaltu ng 
block diagram 

A 273 D, A 274 D 
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Integrierte Schaltkreise 

AM-Empfänger 

Am receiver 

A 244 D AM-Empfäng erscholtkreis für AM -Empfänger bis 

30 MHz mit geregelter Vorstufe. multiplikotivem 

Mischer. getrenntem Oszillator und vierstuligem 

lF-Verstärker. Durch symmetrischen Aufbau und Re­

gelung von 3 der 4 lF-Stu ten wird eine sehr gute 

Großsignalfestigkeit bei einem Rege lumfang von 

100 dB erreicht. 

Informationsdaten bei 

Integrated circuits 

AM receiver circuit lor AM receivers up to 30 MHz with 

reguloted prestoge. multiplying mixer. separate oscillotor. and 

4-stoge IF omplifi er. As 0 result 01 the symmetricol construc­

tion ond control of 3 of the 4 IF stages 0 very good signal 

stability is reoched ot 0 regulation limit of 100 dB. 

I, = 1 MHz. LlI,/I, = 10- 4 Grenzdaten 

mox. ratings chorocteristics at {Ja = 25 °C. Us 9 V. fz = 455 kHz. Im = 1 kHz. m = 0.8 

HF-Teil 1 r. I. section: 

Us 4.5 •• • 15 V R'I-<F 3.1 kQ bei U 3 

(J a -10 .•. +70 °C lOHF 420 kQ ot 
U,~ 2 V 11 4.5 pF 

U'9 2 V 

lF- Tei lli. I. section 

U 'ReZF 1) 80 /-LV bei LlUNF 

") LlU, I LlUNF = 10 dB 13 dB 

FM-ZF-Verstärker 

FM i. f. amplifier 

LI VU ZF 

UiZFmax 

R'ZF 
lOZF 

60 dB ot k 
300 mV U g 

2.2 kQ 

160 kQ 

11 9.0 pF 

A 225 D FM-lF-Verstärker und Demodulator für Hörrund­

funkgeräte. mit Instrumentenanschluß zur Ampli­

tudenanzeige. wahlweise positiv oder negoti~ 

gehende Mono-Stereo-Schaltspannung. AFC -Aus­

gang mit Abschaltoutomotik. sowie Rau schsperre. 

Grenzdaten 

mox. ratin g s 

U s 4 ... 
1' 4 3 mA 

1'5 1 mA 

18 V 

,'Ja - 25 . .. +70 °C 

34 

Iso 
UNF 

U 'T 
U ,4 

U ,S 

U2 

aAM 

k 

Informationsdaten bei 

cha racterislics ot 

< 15 mA 

> 300 mV 

< 50 ", V 

< 200 mV 

< 700 mV 

< 20 mV 

> 48 dB 
1.5 0/ 0 

bei 

01 

G esomtemp fänger 1 total receive r 

=0 I s < 16 mA bei U'HF = 0 

U 'Rel-<F ') 4 /-LV ot 

LlV. 84 dB LlUNP = 10 dB 

S/ N 24 dB U 'HF 20 p. V 

UNF > 60 mV U'I-<F 20 /-LV 

U NF 100 560 mV U'HF 500 mV 

lu dB 
k < 8 % U 'I-<F 30 mV 

10 0/ 0 
k < 10 0/0 U'HF 500 mV 

0 U imox 1.5 V k 10 % 

U, 12.5 p.V S/ N 20 dB 

Rg 300 Q 

m 0.3 

FM-IF-implili er and demodulator for radio-sets; with 0 tuning 

meter outpout for amplitud e inc:l ico tion . positive or negotive 

mono-stereo switching voltage. AFC-output with shu t- oH unit. 

squelch. 

{Ja = 25 °C_ 5K. Us = 12 V. f = 10.7 MHz 

Llf = ± 75 kHz, Im = 1 kHz. 00 = 35. 

Ck, = 470 pF. IAFC = 0 ", A, C A = 22 nF 

114 0 mA 

U, 10 mV 

U , 16 ",V 

U, 10 mV 

f2 2 kHz 

U, 10 mV, m 0.3 

U, 10mV 



Integrierte Schaltkreise 
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17 
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i.f stage 
contro! 
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Sl" -L~~.O .. 15 . 
o. 2s ~gas 

AOO A2. tf& 

1 

~ZF I 7 
NF 
of. 

'f. i( 

A 2HD 

T T 
A H F776 

10 

cO 
(Q 

I"" I:;; 
IN _____ .J -< 

08 9 

~::::::::~ 
1~345618-9 

A225 D 

Integrat·ed circuits 

A 244 D Blockscr.oltung 
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block d iogfom 
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block diagram 
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Integrierte Schaltkreise 

AM-FM-ZF-Verstärker 

AM-FM i. f. amplifier 

A 281 D AM -FM-ZF-Verstärker fü r batterie- und 

netzgespeiste Rundfunkempfänger 

Informationsdaten bei 

Integraled circuils 

AM-FM / F amplifier for battery-drive n and 

mains-driven radio receivers 

Grenzdaten 

max. ratings Ghoracteristics at {ja = 25 oe. Us = 9 V. fm = 1 kHz 

f = 10.7 MHz. Jf = 75 kHz f = 455 kHz. m = 0.8 

Us 11 V 

-U2/ 1 4 V 

U 5/ 1 4 V 

12 ::::;; 2 mA 

15 2:: 2 mA 

113 ::::;; 3 mA 
{ja =-10 ••• +70 oe 

Stereo-Dekoder 

Stereo decoder 

-15 

U NF 

G p 

Vu 

UIT 
aAM 
R, 

e, 

Iso 

< 30 (J.A bei US/ 1 

840 mV at u, 

> 62 dB u, 

87 dB UR 
190 (J.V u, 

54 dB m 
172 [J UI 
67 pF UI 

S; 9 mA 

A 290 D PLL-Stereodekoder noch dem Zeit-Mu ltiplex· 

Verfahren für FM-Rundfunkempfänger 

Grenzdaten 

max. ratings 

Us 8 15 V 

16 75 mA 

U, 2.8 Vss 
{jo -10 +55 °e 

Ton-ZF-Verstärker 

Sound-i. f,-amplifier 

Inlormationsdaten 

choracteristics 

Is < 26 mA 

aSM < 1.6 dB 

o .! > 30 dB 

U 'p < 22 dS 
R, > 20 k[J 

A 220 D FM-ZF-Verslärker und symmetrischer Koinzid enz· 

demodulator für Fernseh- und Rundfunkempfänger 

bei 

01 

Grenzdaten 

max. ratings 
Informationsdolen bei 

characte ri slics at 

U s 6 18 V Iso < 20 mA 

U5 4 V UNF > 300 mV 
112 15 mA JUNF > 60 dS 
13 5 mA U'T < 120 (J. V 

14 2 mA VuZF 73 dS 
U3/ 1 13 V aAM > 46 dS 
R13/ 14 1 k[J k < 2 0/0 

Pt ot 400 mW I) R, 10 k[J 

{jo -10 ... +70 oe C. 4.9 pF 

I) {ja = 25 oe 

36 

-110 mV UNf 245 mV bei u, = 15 (J.V 

50 mV UNF 520 mV cl u, = 15 mV 

30 (J.V G p > 65 dB u, = 10 (J.V. UR 

0 Vu 94 dB u, =5 (J.V 

50 (J.V JV. 62 dB 

0.3 U i Reg = 11.5 (J.V 

mV U imox= 18 mV k 10 % 

mV -UR 380 mV u, 15 (J.V 

k < 10 0/0 u, 15 mV 
R, 1.1 k[J u, 200 (J.V 

C. 125 pF UI 200 (J.V 

PLL stereo decoder by time shasing principle for FM radio 
receivers 

(Ja = 25 oe, U s = 15V. f = 1 kHz. fp = 19kHz 

bei U , = 0 
al U, 2.8 Vss 

U, 2.8 Vss. U p = 100 mV 

U, 2,8 Vss 

0 

FM i. f. ampflifier and symmetrie coincidence d etector for te le· 

vision and radio rece ivers 

25 oe, Us 
= 6,5 MHz, Jf = ± 50 kHz 

12 v 00 = 20, Im = 1 kHz, m = 0,3 

bei U , 0 mV Rs OkU 

01 U , mV Rj 5k.Q 

U , mV R\ 5k[J /OkD 

R, 5kQ 

U, 10 (J.V 
U , 1 mV Rs 5kQ 

U , 1 mV R, 5kQ 

U , 10 mV 

U, 10 mV 
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Integrierte Schaltkreise 

Ton-ZF-Verstärker 

Sound-i. f.-amplifier 

A 223 D FM-ZF-Verstärker und D emodulator mit zusätzlichem 

NF-Eingang und -Ausgang für Fernseh- und Run d­

funkempfänger 

fnformationsdaten bei 

Integraledcircuits 

FM i. f. ampfitier and d etector with separate NF-input an d 
NF-output tor tel evision and r:Jdio receivers 

Grenzdaten f = 6.5 MHz. M = ±50 kHz. R5 = 10 kQ 

max. ratin gs characteristics at 
{ja 25 °C. U s 12 V. 

00 = 20. Im = 1 kHz. m = 0.3 

Us 10 ••. 18 V I so < 17.5 mAbei 

Us 6 V 

14 5 mA 

R41s ••• 10 kQ 

R'3/ 14 :::; 1 kQ 

f 0 •• • 12 MHz 

Ptot 400 mW ') 
Rthla 120 K/W 
{ja -25 .•• +70°C 

") {ja = 25 oe 

Farbmatrix 

colour matrix 

U 4 4.2 5.3 V 

U NFa > 780 mV 

UNF'2 > 650 mV 

Ll UN Fa > 70 dB 

VuZF 68 dB 

VuNF 16 dB 

aAM > 50 dB 

A 231 D RGB-Matrix mit Dunkeltastschaltung zur direkten 

Ansteuerung der Videoendstufe in Farbfernsehemp­

fängern 

Grenzdaten Informationsdaten bei 

at 
iI 0 Un < 100 mV bei R5 0 

as/N 80 dB at U 'ZF 10 mV 

U 'ZF 10 mV U IT < 60 /-L V 

U 'ZF 10 mV k 1.2 0/ 0 U 'ZF 10 mV 
R5 10 kQIOkQR,ZF 4.5 kQ U 'ZF 10mV 

U IZF 10 mV CIZF 4.5 pF U' ZF 10 mV 

U 'ZF 10 /-L V R'NF 2.1 kQ 

U 'ZF 100 mV Ro 1.1 kQ 

U 'ZF 500/-LV 

RGB matrix with blanking circuit for direct control of video 

output stage in colour television receivers 

max. ratings characteristics at 
{ja = 25 oe U s = 12 V. U6 = 2.4 V 

U, = U 3 = U '6 = 6.9V. U 13 = 1.6V 

U s 15 V Is < 150 mA 

U,. U J• U '6 9 V U FSW = 7.6 8.8 V 

U lJ = 3.5 V 'Ll UFSW < 160 mV 

15• 18• 1'0 = 35 mA I,. 13• 1'6 < 6 {-LA 

1'2 = 15 mA Ll f,. 13• 1'6 <3 {-L A 
12• 17• I" = - 2 .. ; +2mA Vu (Y) = 2.3 3.1 bei Ll Ull 0.5 V 

114 -3 .•• +3 mA LI FRGB < 5 % at U13 2. 1 V. Ll U3 Ll U '6 = 0.3 V 
PtO~ = 1.06 W mB < 10 % Us 13 V. U2 6.9 V 

Rth;d = 70 K/ W Us 8.2 V Ll Us(1) = -2.5 V 
{j . = ~10 . .. 55 oe Ll Us(2) -lV 
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Integrierte Schaltkreise 

TV -ZF-Verstärker 
TV i. f. amplifier 

A 240 D Geregelter TV-ZF-Verstärker mit Demodulator und 
Vide o-Nachverstärker für SGhwarz-Weiß- und Farb­
fernsehempfänger 

Informationsdaten bei 

Integrated circuits 

Regulated TV i. f. amplifier with detector and video post-ampli­
fier for monochrome and colour television receive rs 

Grenzdaten 
max. ratings Gharacteristics at {Ja = 25°C. Us = 12 V. Rs = 130 Q 

Us 15 V 113 :< 25 mA 

114 50 mA U14 :< 6.4 V 

Us 15 V Ull C> 4.8 V 

111 l l 5 mA U12 :<::: 7 V 

112/ 3 5 mA Ulmon <: 350 (loV 

U16 -1 ;; . +3 V L1VZF ::> 50 dB 

-U, 1.5 •.. 5 V Bvldeo ::> 7 MHz 

P,ot 700 mW 
{Ja -10 ... +55°C 

,I) 10 dB nach Tunerregeleinsatz 
.1) 10 dB following tuner regulation 

Horizontalkombination 

Horizontal combination 

bei Ull = 5.5V Ull min 1.9 ... 2.3 V bei u; = 20mV. U11 = 5.5V 
at U14 = 40 mA 15 -> 3 mA1) at 

UI = 0 U1 1 2.6 ... 4.2 Vss u; = 20 mV. U11 = 5.5 V 
UI =0 U12 -> 2.0 V UI = 20 mV. Ull = 5.5 V 

Ull 2.6 V UDF(11) > 30 mV BT 
= 6.5 MHz. TT = 30dB 

Ull 5.5 V UDF(12) ? 30 mV BT 
= 6.5 MHz. TT = 30dB 

A 250 D Horizontalkombination für die Impulsabtrennung und 
ZeiiensynGhroni sa tion in transistorisierten Fernseh­
empfängern 

Horizontal combination for pulse clipping and line synchroni­
zation in transistorized television receivers 

Grenzdaten 
max. ratings 

Informationsdaten bei _ 
c;haracteristics at {Ja = 25 °C. U s = ;"4 V. Rs = 390 Q. f = 15625 ± 5 Hz 

h 50 mA U7 €>:8 V bei Us = 1.0 Vss 

Is 2 mA U2r-;st :<: 550 mV at 12 = 20 mA 

-U1S 6 V fo = 14062.:.17188 Hz C13.! 10 nF. R14 '1 = 10.5 kQ 

12 22 mA t7 €>: 150 (los Us = 1.0 Vss 

U2 12 V Us ;;>: 1 V 

110 = 0.5 5 mA +Llf .::> 400 Hz Us ~ 1.0 Vss 

- U1 10 =5 V - Llf :;>. 400 Hz Us = 1.0 Vss 

18 =2 5 mA A 250 D :t2 23 •.. 30 (los 

U11 =0 U3 V 
{Ja = -10 ... +55 °C 
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Integrierte Schaltkreise 
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Integrierte Schaltkreise· 

Videokombination 

Video combination 

A 270 D Video· und Leuchtdichtesignalverstärker mit Strahl· 
st rombegrenzung und gleichs pa nnu ngsgesteuerter 
Ko ntra st· u nd He ll igkei tseinste ll ung tür Schwarz· 
Weiß· und Fa rbfernsehempfänger. 
Der Ansch luß einer Verzögerungsleitung be liebiger 

Impedanz ist möglich. 

Integrated circuits 

Video and luminous dens ity amplifier with beo m c urrent limit­
ing and d. c . voltag e regulated brigthness control and contros t 
control tor monochrome and co lour television receive rs. 
The connexion of a raudom impedance delay line is possible. 

Grenzdote n 
max. ratings 

Informationsdaten bei 
U s 12 V. {Ja = 25 °C. U7 = 3.9V 

characteristics at 

U s 15.5 V Us• U9 = - 2 +4 V Is ~ 36 mA bei U12 1.2 V 

U4 15.5 V UlO• Ull = - 5 +6 V U 4,6sat ::; 120 mV at 15 0.2 mA. 14 = 0.8 mA 

U4•6 13.2 V U15 = 5 V U15 < 0.5 V U12 1.2 V 

16'5 5 V -10 20 mA U15 > 3.0 V U12 4.2 V 

14 10 mA UBAS 2 V .dU15 < 20 mV U 12 2 V2) 

15 2 mA UBAS 2 V Vu 2.0 2.8 U7 3.3 V2) 

P opn 20 mW ') P,o , 700 mW ') .d u'.'6 < 160 mV U8 2.1 V. U7 = 3.3 V3) 

(Ja -10 +55 °e .du, (U7) > 20 dB U7(, ) 1.2 v. U7(2) = 3.3 V 3) 

,1) {Ja = 25 oe 
2) Ll U3 Spru ng 
3) .d U3 = Spru ng 

Secam-Dekoder 

Secam-decoder 

von 
von 

B v1deo 

S video 

2.8 auf 3.6 V 

3.2 a uf 4.0 V 

A 295 D Secam -Dekoder für Fa rbfern sehempfänger. beste­
hend aus Verstärkern für das direkte und das ver­

zögerte Signal. Kreuzschalter. regelbaren Begren· 
ze rn für beide DiHerenzsigna le. Farbauf· und aus· 
tastscha ltung und Farbabschalter. 

Grenzdaten Informationsdaten bei 
max. rati ngs characteristics at 

U s 15 V Iso < 60 
U,. Uu -4 ... +4 V U15 > 3 
U2• U13 - 4 +4 V U1S < 0.3 
U 10• U12 - 4 +4 V - UlO • U 12 :< 1,7 
UlO• U12 - 4 +6 V ') U" U2, ';)'3' U14 :< 1,1 
UB 4 V U9. U'6 1,2 

U3 ' U6 1.5 Vss U9' U16 1 
18 3 mA .d uo (U8) :< 5 
115 2,5 mA 
P to~ 1 W 2 L1 U9 (U1 6) <: 7 

> 6 MHz U7 3.3 V, U3 = 0.5 Vss. 
.d Vu = - 3d B 

> 7 MHz U7 3.3 V. U3 = 0.5 Vss. 
.d Vu = - 3dB 

') (Ja = 25 °C 
2) .d u] = jump from 2.8 10 3.6 V 
3) .du3 = jump from 3.2 to 4.0 V 

Secam decode r for colour television receivers. co ns isting by 
amplifie rs for the direct and for the delay signal. cross-switch­
ing. controlled limilers for both diHerence signals. colour gate 
and blanking circuit, and co lour killer. 

Us = 12 V. {Ja = 25 °C. U13 = Ü1 4 = 3 V, - U10 = 2V 
Us = 2.7 V, RL = 1.5 k,Q, CL = 15 pF 

mA bei U6 = 0 
V at R'5'11 10 k,Q 

V R,s'11- = 10 k,Q. U1 =3V,Q 
V u6 95 mVeH 
V U6 95 mVeH 

.. , ,1.9 Vss UJ = U6 95 mV eH. U8 = 2.2 V 
dB .d u3 = AU6 (9. 5 '" 190) mVeH 
% Ul = U6 95 mV eH 

ü a = 0,9 ; 1.2; 1.5 V 
% U3 = U6 95 mV efi. Ua = 0.9; 1,5 V 

R9• 11' R16 , 11 ::2: 6 k,Q D2,o < -1 5 dB U3'6 95 mVefl 
{Ja = -1 0 +55°e D6•9; D3'16 > 33 dB U316 2. 5 mVeH 

D6'16; D)09 > 41 d B Ul .6 = 2,5 mVeH 

.1) t < 15 /LS 
2) {Ja = 25 oe 
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Integrierte Schaltkreise 
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Integrierte Schaltkreise 

Operationsverstärker 

Operational amplifiers 

A 109 D Ope rati o nsve rstä rke r mit hohe r Ve rstärku ng, 
B 109 D kl e in e n Offsetg rö ße n, großem Eingangs­

wide rstand und gro ßer Ausgangsamplitude 
für unive rse lle n Ein satz 

Gre nzdate n 
ma x. ra ti ngs 

U s+ = + 18 V 

U s- -18 V 
Pt o ; 300 1) mW 

UI -10 . .. +10V 
UIO -5 +5 V 

A 109: {ja 0 +70 °C 
B 109: {ja - 25 + 85 °C 

tK = 5 

1) bei / at {j o = 25 °C 

Spannungskomparatoren 

Voltage comparators 

Informationsdate n bei 
Eharacte ri stics at {ja 

A 109 : UIO < 7,5 mV 
B 109 : UIO < 5 mV 
A 109: ho '< 0,5 (.LA 
B 109 : 110 <: 0,2 (.LA 
A 109: h <: 1,5 (.LA 
B 109: h <: 0,5 (.LA 
A 109: R ~ > 50 k,Q 

B 109: R. > 150k,Q 
A 109: Pv "< 200mW 
B 109 : Pv "< 165mW 

A 110 D Diffe re ntial-Spannungskomparator 
B 110 D mit nie de rohmig e m, mit allen Logikformen 

kompatible m Ausgang für universelle Anwendung 

Gre nzdaten Informationsdaten bei 

Integrated circuits 

Ope ra ti ona l a mpli fie r with high gain, low offse t va lue s, 
high input resistance, and high output a mplitu de 
for g e ne ral purpose applications 

25 °C, Us+ -Us-= 15 V, Rs 100 ,Q 

A 109 : SVR > 70 dB 
B 109: SVR > 15000 

Uo > 25000 be i RL 2 k,Q 

Uo > 8 V at RL 10 k,Q 

A 109: CMR < 200 (.LV/ V 
B 109: CMR < 150 (.LV IV 
A 109: Vu > 10 V { RL 2 k,Q 

B 109 : Vu > 12 V Uo ± 10V 
±VI > 65 dB 

AUla u V 
B 109 :-- <: 25- A {j {} ~ ma; - {}~ m f n 

L1fJ K 

Low-impedance output diffe re nt ial voltage comparator, 
compatible to oll logic famili es, 
lor general purpose applications 

max. ratings characte ri stics al 
{ja = 25 oe , Us+ = 12 V, -Us- = 6 v, Rs = 100 ,Q 

Us+ = +14 V 
Us- = -7 V 

Pt "~ = 300 mW 
UI = -7 ... '+7 V 
UID = - 5 ... '+5 V 
10 = 10 mA 

A 110: {j~ = 0 ... + 70 oe 

B 11 0: {j~ = - 25 . .. +85 oe 

Mischschaltung 

Mixer circuit 

A 110 : 
B 110: 
A 110: 
B 110 : 
A 110: 
B 110 : 

B 222 D Integ ri e rte r Doppe lgege ntak tmische r 
für indu strie lle Anwe ndu nge n 

UIO <:: 7,5 mV 

UIO <: 5 mV 

110 <:: 15 (.LA 
110 <: 5 (.L A 

11 <:' 100 (.LA 
1I <::: 25 (.LA 
Ra = 150 ,Q 

15+ <: 9 mA 
15- <: 7 mA 

G renzdate n Informa tion sda ten bei 

UOH ;;> 2,5 V be i UID 10 mV, lOH = - 5 mA 
A 110 : UOl :<.: 0 V at UIO 10 mV, Im = 1,6 mA 
B 110 : VOl :<.: 0 V UID 10 mV, Im = 2 mA 

CMR ::>: 70 dB 'LI UI 10 V 
A 110 : Vu i? 750 Ll Uo 2 V 
B 110: V. i? 1000 Ll Uo = 2 V 

tOLH = 38 ns J Ll UID = 100 mV, ü = 5 mV 

tOHt 50 ns I RL = 2 k,Q 

Ll Ul o 20 (.LV 'LID = {j o m~; - {jam' n B 110 :~ <: 
K 

Inte grated double pu sh-pull modulator 
fo r industr ial a p plica tions 

max. ratings Eharacte ri stics cl {ja = 25 oe, 

UT = 200 mV, h = 200 kHz, 
U, = 20 mV, II == 50 kHz 

Us =6 
U6, U14 =5 
U7, U9 = 8 
U6/ 14 =5 
U7/ 9 =5 
Pto~ = 360 
{ja = -25 

1) {ja 25 °C 
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.. , 18 V 
V 
V 
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mW1) 

+85 °C 

Iso < 20mA 
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be i Us - 18 V, U, = 0 
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Us = 15 V 
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Integrierte Schaltl<reise 
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Integrierte Schaltkreise.· 

Initiatorschaltkreis 

Initiator circuit 

A 301 D Initiatorschaltkreis für induktive Initiatoren und 
allgemein e Anwendung 

Gre nzdate n 
max. ratin gs 

Informationsdaten bei 
characte ristics at 

Integratedcircuits 

Initiato r circuit for inductive initiators and for general purpose 
appl ications 

{J. = 25 oe , Us = 4,75 V 

Us 4,75 ... 27 V 15 < 18,5 mA bei Us 27 V 

UOH 0 ... 27 V 

IOl S 50 
-1 13 S 1 
{Jo - 25 

Transistorarray 

Transistor array 

mA 
mA 

+ 70 oe 

UOl < 0,35 V at 

UOl < 1,15 V 

lOH < 20 (lA 

U13 2,9 V 

e 13 < 47 nF 
f max 20 kHz 

B 340 D Integ riertes Transistorarray a us 
B 341 D 4 Einzeltransis to ren für industrielle Anwendungen 

Grenzdate n 
max. ratings 

Ucso 20 V 

Uc: .. o 15 V 

UESO 5 V 

UCIO 30 V 

Is 5 mA 

Ic 10 mA 
P,.; 400 mW') 
{Ja - 25 +85°e 
f}j +125 oe 

,1) {Jo = 25 °e 

Schwellspannungsschaltkreis 

Threshold -voltage-circuit 

In formationsdaten 
characteristics 

h2, E(T 1) = 56 
h 21E > 30 
Ll U SE < 5 
h2,EX 

= 0,8 
h21EY 
h = 210 
B 341: 

F s 6 

A 302 D Schwe ll spannun gsschaltskreis für di e Versch luß­
ze itensteuerung in ~ I ektroni schen Kam eras und 
ähn liche An vve ndu ngen der indu str iellen Elektronik 

G renzdaten 
max. ratings 

U s =U,= 2.3 . . . 6.3 V 
12 < 1 mA 
14 < 60mA 
Ll.4 < 2 H 
U, < - 6,3V 
{Jo -10 ... + 55 °e 
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I nformationsdaten be i 
characte ristics at 

I, < 5mA 

00 0,57 • .. 0.6 

Oe 0,5 ' " 0.535 

12 < 25 nA 

U4s., < 0.3 V 

14 < 100 (lA 

tv, 1 (ls 

tV2 0.7 (ls 

t r tr = 50 ns 

IOl 16 mA 

Im 50 mA 
UOH 27 V, R3 = 520 Q 

-113 1 mA 

e '2 1,5 nF. R3 / s = 2,7 kQ 

Integ rate d transistor array with 4 sin gle 
transistors for industrial opplications 

bei 
ot 

{J. = 25 oe , UCE = 5 V 

560 2) bei Ic =1 mA 
at lc = 1Q ~A 

mV le =100 pA 

1,25 Ic ~ mA 

MHz k mA, f = 100 MHz 

dB le == 200 (lÄ, f = 1 kHz, RG = 2 kQ 

2) se lektiert nach h21E-Gruppen 
selected to h21E groups 

Thresho ld-voltage-circuit fo r contro lling th e ti me of exposure 
at e lectron ic comeras and for similar app lications of 
professiona l e lec troni cs 

U2 

U2 

I, 
U, 

Rechteck impul se square-wave pulses 10 (15, 

tp/T = 0,2. Rl,4 = 120 Q 

OV 
o . .. 4 V 

40 mA 
U2 = U4 = 6V 
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Optoelektronil< Opto-eleklronics 

Schnelle implantierte Si-Fotodioden 

Implanted high speed Si-photodiodes 

Typ Grenzdalen bei In fo rmali onsdal en bei 

max. ratin gs al 
{J a 25 oe 

eleclrical ehora cleri slics al 
{Ja = 25 oe 

P,a , UR IR IR ') IR 2) e,o, bei/ al SPH bei/ at ASma ; tr A 
UR A 

mW V mA nA (J.A pF V (J. A / (J.W nm nm ns mm2 

SP 101 10 25 < 500 > 15 < 40 20 0,30 500 820 2,6 3,6 
0,60 820 
0,45 900 

SP 102 30 25 :<:: 20 > 1,25 < 10 20 0,30 500 820 2,4 0,25 
0,60 820 
0,45 900 

SP 103 10 25 3 :<:: 100 > 50 < 100 20 0,30 500 820 3 1,2 
0,60 820 
0,45 900 

i1) bei E == 0 ') at E=O 
2) bei E == 1000 Ix und einer Farbtemperatur 2) at E = 1000 Ix and a ealoUf temperature 

der Strahlungsquelle von 2850 K of the emission souree of 2850 K 

Si -Fototransistoren 

Silicon phototransistors 

Typ Kenndaten bei 
{Ja 25 ae 

eharaeteristies at 

Pc'o~ U eE Ic bei/at E Ic bei/at E ÄSm~; tr 11 bei/at 
UCE UCE Ic 

mW V nA V Ix mA V Ix nm /l S (J.S mA 

SP 201 > 0,25 
SP 201 A 1,2 , . . 3,3 
SP 201 B 50 32 :<100 15 0 2,7 .. • 5,7 5 1000 780 5 5 0,25 
SP 201 G 4,7 . . . 8,4 
SP 201 D 1> 7 

SP 21 1 > 0,25 
SP 211 A 0,4 .. . 0,8 
SP 211 B 50 50 "< 100 25 0 0,63 •. . 1,25 5 1000 850 10 10 0,8 
SP 211 G 1,0 . . . 2,0 
SP 21 1 D 1,6 .. . 3,2 

Optoelektronische Koppler 

Opto-electronic couplers 

Typ Grenzdaten bei Empfänger Koppelelement 
max. ratings at 

{J a = 25 oe 
receiver eoupling element 

UR IF PtO; UCE UR U p Obertra- tran smissi on t, ; t f 
(V) (mA) (mW) (V) (V) (kV) gungsfaktor faetor (I1 S ) 

MB 101 2 50 50 Fototransistor 15 5 4 010 5,0 
MB 104 6 40 200 Fototran sistor 32 4 2,0 
MB 110 3 100 50 Fotodiode 50 2 2010 0,7 
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Oploelektronil< 

Anod~ 

~ ~17,5 
--r:;:,O?" 

Ratode alT( cathod~ Ctt 
Gehäuse cas~ / 

SI' 101 1 sr 101 • 

l',or207 
/(atode am 'athoae, ~ 

(Jehäuu. &aflf: ' 
~r 102 _ 

F: l>p 1<1 I • t 
~yd. t at on co 6urpO'n 

I . 'i le.tor 
-I l'-- ' -'-'-~'-' +-

K~tode E11lter 
_8~_ jj; 

~I 

... ' 33 
~ .. 

o 

~~~~ rt~~~ ..... 

SP 201 

MB 101 

MB 104 
MB 119 

Cpto-elechtlmics 

max 2,'r 

~ 
I 

l mtlter ,,- ! !\ 
1 ..... 

i 
(T)' 

'-. 
~ 

ro "'-i' 
llolleAtor 

i ,....." 

rj;~5 I'''Qf~W ,- /' 

SP 211 

49 



Opfoetektronft Opto-ereklronics 

Infra rot-Emoifterdieden 

InfrOFed-emiftil1'9 diodes 

Typ Grenzdole n bei Ihform otiansdoten bei 
mox, roling s 01 

{j a 25 °G electricol chorocler islics ot 
{j a 25 oe 

Ft'O,t UR IF IFRM UF be i }.p LI). I!. b-ei tr tr be i 
ot oi ot 
IF I'F IFRJ+ 

mW V mA ""A V mA nm nm (JtW/ s r mA ns r:l s. mA 

VO 110 > 2(;)0 50 
VO ll0B 75 2 50 100 <1 ,5 50 940 75 > 000 50 < 1000 < lOGO 100 
VO 11 0 e > 11800 50 

Pe 
(LW 

VO 120 > 400 50 
VO 120 B 150 2 100 < 1,5 50 940 60 >7.00 50 <200tJ < 2000 100 
VO 120 e > 1'000 50 

Lichtemitterdioden 

Light-emitting diodes 

Typ Grenzdaten Kenndaten bei 
ratings charocte ri st ics c t 

{j a = 25 oe mc x, 

UR IF !!JF bei IF l mo JC Iv Farbe colou r 
V mA V ot mA nm mcd 

VOA 12 5 30 < 1,8 20 630 690 I1!.t rot ned 
VOA 13') 5 50 < 1,8 20 630 690 0,4 rot J1ed. 
VOA 13-12) 5 50 < 1,8 20 630 690 G;<f rot' redi 
VOA 13 A') 5 50 < 1,8 20 630 690 eiß rot red' 
VOA 13-1A2) 5 50 < 1,8 20 630 690 0,7 rot re<d. 
VQA 13 B') 5 50 < 1,8 20 630 690 1,3 not red 
VOA 13-1A2) 5 50 < 1.8 20 630 690: 1,3 rot red 
VOA 15 5 40 < 1,8 20 630 690 0,4\ rot ree 
VOA1 5 A 5 40 < 1,8 20 630 690 0,4 rat red 
VOA 15 B 5 40 < 1,8 20 630 690 0,6 rot reO' 
VOA 15e 5 4(] < 1,8 20 630 690 0,9 rot ned! 
VO A23 5 50 < 3,0 20 555 570 0,6 grün gree n' 
VOA 23 A 5 50 < 3,0 20 555 570 0,6 grün green' 
VOA 23 B 5 50 < 3,0 20 555 570 1,3 grün g,t;een, 

VOA 23 e 5 50 < 3,0 20 555 570 2,5 grü n gree n 
VOA33 5 50 < 2,5 20 580 600 0,6 gelb ye llow 
VOA 33 A 5 50 < 2,5 20 580 600 0,6 gelb ye llow 
VOA 33 B 5 50 < 2,5 20 580 600 1,3 ge lb ye ll ow 
VOA 33 e 5 50 < 2,5 20 580 600 2,5 ge lb yellow 
VOA 33 D 5 50 < 2,5 20 580 600 4,0 ge lb yellow 

') Farblose Verkoppung ') colou ress encopsulo tion 
2) Rote ingeförbte Verp ackung 2) red- inked encapsu lotion 
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Lichtemitteranzeigen 

Light-emitting displays 

Typ 'GrenTCIaten i<enm:luten 'bei 

mox. Tatirrgs -chcrraetermies at 
{ja = 25 °C 

P to t IF 1) IFRM 1) U R 1)2) UF 

mW mA mA V V 

VOB 37 80 , 5 'SO <3 <~.9') 

VOB 71 410 ~ 5 1'00 <4 0 ;63) 

V,QB 73 -220 .1.5 W O <4 < .3,63,) 

.1) je Segment und je D ez imalpu nkt 

2) bei {ja = 25 , .. 79 oe 

J) je Segment 

T 

t:J ~ L 

. : 

l11! I 

oil." i 
i 

, (tJ U l o.,~ 

VO 110 VQ 12.0 

bei Ämox Iv bei Anzeige- h 

a't ut 'l!1'1't 

IF IF displ:r:J.y 

mA nm lied mA typ 'mm 

7 630 . . . 690 25 7 7 Segment 3 

10 630 . .. 690 150 10 7 SeglTlfln t 7 

to .6.30 .••• .69D l5D 10 +,1.- 7 

1) each 'Segment Olild :em:ch :d:eeima l poin t 

2) a l {jo = 25 ' • . 7<Q '\C 
3) eaen SEgment 

46 
Anode 
Katode 

rj4,O 

O,Si 0:±k3 
2fi 

. , . 

'VQA 1'3 
VQA23 
va». 33 

VQA 1'3-1 

z 

~ II 
,~ 

.J 

8 -
··~atode 

''liGA t5 

I , 

/1 // 
J " 

'I!t-=- -"- -..! ,~ 
1-_ --'-"-77"-, ---I 

.225 

AIlode 1 

I 

_ A _ 

l AI FI G 18 

EI D I~ -D-I:S 
- ' DP 

\ 
\\ \ \ 

U " 

iif-J Durch Linsen­
wir k ung ve r ­
g rößert sichtbar ~.1JI1 

--.l 

A 

VOB 37 

0 8 7F307 increased by 
lens design 

8 

Anode 2 

VO B 71/A VOB 73 



Optoelektronik 

lichtemitteranzeigeeinheiten 

light-emitting display 

vaD 30 Lkhtemitteranzeigeeinheiten mit Zeiimultiplex-

VaD 32 ansteuerung, bestehend aus 9 bzw. 12 rotleuchten-
VaD 32-2 den monolythischen GoAsP-Chips für elektronische 

Taschenrechner. 

Kenndaten bei 

eharacteristics al 
{Ja = 25 °C, IfRM = 7 mA. tp = 50ll-s, TT = 1 :14 

Typ Iv IfRM 

/tcd mA 

VaD 30 A >13 
VaD 30 B >18 Mittelwert aller Segmente 

VaD 30 G >25 einer An zeigeeinheit 
VaD 30 D >32 average value of all segments 
VaD 30 E >41 of a display unit 

VaD 32 13 7 

VaD 32-2 28 20 

~) je Segment und je Dezimalpunkt 
i1) each segment ond each decimol point 

lötbar 
vef~innt 

$olderable 
tinned 

52 

8x5 =M 

~1,9 

1,9 

1,8 

Opto-eleldronics· 

light-emitting displays with time-sharing control consisting of 

9 or 12 red-emitting monolythic GaAsP - chips for electronic 
pocket ca lculators. 

~1 00 

:<:: 100 

<:: 100 

bei 

cl 

3 

3 

3 

ma.r! t--6-,-, 5---i 

007007 

0.7 

vaD 30 



Optoelektronik 

I 

o 
N 

LO 
M 
It 

63 

11 x5=55 

5 rEl@ ' 

----bY if; t;r rY lY IY IY IYlYfYf:$ .- H·/. e-

~ LX: ~ ~ V--~ LA-LA-~LA-'-

1 ±ld~~d.. rhffirl .~ 21 
1I IIIIl JlllI jlm ]~]1 ~ mll]llUIll ~UMn .~u· --

, , 

Kl 1<3 K4 K5 K6 K1 Ka K9 KlO Ku G~ 
1<2 C H A E 0 G B F K12 

10.25 d 'P I . . 20 x25 =50 . .. : 

68 ±- ~ 

63 

11x 5=55 
5 

~ ________________ ~6~8 __________________ ~ 

Oplo-electronics 

U1 
N ..-

Stelle der 
Kennzeichnung 
Type designation 

6.1 

1 

-

~ lötbar 
verzinnt 

0.2 

solderable 
tinned 

Stelle der 
Kennzeichnu,,9, 

M ..-

A -
F/.JL {B 

EI I~H o VOD 32 

Type designation 

6.1 

M 
r-

A 

FI G [B 

EI I~H 
D VOD 32-2 

53 



Transistoren Transistors 

Si-npn-NF-Transistoren 
n-p-n AF Si-transistors 

Typ Grenzdaten bei 

max. ratings at 

P, o, UC BO UCEO 

(Jo = 25 oe 

U EB O Ie 

elektr. Kennda ten bei 
e lectrical char a ct er ist ics at (Jo 

be i 

a t 

U CE 

25 oe 

F be i Ie IeBO 
at 

U CE 

mW V V V mA V mA MHz dS V mA kHz kQ I-'A 

b e i 
at 

UCB 
V 

sc 236 
SC 237 
SC 238 

SC 239 
SC 239 s 

200 
200 
200 
200 
200 

30 
50 

30 
30 
30 

20 
45 

20 
20 

20 

5 
6 
5 
5 
5 

100 

100 
100 

100 
100 

56 . .. 560 6 
56 ... 560 6 
56 • .. 1120 6 
112 .•. 1120 6 

112 ... 1120 6 

*) Zusätzliche Ga.rantie eines Rauschfa kto rs im Fre quenzbereich 

von 15 ... 50 Hz Un = 0.1351-'V 
(Rauschspannung am Eingang des Transistors) 

Si-npn-HF-Transistoren 
n-p-n RF Si-transistors 

2 
2 

2 

2 
2 
2 
2 

170 ' ) 

170') 
170 ') 
170

'
) 

170 ') 

< 8 6 
< 8 6 
< 4 6 

0.2 
0.2 
0.2 

0.2 

0.03 ... 15 2 
< 4*) 6 0.03 .. . 15 2 

') Guaranteed noise factor at frequency 

range 15 ... 50 Hz Un = 0.1351lV 
(noise va/tage at the transistor input) 

Typ Grenzdaten bei 
max. ratings al 

elektr. Kenndaten bei 
(Ja = 25 oe 

electrical charaeteristies at 
{Ja = 25 oe 

P,o, UCBO UCEO UEBO Je 

mW V 

SF 126 
SF 127 
SF 128 
SF 129 
SF 136 
SF 137 
S F 22.5 
SF 235 
SF 240 
S F 245 

600 

600 
600 
600 
300 
300 
200 
200 
160 
200 

') RBE = 1 kQ 

33 

66 
100 
120 

20 
40 
40 
40 
40 
40 

V 

20 

30 
60 
80 
12 
20 
25 
25 
30 
25 

v 

7 
7 
7 
7 
5 
5 
4 
4 
4 

4 

mA 

500 18 .. . 560 
500 18 ... 560 
500 18 .. . 560 
500 18 ... 280 
200 18 ... 560 
200 18 ... 560 

25 > 40 
25 > 28 
25 30 . . . 150 

25 > 38 

2) Ue E = 10 V. Ie = 1 mA. f = 100 MHz 
3) UCE = 10 V.Ie = 4 mA.f = 100 MHz 

4) UeE = 10 V. Ic = 7 mA. f = 100 MHz 
5) UCE = 10 V. Ic = 10 mA. f = 100 MH z 
6) UCE = 10V. Ic = 10 mA, f = 15 MHz 

Si-n p n-HF-Transistoren für Videoendstufen 
n-p-n RF Si -transistors for video output stages 

Typ 

SF 357 
SF 358 
SF 359 

Gre nzda te n be i 

max. ratings al 

P,o, UCBO UeEo 

UCER 
W V V 

6') 160 
6') 250 

6') 300 

160 
250 

300 

') (jc = 90 oe 

54 

25 °e 

UEBO Ie R'hlc 

V mA K/W 

5 
5 
5 

100 10 
100 10 
100 10 

bei Je UeEsa, bei IB F bei 
at 

Je 
at ot 

UCE /e 

v 

2 
2 
2 
2 
1 

10 

10 
10 
10 

kHz 
mA MHz V mA mA dS mA MH z' 

50 

50 
50 
50 
10 

10 

4 
7 

> 606) 

> 606) 

> 606) 

> 606) 

('0> 
( '0> 
5002) 

4002) 

4303) 

7804) 

< 0.5 150 

< 0.5 150 
< 0.5 150 
< 0.5 150 

(, 00« 10 
(, 00« 10 

15 4.5 
15 4.5 
15 4.5 
15 

4.8 
4.8 

< 5 
<4 
3 
3 

0.2 
0.2 
0.2 

5 
5 

4 
2 

36' 
36' 
200 
100' 
36' 
200' 

7) selektiert nach St romve rs tärkungsgruppen 
selected by current -gain groups 

h1 2. c ei/at f = 1 kHz 
8) typische r Wert 

elektr. Kenndate n bei 
(ja = 25 oe 

electrical characteristics at 

beilat le 

UCE 
V mA 

10 
10 
10 

30 
30 
30 

MHz 

UCEsa, bei/at IB e22 _ 

Ie 
V mA mA pF 

30 
30 
30 

6 4.5 
6 4.5 

6 4.5 

< 0.1 
< 0.1 
< 0.1 
< 0.1 

< 0.1 

30 
50 
30 

30 
30 

IeBO bei 

< 0.1 
< 0.1 
< 0.1 
< 0.06 

< 0.1 
< 0.1 
< 0.5 
< 0.5 
< 0.5 
< 0.5 

at 

UCB 

v 

33 
66 
100 
100 

20 
40 
40 
40 
40 

40 

IeBO bei / at 

UCB 
nA V 

<50 100 

< 50 200 
<50 250 



Transistoren 

Si- npn -Schalttransistoren 

n-p-n Si-switching transistors 

Typ Grenzdaten bei 

max. ratin gs at 

Peot 

mW 

55106 300 
55108 300 
55109 300 

55216 200 f 

55218 200 
55219 200 

55Y 20 700 

.. 11 .. q~ 
[BC 

5e 236 . .. 5e 239 
5 F 235, 
55216 ... 55219 

U EBO 

V 

25 
40 
20 

20 
20 
20 

60 

{ja = 25 oe 

UCEO U CBO le 

V V ;"A 

15 5 200 
15 5 200 
15 5 200 

15 5 100 
15 5 100 
15 5 100 

40 5 600 

0,6 .I~ 
I "(:::j-', 

BEC 
5F 225 
5F 240, 5 F 245 

2,6 f32, 

t'--. 

- +- I--~ 

7.5 

8 [ 
2.'1' 

5F 357 . .. 5F 359 

0.8 

7.2 

0,5 

E C 8 

elektr. Kenndaten bei 

electrica l characteristics at 

h21 E bei Ic U C Esat 

at 

UCE 

V mA V 

18 . .. 560 10 < 0,5 
18 .. . 560 10 < 0,5 
18 ... 280 0,7 100 < 0,5 

18 .. . 280 0,5 30 < 0,45 
18 . . . 280 0,5 30 < 0,45 
18 . . . 280 0,5 30 < 0,45 

8 ... 71 1,3 500 < 1 

[ B C 

m 
J 1 ~. 

5F 126 ... 5F 129 

~ 

~ 

<:::> 
\ci 
t--

FOOA678 

{j a = 25 oe 

bei la ton 

at 

Ic 
mA mA ns 

10 < 40 
10 <40 
100 10 < 40 

30 3 22 
30 3 < 35 
30 3 < 35 

500 50 < 50 

EBC 

f·)~t 

5F 136, 5F 137 
55106 ... 55109 

Tran5i§tor~ 

t oft bei ICBo be i 

al al 

Ic UCB 

ns mA !LA V 

< 75 10 < 0,05 15 
< 75 10 < 0,05 20 
< 75 10 < 0,05 15 

280 10 < 0,1 20 
< 60 10 < 0,1 20 
< 30 10 < 0,1 20 

< 100 500 < 0,2 50 

E8C 

C)~! 

J 

'-
.11 riO,'f5 

/'OOA507 

55Y 20 

55 



Transistoren 

Si-npn-Spezialtransistoren zur Ansteuerung von Zi ffernanzeigeröhren 

n-p-n Si-special transistors for driving numerical display tubes 

elektr. Kenndaten bei 

electrical character istics at 
Typ Grenzda ten bei 

{}a=25 °e 
max. ratings at 

Pto t UCBO UCEV bei U EBO Ic be i Ic 
at at 
-UBE UCE 

mW V V V V mA V mA 

55200 150 70 70 5 30 3 10 
55201 150 100 100 5 30 3 10 
55202 150 120 120 5 30 3 10 

Si -npn -Leistungstransistor 

n-p-n Si-power transistor 

Typ Grenzdaten bei elekt r. Kenndaten bei 

max. rot ings at 
{Jj = -10 . .. + 120 oe 

e lec t rica l characteristics at 

Peor UCEO Ic IBM h21 E bei/at Ic U CEsat 

UCE 
W V A A V A . V 

5D 168 12,5 1) 300 3 2,5 >6 5 0,2 < 3 

1) {} C = 95 oe 

Si-npn-Leistungsschalttransistoren 

n-p-n Si-switching power transistors 

elektr. Kenndaten 

Transistors 

25 oe 

UCE,at bei IB IcEV bei 

at at 

Ic UCB 

V mA (.tA (lA V 

< 0,6 31 < 1 70 

< 0,6 31 < 1 100 

< 0,6 31 < 1 120 

{Jo = 25 oe 

UBE,at bei / at IcEO bei / at 

Ic IB U CE 

V A A mA V 

< 1,5 0,2 < 3 300 

Typ Grenzdaten bei bei 

max. ratings at {Jj = -10 ... + 11 5 °e e lectrical characteristics at 
{Ja = 25 oe 

Ptot U CERM U CEO IcAV IcM IBM 

W V V A A A 

5U 161 10 1) 1500 2) 350 2,5 5 2,5 

5U 165 10 1) 900 2) 2,5 3 2,5 

J) {}c = 90 oe 

2) Ic = 3 mA. RBE = 100 Q, tp = 20 (.ts, tp / T = 0,25 

56 

. .1\.. 0, If­
[Be 55 200 .• . 55 202 

RthjC h21 E bei/at Ic fT U CEsQt U BEsat 

U CE 

K/W V A MHz V V 

2,5 > 2 5 2 5 4) 5 1,5 

2,5 > 5 5 0,5 3 1,5 

3) 1c = 2A. IB = lA, t ,""' 10(.tS 

") UCE = 5 V, Ic = 0,1 A, f = 5 MHz 

C 

ß 
E 

m ax 2 7 

5D 168 

5U 161, 5U 165 

FOOA7A7 

bei/at tt IcES bei/at 

Ic IB U CES 

A A (.ts mA V 

2 P ) 3 1500 

0,2 13) 3 900 



Transistoren Transistors 
Si- MOS-FeldeHekttransistoren (n- Kanal-Verarmungstyp) 

Si-MOS field-eHect transistors (n-channel deleption-type) 

Typ 

SM 103 
SM 104 

Gre nzdate n 
max. ratings 

P tO t Uos 
mW V 

150 20 
150 20 

be i 
at 

{Ja = 25 oe 

be i UGS UOG 10 
at V V mA 
-UGS 
V 

12 -15/+5 32 15 
10 -15/ +5 30 15 

Si-MOS-FeldeHekttransistoren (p-Kanal-Anreicherungstyp) 

Si-MOS field-eHect transistors (p-channel enhancement-type) 

be i 

10 
mA 

3 

Informa ti onsdate n 
e lectrica l character is tics 

Y21 bei 
mS at 

UOS 
V 

. . . 12 > 1.3 8 
1.5 ... 6.5 > 1.0 8 

Informa lio nsda len 

be i 
at 

-UT 
V 

< 12 
< 8 

bei 

be i Re 
al 
10 
f-tA TQ 

10 > 1 
10 > 1 

Typ Gre nzdaten 
raling s at 

{Ja = 25 oe 
e lect rica l characte ris t ics at 

{Ja = 25 oe 
ma x. 

Pto ; Uos UGS UOG USB 
mW UOB UOG 

V V V V 

SMY 50 225 - 31 / + 0.3 - 31/+ 0.3 ± 31 -15/+0.3 
SMY 51 1) 240 -31/+ 0.3 -31 /+0.3 ± 31 0 
SMY 52 300 - 31/+ 0.3 -31/+0.3 ± 31 -1 5/+0.3 

SMY 60 3) 240 -25/+ 0.3 - 25/+0.3 ± 25 -1 5/+0.3 
U105D 2) 400 -31 /+0.3 - 31/+ 0.3 ± 31 0 

1) Doppeltra nsistor 
2) 6-fach-Tra nsistor (MOS-Schaltkre is) 
3) Doppel trans isto r ohne G a teschutzd iode n. 

getren nter Substratan sch luß 

B ß ; 
D S 

SMY 50 
SMY 52 

67 Cl 57 i V. 
SMY 60 

SM 103 
SM 104 

-10 -10 Y21 be i -UT bei e ges Ros 
10RM * a l at 

-U os -10 
mA mA mS V V f-t A pF .Q 

25 10 2 10 3 .. . 6 10 < 12 150 
20 12 2 10 3 ... 6 10 <1 2 150 
60 50 12.5 10 3 .. . 6 10 <38 35 

120 * 
20 > 2.8 10 < 10 
25 > 3 2 3 .. . 6 10 < 12 150 

1) dua l trans istor 
2) six- t rans istor MOS circu it 
3) dual transsitor withou t ga te protecting diodes with 

isola ted b u lk connexion 

~ __ _ _ _ )~19 ,5 

ii~. 
S 66 65 Gif 63 62 6 7 

U 105 P 

57 



Transistoren 

Ge-pnp-HF-Transistoren 

p-n-p HF Ge-transistors 

ryp Grenzdofen bei elektr. Kenndaten bei 
ratings ot {ja = 25 °e 

e!eetrieol eha raeteristi es ot 
(Ja 25°e mo xo 

P to t -UCSO -UCEO -UEBO -Ic h 21E be i -Ie h F G pb bei 
ot ot 
, UCE -UCE 

mW V V V mA V mA MHz dB dB V 

GF 145 60 20 15 0,3 10 > 10 12 1,5 600 ') < 9 > 9 12 

GH47 60 20 15 0,3 10 > 10 10 2 650 2) < 6 > 11 ,5 10 

') -UCE = 12 V, - Ie = 1,5 mA. f = 100 MHz 
2) -UeE = 10 V, -Ic = 2 mA, t = 100 MHz 

Ge-pnp-leistungstransistoren 

p-n-p Ge-power transistors 

ryp Grenzdaten bei elektro Kenndaten bei 
Do = 25 oe ratings a t {Ja = 25°e 

electrica l character·isties at max. 

P tot -UCSO -UCER bei -UESO -Ie h21E bei -Ie h -UCEs., bei -Is 
at at a t 
RSE -UCE -Ie 

W V V Q V A V A kHz V A A 

GD 160 5,3 I) 20 18 50 10 3 18 00090 2 1,5 >1 80 2) < 0,6 3 0,5 
GD 170 5,3 I) 33 30 50 10 3 18 00090 2 1,5 > 180 2) < 0,6 3 0,5 
GD 175 5,3 I) 50 48 50 10 3 18 00 090 2 1,5 > 180 2) < 0,6 3 0,5 
GD 180 5,3 I) 66 60 50 10 3 18 00090 2 1,5 > 180 2) < 0,6 3 0,5 

G D 240 10 I) 30 25 50 10 3 18 . 00140 2 2 > 250 3) < 0,6 3 0,5 
GD 24 1 jO I) 40 35 50 20 3 J8 0 0 0 140 2 2 > 250 3) < 0,6 3 0,5 
GD 242 10 I) 50 48 50 20 3 18 .. 0 140 2 2 > 250 3) < 0,6 3 0,5 
GD 24 3 10 I) 65 60 50 20 3 18000 90 2 2 >250 3) < 0,6 3 0,5 
GD 244 10 I) 75 70 50 20 3 1800090 2 2 > 250 3) < 0,6 3 0,5 

') {Jc = 25 oe 
2) - UCE = 6 V, -Ie = 0,3 A 
3) -UCE = 6 V, -Ic = 0,1 A 

1,8 

~ ~ 

23 23 
1 31 31 . I 

~ r l 

GF 145 
GF 147 

58 

",1* 

1 

GD 160 . .. GD 180 

'* 
<N co "". 

GD 240 ••• GD 244 

Transistors 

-Ie -leso bei 
ot 
-U cs 

mA MHz ,.,A V 

1,5 800 <8 20 
2 800 < 8 20 

ton toff -leES bei 
at 
-UCE 

(.'s (.'s mA V 

< 1.5 20 

< 1 33 

< 1 48 

< 1 60 

< 2,5 30 

< 30 < 16 < 2,5 40 

< 40 < 22 < 2,5 50 

< 44 < 24 < 2,5 65 

< 32 < 34 < 2,5 75 



~. 

Dioden 

Si-Kapazitätsdioden 

Si-capacitance variatio n diodes 

Typ Ken ndaten bei 
{Ja = 25 °C 

cha racteristi cs at 

P tot UR 

mW V 

SAZ 12 300 18 
SAZ 13 300 18 

Si-Varaktordioden 

Si -va racto r diodes 

Typ Kenndaten bei 
{Ja' = 25 °C 

characteristics at 

P;n U RRM IF U (BR) 

W V mA V 

SAZ 54 6 90 10 >90 
SAZ 61 1.5 60 10 > 60 
SAZ 71 30 > 30 

. 
I I 
I I 

r/J6.5h1! 
lr, 
'<S 

I I 
rAG1 * ..:t' 

I .1/J5.5 I 
m it 
A dapter- ~ 

Farbpunkt (Katode) 
ohne Adapterlrappe 
yrdhoul adapler cap 

Ira 'Ppe 
w,{h 
ac/opfer cap 

t/J2,4dKJ 

SAZ 12. SAZ 13 

CI fQ bei / at Ls 

UR 

pF GHz V nH 

1 ... 5 > 10 6 3.5 
1 ... 5 > 20 6 3.5 

bei/at CI fQ beilat L, 

IR UR 

p.A pF GHz V nH 

100 4.0 .. . 8.0 > 20 6 < 2 
10 0.5 . .. 1.0 >1 00 6 < 1.5 
10 0.3 ... 0.5 > 150 6 <1.5 

r-'.'=':" 

- Katode 
...... 

jW70 t--. 

~t [ I 0 J ti 
E: 

~ 
C\j 

ao 

I ~ 

~ 
E: 

r/J8.5 
t-.. ...... 

max 
I---

~ u..... f-- -Q 
Katode-

~ 
Z12F107 

SAZ 54 SAZ 61. SAZ 71 

Diodes 

IR beilat Ce 

UR 

IlA V pF 

< lO 18 0.4 
< 10 18 0.4 

t. be i/a t Ce R<hic 

UR 
ns V pF K/W 

>12 6 0.6 < 10 
> 3 6 0.45 <100 

0.45 < 200 

r/J2,3$ 

'.59 



Dioden 

Si-Schaltdioden 

Si-switching diodes 

Typ Gremdaten bei 
max. rati ngs at Va = 45 °C 

SAY 12 
SAY 16 

SAY 17 

SAY 16 

SAY 20 

SAY 30 

SAY 32 
SAY 40 

. SAY 42 

SAY 73 
SA 403 

SA 418 

Ptot 

mW V V mA 

430 50 75 
430 30 35 

300 50 60 

300 25 35 

300 15 20 

1504) 25 30' 
1504) 15 20' 

1504) 15 20' 
430 50 75 
1004) 25 30' 

300 
300 

175 

115 

75 

30 

50 
20 

30 
300 
30 

1) UR = 0 V, f = 1 MHz, UHf = 50 mV 

IfRM 
IfM * 

mA 

600 
60J 

350 

225 

150 

60' 

100' 
40' 

60' 
600 
60' 

2) beim Schalten von If = 10 mA auf UR = 6 V 
gemessen bei IR = 1 mA, RL = 50 Q 

Si-Mehrfachdioden 
Si-diode arrays 

Typ 

5AL 41 
SAL 43 
SAL 45 

SAM 42 
SAM 43 

SAM 44 
SAM 45 

SAM . 62 
SAM 63 

SAM 64 
SAM 65 

Gremdoten 
mox. ratings 

P tot 

mW 

150 
200 
300 

150 
200 

250 
300 

150 
200 

250 
300 

v 

15 
15 
15 

15 

1) UR = 0 V, f = 500 kHz 

60 

bei 
ot 

V 

20 

20 

25 °C 

20 
20 

20 

20 

20 

40 

40 

{Ja = 25 °C 
Infarmatiansda ten bei 
electri cal characteristics at 

IfSM 10 

mA mA 

2000 200 
2000 200 

2000 115 

2000 75 

2000 50 

150 

250 
100 

150 
2000 200 
150 

V 

bei 
at 
If 
mA 

< 1 200 
< 1 200 

< 1 100 

< 0,81 3 
> 0,5 0,1 
< 1 15 
< 0,84 3 
> 0,5 0,1 
< 1 10 
< 1 200 
< 0,81 3 

> 0,5 0,1 
< 1,2 100 

(J-A 

< 0,1 
< 0,1 
< 5 
< 0,1 
< 5 
< 0.07 
< 5 
<0,05 
< 5 
< 0.04 

< 0,04 
< 0,06 

< 0,06 
< 0,1 
< 0,04 

< 0,5 

bei 
ot 
UR 
V 

50 
30 
35 
50 
60 
25 
33 
15 
20 
25 

25 
i5 

15 
50 
25 

80 

2) ot switching from If = 10 mA to UR = 6 V 
meosured ot iR = 1 mA, RL = 50 Q 

3) UR = 0 V, f = 0,5 MHz 

4) {Ja = 25 °C 

Informationsdaten bei 
electricol chorocteristics ot {Jo = 25 °C 

bei l ot beilot 

IF I~ UR Ctot 

mA nA V pF 

<;1,7 15 

< 0,84 3 
15 

> 0,5 

< 0,84 3 
15 

> 0,5 0,1 

Ctot 

pF 

ns 

2) beim Schalte n von If = 10 mA auf UR = 6 V 
gemessen bei iR = 1 mA, RL = 50 Q 
01 swilching from If = 10 mA 10 UR = 6 V 
meosured ot iR = 1 mA, RL = 50 Q 

Diodes 

ns 

<10 'l ) 

< 4 2) 

<65 2) 

mm 

4,2 
1 0, ~ 

15,1 

9 
11 ,5 

14 
16,5 

9 
11,~ 

14 
16,5 



Dl i@den Diodes 

Si-Schalterdioden 

Si-diode switches 

Typ Grenzdaten bei 
max. ratings at 

{J a 25 °C 
Informat ionsdaten bei 
el ectrical characteristics at {ja = 25 °C 

Ptot UR IF UF bei IR bei rF bei Cj bei 
at at at at 
IF UR IF UR 

mW V mA V mA nA V Q mA MHz pF V 

SA 412 120 20 100 < 1,2 100 < 100 20 < 1 10 30 .. . 300 < 3,1 10 

,,0.6 

SAY 30 ... SAY 42 SAY 16L2 . .. 20L2 
SAY12L2, SAY73L2 
Farbkennzeichnung 
auf Stirnf löche 
wie Bauform B 
SAY 73 L 2 weiß 
Colou r coding on 
Farce os B des ig n 
SAY 73 L 2 white 

i . . I 

SAY 16 B ... 20 B 
SAY 12 B 

"". l jj~J 
r--------.![-----~-Jl-1 

~--'--'------'---lj~ 
:-

SAL 41 SAL 43, SAL 45, 
SAM 42 ... 45 
SAM 62 ... 65 

lötbar 
solderable 

Farbring 
Katod e : 
SAY 12 orange 
SAY 16 grün 
SAY 17 rot 
SAY 18 gelb 
SAY 20 sGhwarz 

Katode 

colour ring 
cothode: 

"" 

--

to 

:---. 
'---

e .. ~ SAY 12 orange 
SAV 16 green 
SAY 17 red 
SAY 18 yellow 
SAY 20 blo ck 

02,'1' 

SAL 43, 4-S 

SA 403, SA 412 
SA 418 

000000 

lllfft 
0 00000 

Jflfff 
000000 

Farbpunkt 
Katode: 
SA 403 rot 
SA. 412 gelb 
SA 418 grün 

colour point 
cathode: 
SA 403 red 
SA 412 yellow 
SA 418 green 
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Dioden Diodes 

Si-Z-Dioden 

Si-Z diodes 

Typ Kenn daten be i 
,9 Q = 25 °C cha roc te risti cs at 

Pt o t Iz Uz rz TKuz UF bei UR bei 
be i a t Iz = 5 mA ct ct 

If IR 
mW mA V Q 10 4 / K V mA V {-tA 

SZX 18/1 0,65, , , 0,85 < 8 - 26 ", -23 
SZX 18/5,6 5,0 " ,6 ,3 < 65 +3 . .. + 5 > ' 
SZX 18/6,8 6,0 ",7,5 < 10 -1 .. , + 7 > 2 
SZX 18/8,2 7,3 .,,9,2 < 8 + 2 . .. + 7 > 3,5 
SZX 18/10 250 8,8 . , .11 ,0 < 17 +5 .. , + 8 « 1,1 50 > 5 
SZX 18/ 12 10,7 . . . 13,4 < 30 +6 ' " +9 > 7 
SZX 18 / 15 13,0 . .. 16,5 <AO +7, .. ,+9 > 10 
SZX 18/18 16,0 .. ,20,0 < 55 ' +8 • .. +9.5 > '0 
SZX 18/2,2 19,6 .• , 24.4 < 90 , +8 .:. +10 > '2 

SZX 19/5,1 4,8 •• , 5.4 < 75 -5 ' PI -~ 3 > , 
SZX 19/5,6 5,2 , . . 6,0 < 60 -3 , , • -;- 5 > , 
SZX 19/6,2 5,8 , . ,6,6 < 35 -2 ,..+6 >1 
SZX 19/6,8 250 6,4 , •. 7,2 < 8 -1 ... + 7 «1,1 50 >2 1 
SZX 1917, 5 7,0 , . . 7,9 < 7 + 2 .,. + 7 > 2 
SZX 19/8, 2 7,7 . • . 8,7 < 7 +3 " .+7 > 3,5 
SZX 19/9,1 8,5 . .. '9,6 < 10 +4 ". + 8 > 3,5 
SZX 19/ 10 9.4 • . , 10,6 <15 +5 ,: . + 8,5 > 5 

SZX 1911 1 10,4 .• , 11 ,6 <20 +5,5 . ,. +9 >5 
SZX 19/12 11.4 ' .. 12,8 < 20 . +6 .. . +9 .>7 
SZX 19/ 13 12,5 . , . 14,0 <30 +7 . , .+9 > 7 
SZX 19/ 15 13,8 .. . 15,5 < 35 +7 , •• +9,5 > 10 
SZX 19/ 16 250 , 15,3 ... 17,0 < 40 + 8 .,. + 9,5 :;(1,1 50 > 10 
SZX 19/ 18 16,6 ,., 19,0 < 50 +8 ,., + 9,5 > 10 
S ZX 19/20 18,8 ... 21,0 < 80 + 8 " . + 10 > 10 
SZX 19/22 20,8, . . 23,0 < 80 + 8 ... +10 > 12 
SZX 19/24 22,8 . .. 25,6 < 80 +8 .. . + 10 > 12 

SZX 21 / 1 200 0,73 . . . 0,83 < 8 -18 ".-22 
SZX 21/5,1 43 4,8 , , . 5.4 < 60 -5 '" + 3 
SZ X 21/5,6 40' 5,2 .. . 6,0 < 40 -2 " . + 5 > 1 
SZX 21 /6,2 250 37 5,8 . . . 6,6 < '0 -1 .. , +6 > ' 
SZX 21 /6,8 400 1) 34 6,4 , .. 7,2 < 8 +0 .. . + 7 < ',0 50 > 2 
SZX 21 17 ,5 31 7 ,0 ",7,9 < 7 +2 ... + 7 > 2 
SZX 21 /8,2 27 7,7 ,.,8,7 < 7 +3 , . . + 7 > 3,5 
SZX 21/9,1 25 8,5 . ,, 9,6 < 10 + 4 ... + 8 >3,5 
SZX 21 11 0 23 9,4 .,.10,6 < '5 +5 . . ,+8 > 5 

SZX 21 / 11 21 10,4.,,11 ,6 < 20 +5, ... +8 > 5 
SZX 21/12 19 11 ,4 ... 12,8 < 20 +6 . , , + 9 > 7 
SZX 21 / 13 17 12,6.,,14,0 < 25 + 6,5 " ,+9 > 7 
SZX 21 / 15 250 16 13,8" , 15,5 < 30 +7 •• • + 9 > 10 
SZX 21116 400 1) 14 15,3 .• . 17,0 < 40 +7 , .. , +9 "< ',0 50 "> Hi 
SZX 21 / 18 12,5 16,8 •• . 19,0 <55 +7 . .. + 9 > 10 
SZX 21 /20 11.5 18,8, .. 21,0 <55 +7 .. : +9 > 10 
SZX 21 /22 10,5 20,8 ... 23,0 <55 +7 ... +9 >12 
SZX 21/24 9 22,8 , • , 25,6 <80 +7,5, , , +9,5 >12 

I) {Je = 25 oe 
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Dioden 

Si-leistungs-Z-Dioden 

Si-power-Z-diodes 

Typ Kenndaten bei 
character istics at {Ja = 25 °C 

Pto~ Iz Iz 2) IF 

W mA mA mA 

SZ 600/0.75 1) 1000 3000 
SZ 600/5.1 185 1450 
SZ 600/5.6 165 1330 
SZ 600/ 6.2 150 1210 
5Z 600/6,8 139 1100 
5Z 600/7.5 126 1010 
5Z 600/8.2 113 910 

5Z 600/9.1 1 104 830 100 
SZ 600/10 8 2) 94 750 
SZ 600/11 86 690 
5Z 600/12 78 630 
5Z 600/ 13 71 570 
5Z 600/ 15 63 500 

5Z 600/ 16 58 470 
SZ 600/18 52 420 
5Z 600/20 47 380 ..,.. 
5Z 600/22 43 350 

J) in Flußrichtung gepolte D iode 
, • forwa rd -biased diode 

Si-Referenzelemenfe 

Si-reference d iodes 

Typ Kenndaten b~i 
{}. = 25"e choracteristics at 

P tot Uz rz Iz 

mW V [J ,dA 

SZY 20 
SZY 21 100 8,4 ± 0,4 < 25 5 
SZY 22 

~ SZY 23 

{6t!;nr 
s o/de."ODit3 ___ 

~ Farbring 
"'- Katode: 

SZX 18 schwort: 
Forbring 

" SZX 19 rot colournng 
~ IKa tOde l 

~ '" " .-

colour ring 
cothode 

la /bor C) SZX 18 block solderoble ") 

SZX 19 red 

SZX 18. SZX 19 SZX 21 

Diodes 

Uz rzd bei/at TKuz 

Iz 
V Q mA 1O- 4 / K 

0.65 ... 0.85 1.5 100 
4.8 ... 5,4 5 100 -1 
5.2 . . . 6.0 2 100 +2 
5.8 . . . 6.6 2 100 '+3 
6,4 .• . 7.2 2 100 +3 
7.0 .•• 7.9 2 100 +4 
7,7 . . . 8.8 2 100 + 5 

8.5 • .. 9.6 4 50 + 6 
9.4 10.6 4 50 + 6 
10,4 .. . 11 .6 7 50 + 7 
11,4 .•. 12.7 7 50 '+7 
12,4 .. . 14.1 11 50 + 7 
13.8 ... 15,7 11 50 '+7 

15.2 . • . 17.1 15 25 '+ 7 
16.8 . • . 19.1 15 25 + 7 
18.8 ... 21.2 15 25 +8 
20.8 . •. 23.3 15 25 +8 

2) mit Kühlblech 200 >-: 200 ~< 3mm3 

,,' wi th heat sink 200 >; 200 :.< 3mm 3 

TKuz .dUz bei /a t ,1 1 z 

00 

10- 5/ K mV "C !1- A 

< 10 
< 5 
< 2 
< 1 

< 6.6 
< 3.3 
< 13.2 
< 6.6 

~i 
~ 

785 
-

r-*! Il) 

* * 
es 

'" 

:i5 

~ 

:';;ZOF1YS 

5ZY 20 .. . 23 

< 32 
0 . .. 75 < 16 

< 6.4 
< 3.2 
< 250 

Farbpunkt 

Katode 

5ZY 20 schwarz 

SZY 21 gelb 

SZY 22 blau . 
5ZY 23 rot ~ 

I "I +I 

colaur point 0 
a) 

l'2 
cathode: '" 
5ZY 20 block 

g 

5ZY 21 ye ll ow 

5ZY 22 blue t 
SZY 23 red 

::; 

52600 

RthiC 

Rthja * 

<ll 
< 100' 

bei / at 

LW 

K 

75 

~e 
I 

1014 
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Dioden Diodes 

Si-Gleichrichterdioden 

Si-rectifier diodes 

Typ elektrische Kenndaten 

electrical characte risti cs 

URWM URRM U RSM IF(Av)5) IF(AVj) 6) IF(RMS ) IFRM UF IR 7) R'hje 
R thjo* 

V V V A A A A V mA K/ W 

SV 170/1 100 < 8 
SV 170/2 200 < 6 

\ SV 171/1 100 17 25 39 100 :<1 < 8 < 1,2' 
SV 171 /2 200 < 6 

SV 180/ 1 70 100 100 
SV 180/2 140 200 200 
SV 180/4 280 400 400 
SV 180/6 420 600 600 

16 30 47 250 :<1,3 < 5 
< 1,1' 

SV 180/ 8 560 800 800 < 5,92) 

SV 180/10 .700 1000 1000 
SV 180/12 840 1200 1200 
SV 180/14 980 1400 1400 

SV 200 75 100 110 
SV 201 100 130 150 
SV 202 200 260 300 
SV 203 300 390 450 
SV 204 400 520 600 
SV 205 500 650 750 1,05 1,8 3,1 10 :<1,2 < 0,15 :<95 

SV 206 600 780 900 
SV 207 700 910 1050 
SV 208 800 1040 1200 
SV 210 1000 1300 1500 

SV 320/0,75 75 100 110 
SV 320/1 100 130 150 
SV 320/2 200 260 300 
SV 32013 300 390 450 
SV 320/ 4 400 520 600 1,0 3) K l00J) 
SV 320/5 500 650 750 0,9 4) 2 3,1 ,10 :<;:: 1,2 :<:0,15 
SV 320/6 600 780 900 
SV 320/7 700 910 1050 
SV 320/8 800 1040 1200 
SV 320/1 0 1000 1300 1500 

SV 360/ 0,5 35 50 50 
SV 360/ 1 70 100 100 
SV 360/ 2 140 200 200 
SV 360/3 210 300 300 
SV 360/ 4 280 400 400 0,9 4) 
SV 360/ 5 350 500 500 
SV 360/ 6 420 600 600 
SV 360/7 490 700 700 
SV 360/8 560 800 800 8 1,2 0,15 135 
SV 360/9 630 900 900 ' 
SV 360/10 700 1000 1000 

SV 360/ 11 770 1100 1100 
SV 360/12 840 1200 1200 
SV 360/13 910 1300 1300 0,75 4) 

SV 360/14 980 1400 1400 
SV 360/15 1050 1500 1500 
SV 360/16 1120 1600 1600 

') bei R-La st ") with resistive load 
2) mit Kühlkörper KlO 2) with heat sink K 10 
3) vo ll e Läng e 3) with all length 
4) Anschlußdrähte auf 10 mm gekürzt 4) w ires shorted to 10 mm 
5) {Ja = 45 oe 5) {Ja = 45 oe 
6) {Je == 100 oe G) {Je = 100 oe 
7) bei 120 oe 7) at 120 oe 

64 



Dioden 

Schnelle Si-Gleichrichterdioden 

Fast recovery Si-diodes 

Typ 

SV 335/ 05 K 
SV 335/1 K 
SV 335/2 K 
SV 335/4K 
SV 335/ 05 L 
SV 335/ 1 L 
SV 335/2 L 
SV 335/4 L 
SV 335/ 6 L 
SV 335/ 8 L 

SV 330/ 1 
SV 330/ 2 
SV 330/ 4 
SV 330/ 6 
SV 330/ 8 
SV 330/ 10 
SV 330/ 12 
SV 330/ 15 
SV 330/ 18 
SV 330/?'0 

elektrische Kennda ten 

e lectric ~haracte ri stics 

URRM 

V 

50 
100 
200 
400 
50 
100 . 
200 
400 
600 
800 

100 
200 
400 
600 
800 
1000 
1200 
1500 
1800 
2000 

100 
200 
400 
600 
100 
200 
400 
600 
800 
1000 

200 
400 
600 
800 
1000 
1200 
1400 
1700 
2000 
2200 

SV 185/1 100 
SV 185 / 2 200 
SV 185/4 
SV 185/ 6 

') Gruppe K 
2) Gruppe L 

SV 170 
SV 171 

SV 185 

400 
600 

Katode · bei SV 170/1 
SV 170/2 

Anode bei sv 171 11 
SV 171 /2 

55±4 

Größtmaß32 

1,4 
1,4 
1,4 
1,2 
1,4 . 
1,4 
1,4 
1,2 
1,1 
1,0 

0,46 
0,43 
0,37 
0,32 
0,29 
0,27 
0,24 
0,21 
0,17 
0,16 

25 

<214.3 

3 

3 

39 

UfM 

V 

' ) g roup K 

2) group L 

"0 

IR RM 

mA 

::;; 0,5 

::;; 0,5 

::;; 0,3 

~7 

[":1t!1 
SV 200",SV 210 

'" c,' 

+' <0 -r--.--.----,-"h 
~ 

31 mi" 

SV 320, SV 330, SV 335 

SV 360 

Farbring 
efeuf ring 

(Katode)~ .. 

/L s 

::;;0,5 

::;; 0,5 

0,3 1) 

0,6 2) 

] 

Diodes 

Rthja 

K/ W 

:S::60 

6 
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I· 

Dioden, Thyristoren 

Si -Avelanche-Dioden 

Si-avelanche diodes 

Typ Kenndaten 

cha racte ris tics 

U RWM U RR M 

V V 

SV 180/6A 420 600 
SV leO/BA 560 800 
SV 180/10A 700 1000 
SV 180/1 2A 840 .1200 
SV 180/14A 980 1400 

1) b. = 45 oe 2) {Je = 100 oe 

Si-Thyristoren 

Si -thyristors 

U (B R) 

V 

> 800 
: > 1100 
> 1400 
> 1600 
> 1800 

Typ Kenndaten b ei 
{Ja = 25 oe 

cha racteristi cs at 

U RRM h RM 

U ORM 

V A A A 

ST 103/ 1 100 
ST 103/ 2 200 
ST 103/ 3 300 3 4,5 15 
ST 103/ 4 400 
ST 103/ 5 500 
ST 103/6 600 

') IT = 10 A 

t') 

~ 
'& 

s 

N 
M 

"" ' '<t '" -+, .5 10 

::':~--= 10 "" "" :e ::l 

Cl L 
<> 
Ul 
c: 
CIS 
c:; 
GI' .... -0 

-H 0 
'<t ~ ,... 

Ri 
~ 

T03FfO'l 

SV 180/ A sr 103 

66, 

16 30 

IGT 

V mA 

Diodes, Thyristors 

47 250 

mA v ~s 

PR SM 

kW 

:<:1,8 1) ,<10 , 

t q 

~s 

IR 
mA 

R t hie 

K/ W 

R th l< 

K/W 



(5~ 
" 

,rrt 

freifi~chenglekh rich~c r Free .. area recUUers 

Silizium-G lejchrichter in Freiflöchenbauart (TGl 29270) 

Silicon rectifier in free-area construction 

Schaltung Kenndaten bei Küh lp la ttenzah l Plattengröße Einbaulänge Bolzenzchl Bo lzendurchmesser 

circuit characterist ics at number of disks size leng th mounting stud number stud diameter 
{Ja = -40 ... +45 oe cooling disks 

U A N ICN n A ns ds 
V A St m'11 2 mm St mm 

M 25 1 Oll ", 220 48 2 8 
50 2 61 
100 4 101 
150 6 141 

B 30 2.5 2 100 X 220 60 2 8 
60 50 4 99 

90 100 8 184 

120 150 12 265 

DB 35 3 100 X 220 82 2 8 
70 6 154 1) 1452) 

140 12 279 1) 2612) 
200 18 41 11) 3842) 

B 30 10 2 58 X 58 77 8 
60 

90 
120 

1) oHene Ausfü hru ng I open fo rm 2) geschlossene Ausfü hrung I enc losed for m 

Platten sortiment für Selengleichrichter in Freiflöchenbauart (TGl 12221) 

Disk assortment for selenium rectifiers in free-area construction 

Pla tlengröße Elektrische Kenndaten max. Plattenzahl Abstand Bo lze nza hl Bolzendurchmesser 
d isks size electrica l characteris tics max. disks number di stance stu d number stud d iameter 

U AN IGN 2) ICN 2) IG N 2) n mo x d. ns ds 
W-Reihe3) X-Re ihe V-Reihe 
W-series3) X-se ri es Y-series 

V A A A St mm St mm 

16,6 X 16,6 0,2 0,13 0,08 32 2,5 4 
20 X 25 0,5 28 5,5 4 
20 x 25 0,3 0,18 28 3,4 4 
25 X33 0,5 28 5,5 5 
25 X 33 0,3 28 3,4 5 
33 X 33 1,1 0,85 1) 0,5 1) 24 5,5 5 
33 X 50 1,6 1,0 0,8 24 5,5 5 
50 X 50 1,6 1,3 40 5,5 8 
50 X 62 3,0 2,5 1) 36 7 8 
50 X 62 1,6 1) 36 5,5 8 
50 X 83 20 3,0 2,5 36 7 8 
50 X l00 25 5,0 4,2 1) 30 12 8 
50 X l00 30 1) 3,0 1) 30 7 8 
71 X 100 7, 0 5,0 4,2 30 12 8 
100 X l 00 9, 0 7,0 ') 5,0 30 12 8 
100 X 100 10 24 15 1 8 
100 X 200 18 15 I) 10 24 15 2 8 
100 X 300 27 20 I) 15 24 15 3 8 
100 x 300 30 24 18 3 8 
100 X 400 36 27 I) 20 I) 24 15 4 8 
100 X 500 45 36 I) 27 1) 24 15 5 8 
200 X 300 30 24 18 6 8 

1) Li eferung nach Vere inbarung 1) ava ilable on agreement 
2) E-Scha ltung ; für M - und B-Schal tung X 2. 

für DB-Scha ltung X 3 
2) one way circuit ; at 2-way configenrat ions X 2. 

at 3-phase bridge circuit X 3 
3) in Vorbereitung 3) under developement 
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Selengleichrichter 

Selenkleinstgleichrichter (TGL 24927) 

Selenium subminiature rectifiers 

bei Typ Kenndaten 
characte rislics al {Ja = -40 .. . +40 oe 

E 20 C 60 
E 25 C 60 
E 50 C 80 
E 50 C 200 
E 60 C 70 
E 75 C 70 
E 80 C 125 
E 100 C 40 
E 125 C 40 

M 20 C 120 
M 25 C 120 
M 60 C 140 
M 75 C 140 
M 80 C 80 
M 100 C 80 

V 10 C 60 
V 12,5 C 60 
V 30 C 70 
V 37 C 70 
V 40 C 40 
V 50 C 40 

B 20 C 25 
B 20 C 40G 
B 25 C 25 
B 25 C 40G 
B 20C 200 
B 25 C 200 
B 40 C 80 
B 40 C 250 
B 50 C 80 
B 50 C 250 

5 

! t--r--

I 
I :1 I 

C'J 

'" ~-

S63/JO 

77 
l' 

*to/bar 
~o(derable 

SGiFSa? 

68 

20 
25 
50 
50 
60 
75 
80 
100 
125 

20 
25 
60 
75 
80 
100 

10 
12,5 
30 
37 
40 
50 

20 
20 
25 
25 
20 
25 
40 
40 
50 
50 

2,5 

E 20 C 60 
E 25 C 60 
M 20 C 120 
M 25 C 120 
V 10 C 60 

1f . .5 V 12,5 C 60 

B 20 C 25 
B 25 C 25 

IGN 

mA 

60 
60 
80 
200 
70 
70 
125 
40 
40 

120 
120 
140 
140 
80 
80 

60 
60 
70 
70 
40 
40 

25 
400 
25 
400 
200 
200 
80 
250 
80 
250 

7 
.5 

13 S6 JFtO 

5 

7.5 

9.5 

Gehäuse­
abmessungen 
ca se size 

mm 

4,5 X l1 X 12,5 
4,5 X l1 X 12,5 
7,5 X 13 X 12,5 
9,5 X 20 X 21,5 
7,5 X 13 X 12,5 
7,5 X 13 X 12,5 
9,5 X 20 X 21,5 
9 X ll X 12,5 
9 X ll X 12,5 

4,5 X ll X 12,5 
4,5 X ll X 12,5 
7,5 X 13 X 12,5 
7,5 X 13 X 12,5 
9 X l1 X 12,5 
9 X ll X 12,5 

4,5 X l1 X 12,5 
4,5 X ll X 12,5 
7,5 X 13 X 12,5 
7,5 X 13 X 12,5 
9 X ll X 12,5 
9 X l1 X 12,5 

7 X 7 X 8 
9,5 X 20 X 21,5 

7 X 7 X 8 
9,5 X 20 X 21,5 
7,5 X 13 X 12,5 
7,5 X 13 X 12,5 
9 X ll X 12,5 
9,5 X 20 X 21,5 
9 X ll X 12,5 
9,5 X 20 X 21,5 

E 50 C 80 
E 60 C 70 
E 75 C 70 
V 30 C 70 
V 37 C 70 
M 60 C 140 
M 75 C 140 
B 20 C 200 
B 25 C 200 

E 50 C 200 
E 80 C 125 
B 20 C 400 
B 25 C 400 
B 40 C 250 
B 50 C 250 

5 

11 

Seleniunl rectifiel's 

9 

E 100 C 40 
E 125 C 40 
M 80 C 80 
M 100 C 80 
V 40 C 40 
V 50 C 40 
B 40 C 80 
B 50 C 80 



/~ 
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Selengleichrichter 

Selenblockgleichrichter im Metallgehöuse (TGl 24926) 

Selenium rectifier blocks in metal casing 

Typ 

B 250 e 90 

Kenndaten 
charaeteristies 

250 

bei 
at {J a = -40 .. : +40 oe 

IGN 

mA 

- 90 

Selenblockgleichrichter im Plastgehäuse (TGl 26 154) 

Selenium rectifier blocks in plastic casing 

Typ Kenndaten bei 
charaeteristies at {Ja = -40 , ,. +40 oe 

UAN IGN 
V mA 

E 500 e 15 500 15 
E 625 e 15 625 15 
M 500 e 30 500 30 
M 625 e 30 625 30 
V 250 e 15 250 15 
V 300 e 15 300 15 
B 250 e 30 250 30 
B 300 e 30 300 30 

Selenklammergleichrichter (TGl 24925) 

Bracket-shaped selenium rectifiers 

Typ Kenndaten bei 
characteristies at {). = -40 , , , +40 oe 

UAN IGN Ic ') 
V mA mA 

B 20 e 500/300 20 300 500 
B 25 C 500 / 300 25 300 500 
B 30 e 500/300 30 300 500 
B 20 C 750/ 500 20 500 750 
B 25 C 750/500 25 500 750 
B 30 C 750/500 30 500 750 
B 20 e 1000/6 50 20 650 1000 
B 25 e 1000/65 0 25 650 1000 
B 30 C 1000/650 30 650 1000 

') mit Kühlblech 200 cm 2, 2 mm AI 
with heat sink 200 em?, 2 mm AI 

~ 

i 
B 20",30 
e 500/300 

GehÖuse· 

abmessung en 

case size 

mm 

Gehäuse­

abmessungen 

ca se size 

mm 

10 ~< 10 A 23 

10 ~< 10 >': 23 

10 X 10 X 23 
10 X l0 X 23 
10 >< 10 >.: 23 
10 X l0 ;< 23 
10 X 10X 23 
10 X l0X 23 

Gehäuse­

abmessungen 

ca se size 

mm 

6 X 17 >( 20 
6 >~ 17 ;<20 
6 ;< 17 :< 20 
6 ;< 20 X 29 
6 X 20 ;< 29 
6 X 20 X 29 
6 X 33 >< 29 
6 >< 33 X 29 
6.X 33 X 29 

B 20",30 
C 750/500 
b = 20 
B 20.,,30 
e 1000/65 0 

b = 33 

SelenhJm reclifiers 

36)(607 
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Selengleichrichter Selenium rectifiers 

Selenhochspannungsgleichrichter im Keramikrohr (TGL 24928/01) 

High-yoltage rod-type selenium rectifiers 

Typ 

E 2250 C 2,5 
E 3000 C 2 
E 3750 e 2 
E 4500 C 1,7 

Kenndaten 

choracteristics 

U AN 

V 

2250 
3000 
3750 
4500 

bei 
at , {ja = -40 ", +40 oe 

UR SM IGN 

kV mA 

9 2,5 
10,7 2 
14 2 
17,5 1,7 

Selenhochspannungsgleichrichter T5 (TGL 24929) 

Selenium high-yoltage rectifiers T5 

Typ Kenndaten bei 

choracteristics at {j a = -40 , " '+50 oe 

UR URRH URSH IGN 

kV kV kV mA 

6,5 7,8 9,5 

IFRH 

mA 

200 
150 
150 
100 

IFR M 

mA 

TS 6,5 
TS 9 
TS 11 
TS 13,5 

9 10,8 13 0,3 0,75 
11 13,2 16 
13,5 16,0 18,5 

Selenhochspannungsstabgleichrichter im Kunststoffrahmen . 

(TGL 24928/02) 
High-yoltage rod-type selenium rectifiers in plastics frame . 
Typ Kenndaten bei l!Jehöuse-

mm 

50 
60 
70 
85 

mm 

50 
60 
70 
85 

choracteristics at abmessungen 

E 3500 C 15 

7.6 

6.5 

mik· Kera 
10 h, 

r 
I 

i 
~I 

0 ., 
- . 

{ja = -40 ,,' +40 oe case size 

UAN URR 

V V mA mm 

3500 14600 15 14 X 17 X 153 

153 

cera 
t 
mic· 
"be 

l+ hf-
f 

150 3,,41<1 
111111II11II11II111111II11 1111111111111111II1mlll&'ll KE11 11111111~~ m· 

" lot 
0,9 , 
~~ " soldern 

70 

. 
E 
~ 

TS 6,5 ." T513,5 

E 2250 C 2,5 ". 
E 4500 e 1,7 

,r.G--(E3500C75)-G-·~·~-®aj 
SII1rY.J7 E 3500 C 15 
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Selen~te;chrichter 

Selenstabgleichrichter im HP-Rohr (TGL 200-8302) 

Rod-type selenium rectifiers in HP tube 

Typ Ken nda ten 
characteristics 

bei 
at {J. = - 40 '" +40 oe 

UAN 
V 

E 12,5 C3 12,5 
E 25 C3 25 
E 37, S C3 37,S 

in gleicher Stufung bis 

in constant intervals to 
E 1500 C 3 ~500 

E 12,5 C 5 12,5 
E 25 es 25 
E 37,S C 5 3 7,S 

in gleicher Stufung bis 
in constont intervals to 

E 1500 es 1500 
E 12,5 C 10 12,5 
E 25 C 10 25 
E 37, S C 10 37,S 

in gleicher Stufung bis 

in constont intervols to 
E 500 C 10 500 

Selenscha ltdioden 

Selenium switching diodes 

Typ Ke nndaten 

characteristics 

D 06 A 60 250 

IG 
mA 

75 

IG 1) 

mA 

50 

') bei Gruppenmontage von mehr als 4 Dioden 
ot group mounting of more thon 4 diodes 

.E.l.. 

--
~ -"'0.815 

16tba 
solderab I. 

-

SG I F 101 

n ~ 6: I = 10 
n > 6 : I = 0,4 n + 7,6 
n = Anzahl der Platten 
n = num ber of d isks 

n = UAN : 12,5 V 
E 12,5 C 3 • • . 
E 500 C 10 

IGN 
mA 

3 
3 
3 

3 
5 
5 
5 

5 
10 
10 
10 

10 

Gehäuse-
abmessungen 
case size 

W p bei/at f 
mW< Hz mm 2) 

6 5 11,6X l 0,5X5,S 

Weitere Varianten der Anschlußfahnen. 

gestaltung auf Anfrage beim Hersteller 
möglich. 

Other terminal canfigurations are 
ovaliable 

"':"d> :;;J I 
~i -;rf " I "'- ~~ 

i ~lf% ;e 
.9._ 
10,S 

3. 7 

D 06 A 

Selenium reclifiers 
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Selengleichrichter 

Selenstabilisatoren (TGL 24931) 

Selenium stabilizers 

Kenndaten Typ Kenn- bei {} 
charac terist ics at Q 

= -40 ... -
zeich nu ng 

idenl i-
UF IG 

ficatian V mA 

0,5 St 1 S 1 0,5 •• • 0,6 
1,0 St 1 S 2 1,0 ... 1.2 0,5 ••• 2.0 

1,5 St 1 S 3 1,5 .. . 1.8 

2,0 St 1 S 4 2,0 ••• 2,4 
2,5 St 1 S 5 2,5 ••• 3,0 
3,0 St 1 S 6 3.0 •• . 3,6 0,5 ••• 2,0 
3,5 St 1 S 7 3.5 .,. 4,2 
4.0 St 1 S 8 4,0 , •• 4,8 

0,5 St 10 1 5 1 0.5 • •• 0,6 
1.0 SilO 1 5 2 1,0 '" 1,2 -2,Q •• , 20 
1,5 5t 10 1 5 3 1.5 ... 1,8 
2,0 SI 10 1 S 4 2,0 ".2,4 

2.5 SI 10 1 S 5 2.5 ••• 3,0 
2,0 ... 20 3.0 St 10 1 S 6 3,0 • •• 3,6 

3.5 51 10 157 3.5 ." 4.2 2,0 ,., 20 4.0 St 10 1 S 8 4,0 ,. , 4,8 

Selenamplitudenbegrenzer (TGL 200-8139) 
Selenium amplitude limiter 

Typ 

Pegel der Eingangsspannung 
bezogen auf 0,775 V 

input voltage pegel 
relaled for 0,775 V 

Einfügungsdämpfung 
bei 800 Hz 

KG 70 

Np : o 

Gehäu se -
abm essun ge n 
case size 

R 
mm mm 

5.0 7 X 7 X 8 

7,5 7 X 7X 8 

6 X n X 12,5 

6 X l1 X 12,S 

9 X l1 X 12,5 

insertion attenuation 
Jt 800 Hz Np: < 0,05 < 0,05 ;5;0,3 > 0,5 > I.' > 1.7 

n 
+ 

8 

54 7(5 0 1 

O,5St 1 , • • 4,0 St 1 

72 

5 
~ 

2.t-
I 1 
I 11 .... 

I<") 
I"'l 

~. 

sG'r70 
17 

0,5 ... 3,0 St 10 
a= 6, b = 2,5 
3,5 ... 4.0 5t 10 
a = 9, b = 5 

5 
2- r----

,.--
b 

1 ~ _li , 
~ 

lI) 

~ 

503,-/0 1 

a 77 

KG 70 

Selenium rE~ctifiers 
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